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I’ i: n G R A M 0 W A! IY 0 1J E L MIK CZĘSTOTLIWOŚCI MCY 7-52011

Monolityczny układ scalony MCY 762011 stanowi programowany 

dzielnik częstotliwości. Jest ¡.o układ cyfrowy wykonany 

w technologii NMOS z bramką poiikrzemową. Napięcie zasila­

nia oraz wejścia i wyjścia są kompatybilne ze standardem 

TTL. Układ mieści się na płytce krzemowej o wymiarach 

5,0 x 3,7 mm, zamkniętej w dwurzędowej obudowie plastykowej 

z 18 wyprowadzeniami typu CF-81.

00 - 1 ^  18 ~ unn

D0-D7 - Wejścia danych

UU A0-A2 - Wejścia adresowe
01 - 2 17 - "es

WR - Wejście blokujące zapis
D2 - 3 16 - A0

CS - Wejście wyboru struktury
03 - 4 15 - Al /chip select/

D4 - 5 14 - A2 CKI - Wejście zegarowe dzielnika

05 - 6 13 - WR* FDP - Wejście zegarowe licznika

06 - 7 12 - IPP IPP - Wyjście

07 - 8 11 - FBP UDD
- Napięcie zasilania /5 V /

USS ~
9 10 - CKI

USS
- Masa /0 V/

Rys. 1. Opis i układ wyprowadzeń

W S T Ę P N A  KARTA KATALOGOWA



- 2 -

Programowany dzielnik częstotliwości /ang. rate multiplier/ 

dzieli częstotliwość w ten sposób, że przy podawaniu impulsów 

na wejście zegarowe CK! /rys. 2/ tylko niektóre z nich /odpo­

wiednio dobrano/ są powtarzane na wyjściu IPP. Każdym kolejnym 

224 impulsom na wejściu CKI odpowiada X imp.ulsów na wyjściu IPP, 

przy czym X oznacza 24-bitową liczbę dwójkową zawartą w liczni­

ku rewersyjnym. Programowanie dzielnika częstotliwości /czyli 

liczby X/ odbywa się za pomocą wejść danych D0-D7, wejść adre­

sowych A 0-A2, wejść blokujących zapis CS i WK oraz wejścia 

zegarowego FI3P. Stan L jednocześnie na obu wejściach CŚ i WR

D0-D7 A0-A2
Rys. 2. Schemat blokowy układu MCY 7620M
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powoduje odblokowaniu dekodera i wczytanie danych D0-D7 zgodnie 

z zadanym adresem A0-A2 /A2A1A0/:

- adres 000! wczytanie danych 00-07 do bufora typu "latch",

- adres 001: wczytanie danych D0-D7 do licznika rewersyjnego 
/0 najmniej znaczących hitów liczby X/,

- adres 010: wczytanie danych D0-D7 do licznika rewersyjnego 
./środkowe bity liczby X/,

- adres 011» wczytanie danych D0-D7 do licznika rewersyjnego 
/8 najbardziej znaczących bitów liczby X/,

- adres 100) zerowanie licznika zawartego w dzielniku często­
tliwości ,

- adres 101: służy do testowania układu scalonego,

- adres 110: wymuszenie stanu L na wyjściu IPP,
\

- adres 1 U :i nie używane,

Bufor typu "lstch" zawiera 8 przerzutników, których stany mają 

następujące^znaczenie:

- stan sześciu pierwszych przer2Utników /wejścia D0-D5/ decy­
duje o tym, o ile każdy impuls na wejściu F8P zmienia licz­
bę X* Możliwe są tu zmiany o 16 dla n = 0,...,5 zgodnie 
Z załączoną tabelką,

Przerzutniki 00-05 /miana lieżby X o:

000000 0

100000 1

010000 161

OOiÓOO U 2

Ó0G100 163

000010 164

000001 165

- siódmy przerzutnik /wejście 06/ określa kierunek zmian liczby 
by X: stan L oznacza zwiększanie, a stan H zmniejszanie,

- stan II ósmego przerzutnika /wejście 07/ blokuje dzielnik czę- 
fi t o 11 i w o r> c i , v/ wyniku czcrjo fi a wyjóciu IPP trwa stan H .



0,3 +7 V

55 +125°C

0 +70°C

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

PARAMETRY STATYCZNE /t b = 0  - 70°C, wszystkie napięcia

względem dgg/

Nazwa parametru Symbol
Wartość

Warunki

m i n . typ.
•

m a x .
pomiaru

Napięcie zasilania UDD
V 4,73 5 5,25

Pręd zasilania
IDD

mA - - 50 U d d = 5,25 V

Napięcie wejściowe 

w stanie wysokim
U IH

V 2,0 - 5,25 • -

Napięcie wejściowe 

w stanie niskim
U IL .

V -0,3 - .0,, 8 -
r. r, ;r: ;

Napięcie wyjściowe 

w stanie wysokim

V 2,4 — ^QH = _^0. p A . 

U DD = 4,75 V

.Napięcie wyjściowe 

w stanie niskim
U0L

V - - 0,4 Iq l_ = 2,4 mA 

U D D .= 4,75 V

Prąd upływności 

wejść /dla każdego 

wejści a/

1IH
pA 40 Uj = 5,25 V 

UD{] = 5,25 V

Dopuszczalne napięcie dowolnego 
wyprowadzenia względem U ^

Temperatura przechowywania ^stg

Temperatura otoczenia
w czasie pracy tamb

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE



t . = O - 70°C/ 
amb

PARAMETRY DYNAMICZNE /zdefiniowane na rys. 3 i rys. 4

Nazwa parametru Symbol J e d n .
Wartość

m i n . max .

Czas trwania impulsów 

CKI i FBP /stan L/
tCKIL

tFBPL

ns 150 -

Czas między impulsami tCKIH
ns 750 —

CKI i FBP /stan H/ tFBPH

Opóźnienie zbocza opada­

jącego FBP wobec zbocza 

narastającego CKI

1=1
ns 100 tCKIH 100

Czas utrzymania danych 

D0-D7 i adresu A0-A2 po 

narastającym zboczu WR

*2
ns 80 -

Czas trwania impulsu WR
*3

ns 320
"

Opóźnienie zbocza opada­ ns 50 250

jącego IPP wobec zbocza 
■»

opadającego CKI przy ob­

ciążeniu 1 bramką TTL

Czas trwania impulsu 

IPP /stan L/
t5

ns 80
tCKIL + 50
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łCKIL łCKIH

CKI J \j
ipp

\ - i

FBP

1 ' VBPL fFBPH

Rys. 3. Przebiegi sygnałów OKI, IPP, FBP

Rys. 4. Przebiegi sygnałów D0-D7, A0-A2, WR
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Rys. 5. Kształt i wymiary o b u d o w y  plastykowej typ C£~81

Symbol
Wymiary /mm/

Kąt

/stopnie/m i n . n o m . m a x .

A - - 5,10 _

b 0,38 0,50 0,59 -

c 0,2 0,25 0,36 -

D - - 22,86 -

e - 2,54 - -

e l
- 7,62 '

i
- -

L 2,54 - 4,5 -

me
- - 8,30 -

0 - - ~ 0 i- 15
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C E M I IN ST Y T U T  TECH NOLO GII E L E K T R O N O W E J

KONTROLER SZYNY SYSTEMOWEJ

WIELOPROCESOROWYCH SYSTEMÓW UCY 74S418/419N

MIKROPROCESOROWYCH

Monolityczny, cyfrowy układ scalony TTL - S LSI, pełni funkcję 

kontrolera magistrali systemowej wieloprocesorowych systemów 

mikroprocesorowych* Układ zapewnia interfejs modułów nadrzędnych 

systemu /CPU lub kanał DMA/ do wspólnej magistrali systemowej 

typu MULTIBUS.

Układ realizowany jest w  dwóch wersjach konstrukcyjnych. Wersja 

UCY 74S418M przeznaczona jest do współpracy z mikroprocesorem 

MCY 7880 lub kontrolerem DMA 8257, natomiast wersja 7 4 S M 9 N  do 

współpracy z mikroprocesorem 8085.
Układ składa się z trzech zasadniczych bloków funkcjonalnych 

/rys. 2/ realizujących następujące funkcje:

rozpoznanie stanu magistrali systemowej /linia BUSY/,

- generacja synchronicznych z zegarem systemowym sygnałów żąda­
nia dostępu do magistrali dla zewnętrznych układów arbitrażu,

- generacja sygnałów kontrolnych systemu oraz sygnałów steru­

jących pracą buforów szyn adresu i danych,

- zapewnienie odpowiednich relacji czasowych dla sygnałów ma­

gistrali systemowej.

;Praca układu rozpoczyna się w  chwili, gdy moduł nadrzędny /ang. 

MASTER/ zgłasza żądanie dostępu do magistrali systemov>ej na 

liniach BCR1, BĆR2/BCR2/ lub ASRO /wersja 74S419N/. Sygnały żą­

dania są strobowane w  układzie za pomocą zewnętrznego sygnału 

RSTB - /z wyjątkiem sygnału ASRQ/. Drugie opadające zbocze sygna­

łu zegarowego BCLK /licząc od chwili wystąpienia sygnału stro-

W S T Ę P N A  K AR TA  KATALOGOW A



bującego RSTB/ spowoduje wygenerowanie sygnału żądania dostępu 

do magistrali BREQ oraz wprowadzi wyjście BPRO w  stan wysoki 

/rys. 3/.

Sygnał BREQ wykorzystywany jest w  przypadku,gdy priorytet. do*» 

stępu do magistrali systemowej rozstrzygany jest w  równoległym 

układzie arbitrażu. Sygnał BPRO zezwala na dostęp do magistra­

li modułowi nadrzędnemu o niższym priorytecie i wykorzystywa­

ny jest w  szeregowym układzie arbitrażu /ang. DAISY CHAIN/.

W przypadku gdy moduł nadrzędny uzyska priorytet dostępu 

do magistrali /stan niski na wejściu BPRN/, kolejne opadające 

zbocze sygnału zegarowego BCLK spowoduje wygenerow/anie stanu 

niskiego na wyjściach BUSY i ADEN, co jest jednoznaczne z do­

łączeniem modułu nadrzędnego do magistrali systemowej.

Sygnał BUSY blokuje dostęp do magistrali wszystkich innych 

modułów nadrzędnych, natomiast sygnał ADEN wykorzystywany jest 

do aktywizacji buforów/driverów szyn adresu i danych.

Cykl kontrolny systemu rozpoczyna się w momencie wystąpienia- 
narastającego zbocza sygnału XSTR lub opadającego zbocza sy­

gnału ADEN, w  zależności od tego, które z nich wystąpi jako 

ostatnie /rys. 4/. Powoduje to wygenerowanie sygnałd XCY, 

a po czasie opóźnienia 1 /zależnym od wartości elementów RC 

na wyprowadzeniu DLYADJ/ odpowiedniego sygnału kontrolnego 

/MRDC, MUTCitd/. Kolejne narastające zbocze sygnału XSTR 

może po jaw/i ć się. już w  trakcie aktualnego cj^klu kontrolnego, 

co umożliwia przyspieszenie rozpoczęcia następnego cyklu. Za­

kończenie cyklu kontrolnego następuje w chwili wystąpienia 

opadającego zbocza sygnału XCP, które powoduje zdjęcie sygnału 

'kontrolnego, a po czasie opóźnienia T wprowadzenie wyjścia XCY 

w  stan wysoki.

Kontrolowana przez moduł nadrzędny magistrala systemowra może . 

zostać zwolniona tylko w  dwóch przypadkach: 1
- moduł nadrzędny traci priorytet /BPRN = 1/,

- moduł nadrzędny wstrzymuje żądanie dostępu do magistrali.— -- 

/BCR1 = 0 ,  BĆR2 = 1/,

pod warunkiem, że nastąpiło zakończenie cyklu kontrolnego /XCY=1/ 

oraz na wejściu 0VRD występuje stan niski- Wyjścia ADEN i BUSY. 

wprowadzone są wówczas w  stan wysoki /rys. 3/.
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iNnr ui 

NC 02 

XSTRt 
XCP

SUCC.
3ovrd

UCY 7kS418M UCY 74S419N

MROCt 

iORC [13 

g n d E u

/A/ IOWR IO/M

/B/ MWTR WR

/c/ I0RR RD

/D/ MRDR ASRQ

/E/ BCR2 BCR2

160 MWTC 
.150 DLYADJ

Rys, 1 „ Rozkład wyprowadzeń układu UCY 74S418/419U

Nazwy wyprowadzeń

INIT - wejście - sygnał inicjujący, sprowadzający układ do zna­

nego stanu początkowego,

XSTR - wejście /aktywne narastające zbocze sygnału/ - sygnał 

rozpoczęcia cyklu kontrolnego systemu,

XCP - wejście /aktywne opadające zbocze sygnału/ —  sygnał końca 

cyklu kontrolnego, wskazujący że dane zostałe odebrane przez 

układ podrzędny /cykl zapisu/ lub wysłane przez układ podrzędny 

i odebrane przez układ nadrzędny /cykl odczytu//

XCY - wyjście TTL - sygnał wskazujący na przebieg cyklu kontrol­

nego

MRDR, MWTR, IDRR, IOWR - /wejścia układu UCY 74S418/ - sygnały 

żądania: odczytu z pamięci, zapisu do pamięci, czytania z portu

WE/WY, zapisu do portu WE/WY,

Sygnały generowane przez kontroler systemu UCY 74S428 /dla u~ 

kładu HCY 7880/ lub przez kontroler DMA 8257:.

WR, RS, IO/M - wejścia układu UCY 74S419 - sygnały kontrolne 

generowane przez mikroprocesor 8085 i wewnętrznie dekodowane
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przez układ UCY 74S419N w celu uzyskania sygnałów żądania 

M M ,  MWTR, IÖKR, XÖV7K,

ANYR - wyjście TTL - sygnał wskazujący na pojawienie się jedne­

go z sygnałów żądania /MRDR, MV/TR itd/

RDD - wyjście TTL' - sygnał sterujący kierunkiem transmisji dwu­

kierunkowych buforów /driverow szyny danych/ RDD = 1 w trakcie 

cyklu czytania.

MRDC, MWTC, IORC, IOWC - wyjścia 3-stanowe - sygnały kontrolne 

systemu:

- odczytu z pamięci

- zapisu do pamięci

- odczytu z portu WE/WY

- zapisu do portu WE/WY

ADEN - wyjście TTL - sygnał aktywizacji buforów szyny .adresu 

i danych

BUSY - wyjście typu "otwarty . kolektor" - sygnał wskazujący 

stan magistrali systemowej /zajęte, zwolnione/

BOLK - wejście - sygnał zegara systemowego

BREQ - wyjście TTL - sygnał żądania dostępu do magistrali

wykorzystywany w równoległym układzie arbitrażu

BPRN - wejście - sygnał priorytetu magistrali, wskazujący że

żaden z .układów równoległych o wyższym priorytecie nie zgłasza

żądania dostępu do magistrali /BPRN = 0/

BPRO - wyjście TTL - sygnał priorytetu magistraliwykorzystywany 

w szeregowym układzie arbitrażu /ang. DAISY CHAIN/

BCR1, BCR2/BCR2 - wejście - sygnały żądania dostępu do magistrali 

generowane przez moduł nadrzędny. Dla układu UCY 74S419N stanem 

aktywnym na wejściu BCR2 jest stan wysoki, natomiast dla układu 

.JJCY 74S418N, stan niski /BCR2/

•ASRQ - wejście - asynchroniczny sygnał -żądania dostępu do ma­

gistrali, nie wymagający sygnału s.trobującego RSTB /tylko dla 

UCY 74S419N/

RSTB - wejście - sygnał strobujący sygnały żądania dostępu do 

magistrali BCR1, BCR2. W układzie UCY 74S418N strobowanie nastę­

puje w stanie niskim sygnału, natomiast w układzie UCY 74S419N, 

przy opadającym zboczu sygnału



o_c
o

.Xo

ac
N
(/)

BC R1 
E

RSTB
ADEN
OVRD

DLY ADJ 
XSTR 
XCP 
XCY

ANYR
(A)
(B)
(C)
(D) 

RDD

BUSY
BREQ
BPRN
BPRD
I NIT
BCLK

MRDC
MWTC
IORC
IOWC

UO
Z)
co

o
So
E
a>
UJ>>
U)

oc>,
N00

Rys, 2, Schemat blokowy układu UCY 74S418/419N

0VRD - Y/ejście - sygnał zapobiegający utracie kontroli nad ma­

gistralą w  przypadku utraty priorytetu przez moduł nadrzędny 

kontrolujący magistralę. Może być wykorzystywany w operacjach 

semaforoY/ych typu czytanie - modyfikacja - zapis.

DLYADJ-Y/ejście - Y/yprowadzenie dla zeY/nętrznych elementów RC 

zapevmiających v/ymagane wartości czasów ustalenia oraz 

czasów utrzymania sygnałóv.r adresu i danych w stosunku do sy­

gnałów kontrolnych magistrali MRDC itd.

U cc - zasilanie układu 

GND - masa układu
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bclk

R5TB

BCY

'e j w

W
E R ? __________ t e i m j l E S B

Rys, 3. Przebiegi czasowe w układzie decyzyjnym /magistrala sys*
temowa poprzednio zwolniona/

RF03RWTR 
lORR IOWR

AKIYR

tr \D

ŁC8D
ROD

CAD

\

XSTR

MRDC MWTC 
Iorc iowC

±\ 
XCPS

Txęw 

L- J

L i m

‘SCO J r

XSTR ,r
a s

'Rys. 4, Przebiegi czasowe podczas cyklu kontroli magistrali /ma­
gistrala poprzednio zwolniona/



MRDR MWTP Masterl zwalnia magistralę 
IORR fOWR

XCP Masterl 
ANYR
XCY Masterl różnienie,™

J _ 7

BCLK

ADEN Masterl
Masterl kontroluje 

BUSY magistrale
Master2
kontrolujemagistralę

ADEN Master 2

h^^M\A/T^Master2 żąda dostępu do magistrali
R5RR IÔWR 

XSTR MASTĘgJ^T”

lORC 10WC MASTER2 . z nieme
Master 2

Rys, 5, Przebiegi czasowe podczas przejmowania kontroli nad ma 
gistralą. /MASTER 1 zwalnia magistrale, MASTER 2 przejmuje kon

trolę nad magistralą/

= 25°C

R-390Q

R»300O

R-200Q

C[PF],

50 100 200  ̂ 300 " * 400 500 600
Rys, .6, Zależność czasu opóźnienia t od elementów R, C
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W układzie UCY 74S41S istnieje możliwość przyspieszonej gene 

racji sygnałów BPEO i EPRO. Pa to miejsce w przypadku, gdy 

wejścia BCR1, BCR2, RSTB znajdują się w stanie niskim. Stany 

aktywne na wejściach BREQ i BPRÓ pojawią się wówczas już po 

pierwszym opadającym zboczu sygnału zegarowego BCLK.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napięcie zasilania U CC 0 , 5 - 7 V

Napięcie wejściowe UI -1 - 5,25 V

Temperatura otoczenia 
w czasie pracy ^amb 0 - +70 °C

Temperatura przechowywania ^stg -55 - +125 ° c

Rezystancja termiczna 
złącze-otoczenie

^thj-a 55 k/W

Temperatura złącza 150 °C

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Wartość Warunki

Nazwa parametru Symbol Jedn. min. max. pomiaru

1 2 3 4 5 ' 6

Napięcie wejściowe 
w stanie niskim 
/wszystkie wejścia/ UTT,

V 0 ,8
Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim 
/wszystkie wejścia/ UIH

V 2
Prąd wejściowy w sta­
nie niskim /wszystkie 
wejścia/ - L l

^uA 500

U cc = 5,25 V 

Uj 0,45 V

Prąd wejściowy 
w stanie wysokim 
/wszystkie wejścia/ E h

^uA - 100
U CC = V 

U T = 5,25 v
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c.d.
1 2 3 4 5 6

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim UOL

V
UCC = 4,75 V

MRDC, MWTC, IORC, 
IOWC - 0,45

t o l
= 32 mA

BREO, BUSY - 0,45 I0L
= 20 mA

XCY, ADEN, RDD 0,45 I0L = 16 mA

BPRÓ, ANYR 0,45 o
H

= 3,2 mA

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim

UOH
V uco = 4,75 V

MRDC, MWTC, IORC, 
IOWC, BUSY - wyjście 
typu OC 2,4 J oi:

- -2 mA

Pozostałe wyjścia 2,4 T
OH

= -400^uA

Wyjściowy prąd 
zwarciowy

“IGS
mA 10 90 UCC

uo
= 5,25 V = 0 V

Prąd v,ryj ściowy 
w stanie trzecim 
MRDC,MWTC,IORC,IOWC

To/off/ yuA
-

-100
100 uccuo

Uo
= 5,25 v 
= 0,45 V 
= 5,25 V

Prąd zasilania XCC mA - 240 U CC = 5,25 V
Okres sygnału BCLK

XBCY
ns 100 -

Szerokość impulsu 
BCLK

tPW ns 35 °,65Bcy

Czas ustalenia RSTB 
względem BCLK

tRQS
ns 25 -

Czas ustalenia BCR1, 
BCR2, /BCR2/ 
względem RSTB

tCSS ns 15

Czas utrzymania 
BCR1,BCR2, /BCR2/ 
względem RSTB

tCSH
ns 15 *•

Czas opóźnienia 
BCLK-*- BREO

tROD ns 35
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.ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE :c„d.
1 2 3 . 4 5 6

Czas ustalenia BPRN 
wzglądem BCI.K ' t PRMS

ns 23

Czas onośnienia t
BNO

ns Ir l 30
BPRN -**- BPRO .

Czas opóźnienia 
BCLK-— -BUSY

+ ») 
BYD ns - 55

Czas onóźnienia MRDR. 
m w t r , IORR,
IOWR —  ANYR

t ^  CAD ns 30

Czas opóźnienia 
XSTR —*~XCY

, *) 
SXD ns - 40

Czas opóźnienia 
XSTR-*- MRDC.

tSCD ns 50 200 Regulacja za 
pomocą elemen­
tów RC na wypr„ 
DLYADJ

MV/TC, IORC, I0V/C

Szerokość impulsu 
XSTR tXSW ns 30- •W

Czas opóźnienia 
X c p — MRDC, MWTC.

t ^  
XCD ns — • 50

IORC, IOY/C

Szerokość impulsu 
XCP tXCW ns 35

Czas opóźnienia 
XCP XCY

t CCD ns 50 200 Regulacja za 
pomocą elemen­
tów RC na wypr, 
DLYADJ

Czas opóźnienia MRDR,
t CMD>?'> ns 35

MWTR,IORR,IOWR —  MRDC. 
W/TC, IORC, IOWC

Czas opóźnienia MRDR, t ^  CRD
ns - 25 ■

MWTR, IORR, 
IOWR— * RDD

Szerokość impulsu 
RSTB tRW ns 30



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c.d.

1 2 3 A 5 6

Czas opóźnienia 
BCLK— -BDRO. ■

Czas opóźnienia 
XCP— —  RDD

lCPD

4- *)
XRD

ns

ns 25

o 
o

<3" 
O-

^ O b ciążenie wyjść jak na rys 7.

WY

ę 2,28V 

600

150pF

MRDC, MW TC , I0RC , IOWC

O 2«36V

950

WY
30pF

BREQ . BUSY

o 2,35V

'1200

WY
30pF

XCY , RDD, ADEN

* ę 2,18 V

5400

WY

30pF

BPRO , ANYR

Rys. 7. Obciążenie wyjść układu UCY7ASA18/419N podczas pomiaru
parametrów dynamicznych
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Rys. B a Kształt i wymiary 28|wyprowadzeniowej obudowy plastyk:
wej z radiatorem typu CE-77

Symbol

wymiaru

Wymiary /mm/ Kąt

/stopnie/min. nom. max.
A
b
c
D
e
ei
L
Me " 
0

Oj 38 
0 ,2 0  

36,4

2,54
13,8

36,7
2,54

15,24

T T i o
0,59
0,36

0 4- 15
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IN S T Y T U T  TEC H N O LO G II E L E K T R O N O W E J

C,ENERATOR IMPULSÓW ZEGAROWYCH DO STEROWANIA
EDNCC-■iTKI CEKT!WALNEJ MIKROPROCESORA 8086 UCY 7ASA8AN

Monolityczny, cyfi'owy układ scalony TTL-S UCY 7ASA8AM pełni fun­

kcję generatora impulsów zegarowych jednostki centralnej mikro­

procesora 8086.

Układ generuje również impulsy synchronizujące układy peryferyj­

ne. Zawiera generator stabilizowany zewnętrznie dołączonym kwar­

cem, licznik dzielący przez trzy, a także układ przystosowujący i
TM

synchronizujący jednostkę centralną do systemu MULTTBUS

GND i

X 1 , X2 - wyprowadzenie do podłączenia re­
zonatora kwarcowego; TANK - wyprowadzenie 
do podłączenia obwodu rezonansowego przy 
pracy na częstotliwości harmonicznej rezo­
natora kwarcowego; F/C - selektor źródła 
sygnału zegarowego; CSYNC - wejście syn­
chronizujące sygnał zegarowy; RDY1, RDY2 - 
- wejścia sygnału READY z dwóch systemów 
MULTIBUS ; A O T ,  AEŃ2 - ̂ wejścia adresowe 
zezwalające na pracę wejść RDY1, RDY2;
RES - wejście sygnału RESET; CSC - wyjś­
cie oscylatora; CLK - wyjście sygnału ze­
garowego dla mikroprocesora i innych ukła­
dów MOS; PCLK - ’wyjście sygnału zegarowe­
go dla układów T T L ; READY - wyjście.sygna­
łu READY; Ucc "* napięcie zasilania /war­
tość typowa +5 V/; GND - 0 V

Rys. 1. Rozkład i nazwy wyprowadzeń

W S T Ę P N A  K A R T A  KATALOGOW A
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RES

TANK

CSYNC-
RDY1

AEN 1 -
AEN2-

RDY2'

0 Q>

— CK

— -RESET

OSC

f> -CLK

: ? -'='PCLK
SYNC

1----

f c = D

Rys. 2 o Schemat blokowy

•READY

DOPUSZCZALNE- PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania UCC ->0,5“ 7 V
Napięcie v,re jściOY/e UI “1,5~ 7 y

Temperatura otoczenia 
w c  asie pracy ^amb 0 - 70 ° c

Temperatura przechowywania t stg -55-+125 °c
Rezystancja termiczna 
złącze - otoczenie ^thj~a 75 k/

Temperatura złącza t .
3

150 °c



ELEKTRYCZNA PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /tamb=OpC + 70°C, 

Uc c - 5 Y - 5?r, o ile nie podano inaczej/

Nazwa parametru SymholJedn.
Wartość

Warunki

min. max. pomiaru

1 - , 2  ' 3 4 5 6

Prąd wejściowy w sta­
nie niskim ~ % L mA 0,5 Uj = 0,45 V

Prąd wejściowy w  sta­
nie wysokim

IIH
yfUA 50 Ux=5,25 V

Ujemne napięcie 
wejściowe

“UIL
V 1 -Ij=5 mA

Napięcie wejściowe 
w stanie niskim

UIL
V 0 ,8 Ucc=5 V

Napięcie wejściowe w 
w stanie wysokim RES

UIH '
V 2 ,6 Ucc=5 V

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim dla 
pozostałych wejść

U IH /

I
|v 2 , 0 UCC=5 V

Histereza napięcia 
na wejściu RES uT+-uT- V 0,25 Ucc=5 V

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim

U0L V 0,45 I =5 mA

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim CLK

U0H
V 4 IQ=-1 mA

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim 
dla pozostałych wyjść

U 0H
V 2*4 I =-1 mA 0

Prąd zasilania xcc mA 140 Ucc-5,25 V

Okres sygnału CLK
tCLCL ns 125

Czas trwania sygnału 
CLK w stanie wysokim

Czas trwania sygnału 
CLK w stanie niskim

tCHCL

tCLHL

ns

ns

J.+
3 CLCL+2 

,2.t
3 CŁCL-lf

Uc c =5 V ob­
li ciążenie 
[zgodne 
z rys, 3



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c. d.
1 2 |3 4 ' 5 5----------

Czas narastania syg­
nału CLK t

CH1CH2 ns 10
Jq q =5 V ob­

ciążenie zgc-

Czas opadania sygnału 
CLK tCL2CL.1 ns 10

dne z rys . 3 

1,0 * 3,5V

Czas trwania sygnału 
i5CLK w stanie wysokim tPHPL

ns tCLCL-20

Czas trwania sygnału 
PCLK w stanie niskim tPLPH ns tCLCL-20

Przejście sygnału 
READY w stan nieaktyw­
ny względem CLYT ) tRYLCL

ns -8

Przejście sygnału 
READY w stan aktywny 
względem CLK^)

tRYHCH
ns

2 .
?  CLCL-15

Opóźnienie sygnału CLK , 
względem sygnału RESET CLIL nsr 40

HCc =5 V ob-.

Czas trwania stanu wy­
sokiego sygnału na 
wejściu EFI

tEHEL
ns 20

ciążenie zgo­

dne z rys. 3

Czas trwąnia stanu 
niskiego sygnału na 
wejściu EFI

tELEH
ns 20

Okres sygnału na wejś­
ciu EFI t ELEL ns

t ^  EHEL+

tELEH+6

Częstotliwość kwarcu XHz 1 2

Czas narastania RDY1, 
RDY2 względem CLK tR1VCI ns 35 .

Czas podtrzymania RDY1 
RDY2 względem CLK tCLR1> ns 0

Czas narastania AEN1 , 
AEN2 względem RDY1 , 
RDY2 .

^A1 VRI'Vr ns 15

Czas podtrzymania AEN" 
AEN2 względem RDY1 ,  

RDY2

,

tCLA1X
ps 0 ..
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE.... C. d.
1 2

"T
! 3 4 5 6

Czas narastania CSYNC 4-
względem EFI YHEH ns 20

Czas podtrzymania Urp=5 V ob-
CSYNC względem EFI EHYL ns 20

ciążenie, zgo

Szerokość CSYNC tYHYL ns ?JctELEL >
dne z rys , 3

Czas narastania RES -ł-
względem CLK I1HCL ns 65 Ucc=5 V ob­

Czas podtrzymania RES 20 ciążenie zgo
względem CLK CLI1H

d
2

dne z rys»3

Uwagi:

1) tf - suma czasu narastania i opadania sygnału EFI.

2) - czas narastania i trzymania potrzebny w  przypadku użycia

innego zegara

3) - mierzony tylko w stanie|T3 i TW,

4) - mierzony tylko w stanie^T2 ,

Rys. 3. Obciążenie wyjść przy pomiarach parametrów dynamie z nyniji 
Cj zawiera pojemno 'cj sondy i złącza diody



CL2CL1

CHICHĄ PI PM

CLRIX
R1VCL

RYLCL

READY WY

RYHCH

•YHEH
CSYNC WE 

R es w e
CLI1HYHYL

Rys. 4. Przebieg sygnałów w  układzie. Wszystkie czasy mierzono w  punkcie 1,5 V
zaznaczono inaczej



nętrznego

JCC

UCC
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»Symbol Wymiary/mm/ Kąt
wyrn i aru m m , nom. max* /stopnie/

A «« 5,1
b 0 , 3 8 — 0,59 —
C 0 ,2 0 — 0,36 —
D 2.2,72 _
e 2,54 - r

e i mm 7,62 - -
L 2,54 - 4,50 mm

ql
- — 3,30 om

- 1i " - 0-3*1 5

Rys. 9. Kształt i wymiary obudowy plastykowej CE 81 o 18 wypro-
wadzeniach

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTROMOV/EJ,Al.Lotników 32/46,02-668 W-we 
Tel. 435401, tlx. 815647,
Kwiecień 198? Druk ZOINTE ITE zam. 6 8 / 3 7  n .'?QQ
Cena 80 zł PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



îN S T Y  TUT TECHNOLOGII ELEK TR O N O W EJ

DWUKROTNA PARA KOMPLEMENTARNA 
Z INWERTEREM

MCY 74007N 
M C Y 64007N

Układy MCY 74007N, MCY 64007N zawierają 3 n-kanałowe oraz 3 p- 

-kanałowe wzbogacane tranzystory MOS. Przez wprowadzenia dostępne 

są po dwa tranzystory n- i p-kanałowe oraz inwerter CMOS /rys.1/

in

g
e
in

z ,e*Z5A, er-  _—-—3.,---

1  l = L
T

. J

I

A

c
Ë
uS

<

&38min
0,59max

r i r i  r i  r i r 1 r i  r “ 1

_ s Eocm
mtmmm ) n.ta«

LU

L J  L J  L
D-

J  L
20,32

J  L
max

J  L J  L J

a

i!

o W

ME*8i30max

Q20min
Q36max

e,-7,62

Rys. 1. Obudowa typu CE70

W S T Ę P N A  KARTA KATALOGOWA
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Układy są przeznaczone do pracy w zespołach:

- inwerterów,

- kształtowania impulsów,

- wzmacniaczy liniowych,

- wzmacniaczy o dużej impedancji wejściowej,

- bramek transmisyjnych,.

- bramek funkcyjnych.

Cechy charakterystyczne:

- zakres napięć zasilania i  •* 18 V,

- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 

elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki.’wyjściowe w stanie niskim 

i wysokim,

- typowa obciążalność - 2 układy TTL-L, 1 -TTL-LS lub 2-HTL,

- typowy margines szumów: Q,5 V przy UDQ = 5 V, 1 V przy

UDD = 10 V » 1 V przy UDD = 1 5  V *
- obudowa plastykowa 14-wyprowadzeniowa typu CS-70.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Graniczny prąd 
wejściowy

Napięcie zasilania U ^

Napięcie wejściowe U-j.

iI

0 + +70°c dla MCY 74007N 
arab -40 + +85°C dla MCY 64007N

-0,5 + + 20 V 

-0,5 + UDD + 0,5 V

— 10 mA

Zakres temperatur 
pracy

t

Zakres temperatur 
przechowywania

tstg -55 + 125°C

Temperatura lutowania: tg0^

- ręcznego /max. 4 s/

- automatycznego

350°C

270°C

Całkowita moc 
• rozproszona

500 mW
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°pi[ l J « -UDD
- napięcie zasilania +

2 13 USS
- napięcie zasilania -

*“ł
G - bramka

g 2[ 3 12 J°N/P3
d n

- dren tranzystora n-kanałowego

4 11 ] SP3 DP
- dren tranzystora p-kanałowego.

d n£

r-

5 10 >
SN

- źródło tranzystora n-kanałowego

SP
- źródło tranzystora p-kanałowego

6 9 JS n 3

uss[ 7 8 J°N1

Rys.2*Konfiguracja i onis wprowadzeń układu MCY 74007N,MCY 64007N

Rys. 3. Schemat funkcjonalny układów MCY 74007N, MCY 64007N



Tabela. 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE
*

Wartość Warunki pomiaru

Nazwa'parametru ' Symbol Jedn. t
min 2 5 °C t K > ' UI Tr—

DD

min. typ. max.
- IIlei A

[VI [V] IV]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11

-Spoczynkowy prąd
zasilania■ • ■

IDD yuA

0 ,2 5
0 ,5

1
. 5

-

0 ,01
0 ,01
0 ,01
0 ,0 2

0 ,2 5
0 ,5

1
5

7 ,5
15
30
150

-

*
0 ; 5 
0 ;1 0  
0 ;1 5 
0 ;2 0

5
10
15
20

Prąd v?yjściowy 
w stanie niskim IÓt

mA
0 ,6 4
1 ,6
4 ,2

0 ,51
1 '?3 ,4

1
2 ,6
6 ,8

-
0 ,3 6
0 ,9
2 ,4

0 ,4
0 ,5
1 ,5

0 ? 5 
0 ;1 0  
0 ;1 5

5
10
15

Prąd .wyjściowy 
w stanie.wysokim I 0H mA

- 0 ,6 4
-2

- 1 ,6
- 4 ,2

-0 ,51  
—1 ,6  
- 1 ,3  
- 5 ,4

-1
- 3 ,2
- 2 ,6
- 6 ,8

mm - 0 ,3 6
- 1 ,1 5
- 0 ,9
- 2 ,4

4 ,6
2 .5
9 .5  

1 3 ,5

Oj 5 
0 ;  5 
0 ;1 0  
0 ;1 5

5
5

10
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim U0 L V

0 ,0 5
0 ,0 5
0 ,0 5

- 0
0
0

0 ,0 5
0 ,0 5
0 ,0 5

0 ,0 5
0 ,0 5
0 ,0 5

- 0 ;  5 
0 ;1 0 
0 ,1 5

5
10
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim U0H V

4 .9 5
9 .9 5  

1 4 ,9 4

4 .9 5
9 .9 5  

1 4 ,9 5

5
10
15

- 4 .9 5
9 .9 5  

1 4 ,9 5

- 0 ; 5 
0 ;1 0  
0 ;1 5

5
10
15



Tabela 1. c.d.

1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Napięcie wejściowe 
w stanie niskim UIL V

1
2

2,5

-

mm

1
2

2,5

1
2

2,5

0,5;4,5
1,9

1,5?13,5

5
10
15

Napięcie wejściowe 
w  stanie wysokim UIH V

4
8

12,5

4
a

12,5 mm

4 
. 8 
12,5

0,5;4,5 
1 ;9 

1 ,5;13,5

5
10
15

Prąd wejściowy XI yuA ¿0, 1 r ¿1 CT 5 ¿0, 1 ¿1 - 0;18 18

Uwaga: wszystkie n4.e wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane przez

podłączenie do U ss lub UDD*

t . ■ o°c, tmin * max
a 70°C dla serii MCY 74...N

t , » -40°C, t 
min ' max

- 85°c dla serii MCY 64...N

106  ̂ ; oznacza Mlub"



r- & -

Zwarte wyprowadzenia w  grupach 
(14,2 ,1 1 );(8,130i(1,5)i(7,4,9)
Potrójny inwerter

c)

10O "”
Zwarte wyprowadzenia w  grupach 
(1,12,13);(2,14,11);(4,8);(5,9)

Trzywejściowa bramka NAND

WY t

(WE.,)

11 w 2
( W E 2 )

Wyprowadzenia zwarte w łgrupachv
(i,5fl2);(2,9);(ii,4);(S,l3,1Q); 
(6,3)

Dwuwejściowy multiplekser/de- 
multiplekser

to»

6
3

10
12

Zwarte wyprowadzenia 
w  grupach (1 3 ,2 ); 
(1»1l5;(12»5,8);(7,4,9)

Trzywejściowa bramka 
HOR

d)
2 o

CHS

WE
10«

WY
-°12

DIS o-
P ~

7 USS

Wyprowadzenia zwarte 
w  grupach (11,1);(8,9)

Bufor trzystanowy

Rys. 4. Przykładowe zastosowania układu MCY 74007N, MCY 64007N
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Tabela 2. ELEKTRYCZNE PARAMETRY) DYNAMICZNE /t . » 25°C, 
tr - tf - 20 ns, CL » 50 pF, RL » 200 k Q  / amD

Nazwa parametru Symbol Jedn.
Wartość

' i J
■ u

typ. max.
DD
(VI

Czas propagacji przy zmianie 
stanu logicznego:
- z wysokiego na niski
- z niskiego na wysoki

*PHL
tpLH

ns

55

30

25

1 1 0
60
50

5

10
15

Czas transmisji sygnału na 
wyjściu przy przejściu:
- z poziomu wysokiego na niski
- z poziomu niskiego na wysoki

*THL
TLH

nS

100
50

40

200
100
80

5

10
15

Pojemność wejściowa CI •
pF 10 15 ' -

WYMAGANIA DODATKOWE 

Przechowywanie i transport wyrobu

Układy powinny być przechowywane-w sposób zapewniający zwarcie 

elektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zalecane stosowanie gąbki 

przewodzącej, folii aluminiowej lub innych materiałów 

przewodzących.

Montaż układów

Podczas montażu układów zalecane jest stosowanie obrączek 

uziemiających o rezystancji 1 M O  da ziemi, uziemienie stołu 

montażowego, uziemienie narzędzi montażowych-/np. lutownica/. 

Niedozwolony jest montaż lub demontaż układów pod napięciem na 

którymkolwiek z wyprowadzeń.

Układy aplikacyjne

Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z masą 

/U55/ lub zasilaniem /UpD/ odpowiednio do pełnionej funkcji 

logicznej.
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3322S jNSTVTUT TECHNOLOG» ELEKTRO N O W EJ

4-BITOWY PEŁNY SUMATOR RÓWNOLEGŁY
MCY 7400BN 

MCY 6400&I

Układy MCY 74/64008N zbudowane są z tranzystorÓY/ wzbogacanych 
P i n-kanałowych, wytworzonych na jednej płytce monokryształu 

/technologia komplementarna MOS-CMOS/.
Układy te służą do sumowania dwóch 4~bitowych argumentóv; z u- 

względnieniem przeniesienia wchodzącego na sumowaną tetredę 

z jednoczesną generacją przeniesienia wychodzącego z sumowanej 

tetrady.

Układy MCY 74/64008N składają się z dwóch bloków, tj. bloku su­

mowania i bloku szybkiego przeniesienia równoległego.

Blok sumowania składa się z czterech połączonych równolegle 

pełnych sumatorów posiadających właściwość szybkiego przesyła­

nia sygnału przeniesienia dla danego sumatora ze stopnie po­

przedniego. Blok szybkiego przeniesienia równoległego służy

AA 
B3 
A 3 
B2 
A2 
81 
A1 
U

_7_
8

SS

V

z:

J

z:
CO coo oo o<r ■<ro- co
> >-C_) o2 S

16

15

14

13_
12

11

UDD
BA

Q0

SA

S3
S2

^ S 1  

Cl

A1 * A4 
B1 * B4

CI

S1 o S4

CO

- wejścia bitów sumowanych,

- wejścia przeniesienia,

- wyjścia 4 bitów sumy,
- wyjście przeniesienia.

Rys. 1 Opis i układ wyproY/adzeń

W STĘPNA KARTA KATALOGOWA



do szybkiej generacji sygnału przeniesienia sumowanej tetroUy 

co umożliwia działanie z dużą szybkością jednostki arytmetycz 

nej zbudowanej z kilku' sumatorów MCY 74/64008N.

Cechy charakterystyczne sumatorów MCY 74/64008N:

- zakres napięcia zasilania « 3 * 18 V,

- wszystkie wyjścia buforowane,

- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 

elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystki wyjściowe w  stanie niskim 

i wysokim,

- obudowa plastykowa 16-wyprowadżeniowa,

- typowy margines szumów: 1 V przy UDD = 5 V, 2 V przy 

UpD - 10 V, 2,5 V przy UDD « 1 5  V.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania 

Napięcie wejściowe 

Oraniczny prąd wejściowy 

Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur 
przechowywania

Temperatura lutowania:

- ręcznego /max. 4 s/

- automatycznego

Maksymalna moc strat

UDD ~0 »5 ♦ 'h2° V
U T -0,5 V ♦ UDD + 0,5 V

TT . i 10 mA

t 0 ♦ 70°C dla MCY  ̂ 40080,

amb -40 ♦ 85°C dla MCY 64008N

t 8tg -55 ♦ +125°C

t
sol

350°C

270°C

Pd 500 mW
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TABELA STANÓW

AN BN c n ' co SN

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

0 1 0 0 1

1 1 0 1 . 0

0 0 1 0 1

1 0 1 1 0

ó 1 1 1 0

1 1 1 1 1

84
A4
83

A3

82
A2
81
A1

cr

Blok
przeniesienia
równoległego

L  4

£ 3

£ 2

£ 1

■co

”S4

-S3

•S2

-S1

Hys. ,? Schemat funkclonalny 4~bltowego pełnego sumatora równo«
ległego MCY 74008N, NCY 6A008N



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Parametr Symbol J edn. t ^  
min

Wartość

t
max

Warunki pomiaru

25°C •
U o
m

UT
[v]

u d d '
D/lmin. . .-typ . . max.

1 2 3 4 5 6' 7 8 9 10 1 1

5 0,04 5 150 0 ; 5-- 5

10 _ 0,04 10 300 0 ; 1 0 1 0
Spoczynkowy prąd zasilania IDD yuA 20 0,04 20 600 ' « 0;15 ; 15

- 100 0,08 100 . 3000 - 0 ;2Q 20
O j Sb 0,51 1 ' «X» 0,36 0,4 0 ; 5 ' 5

Prąd wyjściowy w  stanie 
ńisRira

,-Ao
M

mA 1 . 6 1,3 2 , 6 «3* 0,9. 0,5 0 ;i.0 1 0
U , 2 3,4 6,8 " 2,4 1 >5 0;15 15

■~0 ,  Sb »0,51

.ni ,ji 
- 1 Oł »0,36 4,6 0 ; 5 5

Prąd wyjściowy w  stanie T
"™2 *»1, 6 "3,2 - -1,15 2,5 0 ; 5 5

wysokim “OK » 1 , 6 »1,3 »2 ,6 <£9 »0,9 9,5 0 | 1 0 10
»4,2 "3,4 « 6,8 - «2,4 13,5 0j15 15

Napięcie wyjściowe 
w  stanie niskim Ti

l 0L V

0,05

0,05

0,05

«19

CS*

0
0
0

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

•tU
Os 5 

0;10 
0;15

5

10
15



Tabela i c.d.
4 2 -Zr» 4 . 5 6 7 8 o 10 ' 1 1

Napięcie wyjściowe 
w  stanie wysokim U0H

V

4,95

.9,95

14,95

4.95

9.95 

14,95

5

10
15

•*9 4.95

9.95 

14,95

ma

Oj 5 

0 ;1 Q 
Oj 15

p:>

10
15

Napięcie wejściowe 
w  stanie niskim U IL

V

1
3

4

- -

1
3

4

1
3

4

*#5

9

13,5

5

10
15

Napięcie wejściowe 
w  stanie wysokim U IH

V

3,5

7

1 1

3,5

7

1 1
- -

3,5

7

1 1

0,5

1
1,5

5 

10  
'15 ;

Prąd wejściowy yuA -0 , 1 - ilo~5 —0 , 1 ¿ 1 - 0;18 18

Uwaga: Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane przez 

podłączenie do U ss lub U^D .

* ^ t .  «= 0°C, t = 70°C dla układów MCY 74008N, 
min ' max 7

= -40°C, t v = 85°C dla układów MCY 64008N. 
min -7 max
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Tabela 2 PARAMETRY DYNAMICZNE /t .= 2 5 %  t = t,- 20 ns, 
CT= 50 pF, Rl« 200 k52/ sniP r 1

Nazwa parametru Symbol Jedn,
,1'Iart oś r n pa

m i n c typ. ■ : ,, L J

Czas propagacji 

AN/BN do SN

- 400 800 5

« 160 320 10

- 115 270 16

Czas propagacji 

C1 do SN

- 370 740 5

t PHI ?
- 155 310 10

ns
- 115 230 1‘7

Czas propagacji 

AN/BN do CO

+PI.H 200 zoo ę

- 90 180 10
* - 65 1 ' 0 16

Czas propagacji 

C1 do CO

- 100 200 5

- 50 100. 10

- 40 80 15

Czas transmisji sygnału 

na wyjściu

f'THI »
- 100 200 5

ns - 50 100 10

- 40 80 15

Pojemność wejściowa CI Pr- - c. 7 ,5 -

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al, Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tel, 43-54-01 
tlx 8 1 564?

1' 906
Cena 60 zł

Druk ZOINTE ITE zam. /8(-a n,

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



BILATERALNE KLUCZE ANALOGOWO-CYFROWE 'MOS MCY 74016N
POCZWÓRNY KLUCZ ANALOGOWY/MULTIPLEKSER ; MCY 64016N

Układ składa się z czterech niezależnych kluczy, które mogą 

pracować w  układach sterowania analogowych lub cyfrowych. 

Podstawowym jego przeznaczeniem jest praca w  układach bramku­

jących, dyskryminatorach, modulatorach, demodulatorach i uk­

ładach logicznych CMOS«,

Cechy charakterystyczne MCY 74016N, MCY 64016N to:

- stosunek napięcia na wyjściu w  stanie włączonym do napięcia 

na'wyjściu w  stanie wyłączonym typowy - 65 dB /fjS = 10 kHz, 

R l  = 10 kQ/,

- mały pozom przesłuchów pomiędzy przełącznikami: - 50 dB,

• /fIS = 0,9 MHz, RL » 1 kQ/,

- zakres napięć zasilania 3 ♦ 18 V,
12

- duża impedancja wejścia kontrolnego 10 Q,

- wszystkie wyprowadzenia zabezpieczone przed ładunkiem elek­

trostatycznym /wyjątek: wyprowadzenia U^D i U gg/,

- obudowa plastikowa 14-wyprowadzeniowa CE-70,

W STĘPN Ą KARTA KATALOGOWA
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USS = 7

U DD = U

Rys. 1 Układ wyprowadzeń

r
I/O

ic
t f >

0/1

1/4 układu
J

1C Klucz

.0* Wyłączony

„1“ Włączony

Rys. 2 Schemat funkcjonalny multipleksera MCY 74016N,MCY <401 

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

UTNapięcie zasilania

Napięcie wejściowe

Graniczny prąd wejściowy

Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur 
przechowywania

Temperatura lutowania:

- ręcznego /max. 4 s/

- automatycznego

'DD

U,

-0,5 ♦ 20 V 
-0,5 ♦ UDD + 0,5 V

iio mA

'amb

'stg

s o l

0 + 70°C dla MCY 74016N 
-4 0 + 85°C dla MCY 64Ó16N

-55°C ♦ 125°C

350°C

270°C



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Parametr Sym-*
boi

Tedn
Wartości graniczne

Warunki 
• pomiaru

ijddlvJ
L  ■
min

.. 25°c JI- »)
maxmin,u ,Ttyp. ¡max.1 2 3 T ~ b 7 .............9 10

Spoczyn­
kowy 
prąd za- 
silania

t d d
yuA

0,25 om 0,01 3,25 7,5

U IC“° V * UDD

. u ss 0 V

5

0,5 mm 0,01 0,5 15 10

1 - 0,01 1 30 15

5 - 0,02 5 150 20

iiezys- ' 
tancja 
włączo­
nego 
klucza

r o n
2

6500 - 7000 10000 U IC - UQD

U IS " 0 ' UDD 
Rj ■ 10 kQ

u ss ^ 0 V

5

1900 - 2000 2600 10

790 - - 850 1250 15

Różnica 
oporności 
kluczy 
w jednej 
obudowie

a r o n
Q

- mm 15 - mm H IC = UDD

U IS “ 0 • UDD 
Rj - 10 k Q

U ss - 0 V

5

- - 10 - - 10

- - 5 - - 15

Napięcie 
wejściowe 
w  stanie 
niskim

U ILC
V

0,9 - - 0,7 0,4

*IS ̂  ^Oy-UA

U ss = 0 V

5

0,9 - - 0,7 0,4 10

0,9 mm - 0,7 0,4 15

Napięcie 
wejściowe 
w  stanie 
wysokim

U IHC
V

3,5 3,5 - - 3,5

USS - 0 v

5

7 7 - - 7 10

11 11 - - 11 15

Prąd 
upływnó- 
ści wejść 
•sygnało­
wych

T
LI£

^uA i o fi - źicr5“0,1 ¿1

U IC
u IS ■ 0 ; 18 y
Uos « 0; 18 V 

U SS * 0 V

18

Prąd
upływnoi- 
sci wejść 
sterują­
cych

ILIC
^uA ¿0,1 - ¿1(7*¿0,1 ¿1 U IC - 0; 18 V 18



4
v • , Tabela 1 c.d

■ 1  1 2 3 ' 5 6 7 & 9 " 10
Pojemność 
wejściowa 
wejść sy­
gnałowych

CIS
pF - “ : 4 - - U i c ^ s s ” “ 5 v 5

Pojemność 
wejściowa 
wejść ste­
rujących

C IC pF 5 7,5 CO

Prąd

wyjściowy 

w  stanie 

niskim

t o l mA

0,20 0,20

i

1 — 0,12
U IC « 5 v

u os = °>A v
5

0,5 0,5 2,6 0,3
U IC = 10 V 
Uos - 0,5 V 10

1,5 1.5 6,8 - 1
U IC = 15 V 

uos = 1 ’5 v
Ugs - U IS“ 0 V

15

Prąd

wyjściowy 

w  starie 

wysokim

I0H raAs

0,2 0,20 1 4H> 0,12
U IC - U IS= 5 V 
UQS = 4,0 V 5

0,5 0,5 2,6 - 0,3 U IC ° u isS3>l0 v 
U0S - v

10

1,5 1.5 6,8 1
!jic - U IS«15 V 
Uos - 13,5 V 15

Uwaga:. Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowie­

dnio spolaryzowane przez podłączenie do U ss lub UDD#

H)tmin " °°C » tmax " 70°C dla układów MCY 74016N,
"fcjjjiyj «-40° C , tmax o 85°c dla układów MCY 64016N„



Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE /t b * 25°C/

Nazwa
parametru

Sym­
bol

Jedri

Wa^rtos^l
graniczne "Warunki

pomiaru »d d H ;
min. typ,max.

1 2 3 4 5 6 7 8

Maksymalna 

częstotliwość 

sygnału przy 

kluczu włączo­

nym

f IS
MHz 40

U IC ” UDD 
Uss = -5 V

U IS/p-p/ “ 5 V
/fala sinusoid. 
wokół 0 V/

U nQ - spadek 3 dB
R°%  1 k O

Czas

propagacji

sygnału

kluczowanego

tpd
ns

40 10 0 lJIC UDD 
U IS B 10 V

/fala prostokątna 
wokół 5 V/

t̂ , b t f n 20 ns
Rj * 200 kQ
C^ - 50 pF

USS 3 0 v

5

20 40 1,°

16 30 15

Czas

propagacji

sygnału

kluczującego

tpc
ns

35 70 Rj ■= 1 kQ 

CL » 50 pF 

t r « t^ o 20 ns

uss - 0 V

5

20 40 10

15 30 15

Maksymalna 

częstotliwość 

prz ełączani a 

klueza

f
c

MHz 10

Rl « 1 kQ 

CT - 50 pF 

t = t^ » 20 ns

"ss ■ 0 v

10
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Tabela 2. c.d.
1 2 5 4 5 n 7 8

’ ' •

Maksymalne 

zniekształ­

cenia har­

moniczne

hD % 0,4

U IC " UDD 
US3 p -5 V
U IS/p-p/ - 5 V

/fala sinusoid. / 
wokół 0 V/

f - 1 kHz

R l  - 10 kil

5

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01 
tlx 815647 
11986
Cena 60 zł Druk ZOINTE ITE zam. 'H 2/86 n. 5'CO

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



E S '  I N S T Y T U T  T E C H N O LO G II  ELEK TR O N O W EJ

14- i 12-STOPNIOWE LICZNIKI BINARNE CMOS
MCY 74020N, MCY 6402CN 
MCY 74040N;, MCY 54040N

Układy MCY 74C20N, MCY 74040N, MCY 64020N i MCY 64040N wykonane 
sę w technologii CMOS z bramkę aluminiowę. Zbudowane sę z tran­
zystorów wzbogacanych p~ i n-kanałowych, wytworzonych na jednej 
płytce monokryształu. Ich podstawowe:, przeznaczenie to praca w 
układach sterowanis liczników, timerach, dzielnikach częstotli­
wości i układach opóźnienia czasowego.

Rys. 1. Wymiary obudowy typu CE-71

W ST Ę P N A  K A R TA  KATALOGOW A
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Układy spełniaj? funkcję 14- i 12-stopniowych liczników binar­
nych, asynchronicznych z możliwości? zerowania. Zastosowanie 
na wejściu układu Scnmitta zapewnia poprawn? pracę układów przy 
dowolnych czasach narastania i opadania impulsów wejściowych. 
Układ HCY 74020N, MCY S4Q20N, składa się z 14 przerzutników 
typu master-slave, a MCY 74040N, MCY 64040N z 12. Stan na wyjś­
ciach licznika zmienia się podczas opadajęcego zbocza impulsu 
na wejściu każdego ze stopni. Podanie stanu wysokiego na wejś­
cie zerujęce PESET Ustawia wszystkie wyjścia licznika 
w stanie "0“.

Cechy charakterystyczne:
- zakres napięć zasilajęcych 3-18 V,
- wszystkie wejścia i wyjścia buforowane,
-wszystkie wejścia i wyjścia zabezpieczone przed przebiciem 

ładunkiem elektrostatycznym,
- symetryczne charakterystyki w stanie niskim i wysokim,
- typowy margines szumów: 1 V przy U = 5 V, 2 V przy UDQ =

= 10 V, 2,5 V przy UQD = 15 V,
- obudowa układów 16-wyprowadzeniowa CE-71.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napięcie zasilania UQD -0,5 4 +20 V
Napięcie wejściowe U_ -0,5 4 UDD + 0,5 V
Dopuszczalny pr?d wejściowy I_ 1 10 mA

' ambZakres temperatur pracy 't , 0 4 70°C dla MCY 74.. .N
O in U

-40 4 85°C dla MCY 64...N
Zakres temperatur przechowywania t -55 4 125°Cstg
Temperatura lutowania
- ręcznego /max 4s/ tsol 350°C
- automatycznego 270°C
Maksymalna moc strat PQ 500 mW
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a) b)
----cr- - — —

Q12 [ 1 16 ]  UDD Q12 C 1 16  ̂ *̂ DD
Q13 [ ]  Q 11 Q6 [ ]  Q11

Q14 [ ]  Q10 05 [ ]  Q10

Q 6 [ ]  Q 8 Q7 [ ]  Q 8

Q 5 [ ]  Q9 Q4 [ ]  Q9

Q 7 [ ]  RESET  Q3 [ ]  RESET

[ ]  0 Q2 [ 3 *

uss C 8 9 ]  Q1 uS5 [ 8 9 ]  Q1

Opis wyprowadzeń 
UDD - napięcie zasilania +
U - napięcie zasilania -JO

0 - wejście impulsu sterującego

RESET - wejście kasowania licznika 
Qn - wyjście ze stopnia N licznika

Rys. 2. Konfiguracja i opis wyprowadzeń układów: a/ MCY 74020N
MCY 64020N, b/ MCY 74040N , MCY 64040N
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Rys. 3. Schemat logiczny układów: a/ MCY 74020N, MCY 64020N ,
b/ MCY 74040N, MCY S4040N



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE DLA UKŁADÓW MCY 74020N, MCY 64020N, MCY 74 0 4 0 N , 
MCY 54040N

Nazwa parametru Symbol Oedn. t . H|

Wartość Warunki pomiaru
25°C t K| U0 UI UQDmin min . typ. mox . max [V] M ty)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii
5. - 0,04 5 150 «•* 0-; 5 5

Spoczynkowy pręd 
zasilania XDD ,̂uA 10

20
0,04
0,04

10
20

. 300 
600

- 0; 10 
0 ; 15

10 
15

100 - 0,08 100 3000 - 0 ; 20 20

Pręd wyjściowy 
w stanie niskim T

OL mA
0 ,61
1,5

0,51
1,3

1
2,6

- 0,42 
1 .1

0,4
0,5

0; 5 
0; 10

5
10

4,0 3,2 6,8 - 2,8 1 ,5 0; 15 15

Pręd wyjściowy 
w stanie wysokim I0H mA

-0,61
-1,8

-0,51
-1,6

-1
-3,2

- -0,42
-1,3

4,6
2,5

0 5 
0 ; 5

5
5

-1,5 -1,3 -2,6 - -2,1 9,5 0; 10 10
-4,0 -3,4 -6,8 ■ *■* -2,8 13,5 0 ;15 15

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim U

OL
V

0,05
0,05

0
0 o 

o 
* o 

o
tn 

cn 0,05
0,05

- 0 . 5
t

0 f10
5

10
0,05 0 0,05 0,05 — 0; 15 15

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim U0H V

4 ,95 
9 ,95

4.95
9.95

5
10

- 4.95
9.95

«a 0 ; 5 
0 ; 10

5
10

14,95 14,95 15 14,95 ** 0; 15 15



Tabela l.c.d.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Napięcie wejściowe 
V! stanie niskim UIL V

1,5
3
4

-
- '

1,5
3
4

1,5
3
4

0 , 5 ;4i'5 
119 

1,5; 13,5
-

■ 5 
10 
15

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim U!H V

3,5
7
11

3,5
7
11 - -

3,5
7
11

0 ,5; 4 ; 5
1 ; 9

1 ,5; 13,5 -

5
10
15

Pręd wejściowy
*1

,̂uA »!•-0,1 - i i o " 5 ¿0,1 ¿1 - 0; 18 18

H )
t . = 0°C, t min max ■ 70°C dla serii MCY 74 . .V n

t . = -40°C, t min max = 85°C dla serii MCY 64 . . .N

Uwaga: Wszystkie nie wykorzystane we j ścia powinny być odpowiednio spolaryzowane przez
podłączenie do USS lub UDD*
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Tobola 2. ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE DLA UKŁADÓW 
MCY 74020 N, MCY 64020N, MCY 74040N, MCY 64040N

Nazwa parametru Sym­
bol

D c d n .
Wartość

c o o <

min . typ . max.
1 2 3 4 5 6 7

Czas propagacji 
0 do wyjścia 01 * PHL ns

- 180
80

360
160

5
10

- 65 130 15

Czas propagacji
0 do 0 .-n ~n+l tPLH ns -

100
40
30

200
80
60

5
10
15

Czasy narastania i 
opadania sygnału na 
wyj ściu

rTHL
rTLH

ns -
100
50
40

200
100
80

5
10
15

Minimalna szerokość 
impulsu wejściowego tw ns

- 70
30

140
60

5
10

- 20 40 15
Czasy narastania i 
opadania -impulsu wej­
ściowego

t r 0

t f 0
^ u s dowolne

5
10
15

Maksymalna częstotli­
wość impulsu wejścio­
wego f0

MHz
3,5
8
12

7
16
24

-

5
10
15

Pojemność wejściowa 
dowolnego wejścia C I PF

— 5 7,5 —

... 140 280 5
Czas propagacji syg­
nału RESET na wyjście C PHL ns

- 60 120 10

— 50 100 15
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Tabela 2. c. d,

1 2 3 4 5 6 7

Minimalna szerokość - 100 200 5
impulsu zerującego 

/RESET/
tw ns

-

40
30

80
60

10
15

Minimalny czas usunię­ - 175 350 5
cia impulsu RESET tREM ns — 75 150 10

- 50 100 15

WYMAGANIA DODATKOWE 
Przechowywanie i transport wyrobu
Układy powinny być przechowywane w sposób zapewniający ¿warcie 
elektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zalecane jest stosowanie 
gąbki przewodzącej, folii aluminiowej lub innych materiałów 
przewodzących.

Montaż układów
Podczas montażu układów zalecane jest stosowanie obrączek 
uziemiających o rezystancji 1 MQ do ziemi, uziemienie stołu 
montażowego, uziemienie narzędzi montażowych /jak np. lutowni­
ca/. Niedozwolony jest montaż lub demontaż układów pod napię­
ciem na którymkolwiek z wyprowadzeń.

Układy aplikacyjne
Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z ma­
są /uSs/ lub zasilaniem /UDD/ odpowiednio do pełnionej funkcji 
logicznej .

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE0

Al. Lotników 32/46 
02-668  W arszaw a 
tel .435401 
tlx.815547
Styczeń 198/ ..DRUK ZCINTE ITE zam. /37 n.
Cena z 80; v PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOW EJ

PgTLA SYNCHRONIZACJI FAZOWEJ /PLL/
MCY 74046N 
MCY 64046N

Układ MCY 74046N, MCY 64046N zawiera:f i

- l i n i o w y  generator przestrajany napięciem /ang. VCO - Voltage 

Controlled Oscillator/,

- źródło sterowane /ang. SF - Source Follower/,

- dwa różne komparatory fazy, posiadające wspólne wejścia 

/Phi i Phll/, ' •

- diodę Zenera /ZD/.

PC 2 OUT
(Ph.pulses)

PC10UT G  
PC 2 IN CE 
VC0 OUT Gl  

INN [£

C1 l G
uss CE

PC1 IN
2 OUT

Rsizródto
sterowa ne)0UT
VCO IN

Rys. 1. Schemat funkcjonalny i układ wyprowadzeń

W STĘPNA KARTA KATALOGOWA
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¡GENERATOR MAŁEJ MOCY /VCO/

Generator VCO jest zaprojektowany w ten sposób, że wymaga do­

łączenia jedynie dwó.ch lub trzech elementów zewnętrznych 

i R lub C^ , i określających zakres zmian częstotliwości 

VCO i częstotliwości minimalnej. Rezystor R^ i kondensator 

określają zakres zmian częstotliwości, a rezystor częstotli­

wość minimalną. Im R£ większe, tyra częstotliwość minimalna zmnie; 

sza się i osiąga minimum przy R9-~ oo .
12

Duża impedancja wejściowa generatora VCO, rzędu 10 , pozwala

na łatwe zaprojektowanie filtru dolnoprzepustowego w szerokim 

zakresie wartości rezystancji i pojemności. Na wejściu VC0 za­

stosowano źródło /SF/ sterowane bezpośrednio sygnałem z wejścia 

VC0 IN, umożliwiające uzyskanie sygnału zdemodulowanego bez 

konieczności obciążenia filtru dolnoprzepustowego. Gdy wyko­

rzystujemy źródło sterowane, konieczne jest dołączenie rezystor; 

Rg pomiędzy jego wyjście i w przeciwnym przypadku jego

wyjście należy pozostawić nie obciążone.

Generator VC0 może sterować komparatory fazy Phi i PhII bezpo­

średnio lub przez dzielnik częstotliwości zbudowany z układów 

CMOS serii MCY 74000N /MCY 74017N, MCY 7401 ON, MCY 74029N,

MCY 74059N/.

Generator VC0 i źródło sterowane można wyłączyć przy jednoczes­

nym ograniczeniu pobieranego prądu, przez podanie na wejście 

INH /Inhibit/ stanu wysokiego.

KOMPARATORY FAZY Phi I PhII

Komparatory fazy mają dwa wspólne wejścia: sygnałowe PC1 IN 

i odniesienia PC2 IN. Wejście PC1 IN ma układ automatycznej 

polaryzacji /ang. SBC - Self, BiaS Circuit/ pozwalający nie 

tylko na doprowadzenie bezpośrednio sygnału o poziomach logicz­

nych "0" i "1" jak dla serii CMOS, ale także małych sygnałów 

przez kondensator separujący.

Pierwszy komparator fazy Phi jest bramką EX~0R i pracuje- analo­

gicznie jak układ detektora fazy działający na zasadzie
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zrównoważonego modulatora. W celu otrzymania maksymalnego za­

kresu trzymania pętli PLL sygnały doprowadzone do komparatora 

powinny mieć współczynnik wypełnienia 30%. Przy braku sygnału 

i szumów na wejściu PC1 IN ten komparator utrzymuje■średnie 

napięcie wyjściowe równe U ^ / 2 ,  które steruje przez filtr dolno- 

przepustowy VCO wymuszając jego oscylacje przy częstotliwości 

środkowej /fo/.

Charakterystyczne dla tego komparatora fazy jest to, że może 

nastąpić synchronizacja w pętli, gdy na wejście PC1 IN podany 

zostanie sygnał o częstotliwości harmonicznej bliskiej często­

tliwości środkowej generatora VCO oraz to, że przesunięcie fa­

zy sygnałów podawanych’ na wejściach PC1 IN i PC2 IN zmienia się 

od 0 do 180 stopni; dla częstotliwości środkowej jest równe 

90 stopni.

.Drugi komparator fazy PhII jest cyfrowo stex'owanym układem 

pamiętającym, składającym się z przerzutników, logiki sterują­

cej oraz 3-stanowego wyjścia. Gdy tranzystor n- lub p-kanałowy 

jest włączony, kondensator w filtrze dolnoprzepustowym jest 

odpowiednio rozładowywany do napięcia UgS lub ładowany do na­

pięcia uDD.
Ten typ komparatora fazy pracuje tylko przy narastających 

zboczach sygnałów podawanych na wejścia PC1 IN i PC2 IN, 

dlatego współczynnik wypełnienia tych sygnałów nie jest ważny.

W przypadku, gdy częstotliwość sygnału doprowadzonego do wej­

ścia PC1 IN jest większa niż częstotliwość sygnału doprowadzo­

nego do wejścia PC2 IN, lub przy jednakowej częstotliwości obu 

sygnałów, faza sygnału doprowadzonego do wejścia PC1 IN wy­

przedza fazę sygnału doprowadzonego do wejścia PC2 IN, zostaje 

włączony na czas komparacji tranzystor p-kanałowy. Powoduje to 

doładowanie kondensatora w  filtrze dolnoprzepustowym i /rys.2/ 

wzrost częstotliwości sygnału generowanego przez VC0.

W przypadku, gdy zależność wartości częstotliwości i fazy po­

między sygnałami doprowadzonymi do wejść PC1 IN i PC2 IN są 

odwrotne niż opisane powyżej, na czas komparacji włączany jest 

tranzystor n-kanałowy, przez który rozładowuje się kondensator
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w filtrze dolnoprzepustowym, powodując z kolei zmniejszenie 

częstotliwości sygnału generowanego przez VCO.

Poza czasem komparacji /próbkowania/, wyjście ¿-stanowe PC2 

OUT pozostaje wyłączone,. co minimalizuje moc rozpraszaną 

w filtrze dolnoprzepustowym. Pętla synchronizacji fazowej

/PLL/ przy tym tempie komparatora fazy ma zakres trzy­

mania równy zakresowi chwytania, niezależnie od filtru

dolnoprzepustowego. Generator VCO przy braku sygnału na wejściu 

PC1 IN, sterowany tym komparatorem fazy, generuje sygnał o naj­

niższej częstotliwości z zakresu przestrajania.

Układ przeznaczony jest do pracy w:

- układach módulatorów,

- układach demodulatorów FM,

- syntezach częstotliwości,

- przetwornikach napięcie-częstotliwość,

- dyskryminatorach częstotliwości,

- układach mnożących.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania 

Napięcie wejściowe 

Graniczny prąd wejściowy 

Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur 
przechowywania

Temperatura lutowania:

- ręcznego /max. 4s/,

- automatycznego

Maksymalna moc strat

UDD -0,5 -i- +20 V

U-j. -0,5 ♦ UDD + 0,5 V

lj -10 mA

t , 0 -«■ 70°C dla MCY 74046N,
amD -40 ♦ 05 C dla MCY 64046N

L t g  -55 **125°c

t
'sol

350aC

270°C

PQ 500 mW
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Nazwa parametru
Sym­
bol

t K ±

Jedn. t . *) 
m m

Wartość
t
jnax

Warunki pomiaru

2 p ° C U
o

[V] ..

0 T

[V]
UDD
[V]min • typ. max.

1 Ź 3 '4 5 ' 6 / ' 3 9 10 11

Spoczynkowy prąd 0,1 0,05 0,1 0,1 0; 5 5
zasilania. WE PC1 IN T • 0,5 - 0,25 0,5 0,5 - 0;10 10
nie podłączone, DD

Ul- .
1,5 - 0,75 1,5 1,5 - 0; 1 5 15

INH = UDD 4 - 2,00 4 4 — 0;20 20

Spoczynkowy prąd 20 — 10 20 20 - 0; 5 5
zasilania

y-UA
40 — 20 40 40 - 0;10 10

WE PC1 IN=U-,o lub Unn 
INH = UDD ^  U1J

DD 80 mm 40 30 30 — 0;15 15
160 - 30 • 160 160 - 0;20 20

' 0,64 0, 51 1 •rr 0,36 0,4 0 ; 5 • 5
Prąd wyjściowy 
v stanie niskim I0L

OA 1,6
4,2

1,
3,

3
4

2,6
6,3

mm 0,9 0,5
1,5

0;10
0; 1 5 •

10
15

-0,64 -0, 51 -1 mm ■ -0,36 4,6 0; 5 5
Prąd wyjściowy T -2 -1, 6 -3,2 - -1,15 2,5 0; 9- 5
w stanie wysokim

j
OH -1,6 -1, 3 -2,6 -■ - -0,9' 9,5 0;10 10

-4,2 -3, 4 -6,3 —V -2,4 13,5 0;15 15

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim U 0L

V
0,05
0,05
0,05

-
0
0
0

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05

0? 5 
0;10 
0;15

5
10
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie wysokim U0H

V
4.95
9.95 

14,95

4,
9,

14,

95
95
95

5
10
15

mm

4.95
9.95 

14,95
-

0; 5 
0;10 
0;15

5
10
15



Tabela 1. c.d..

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11

Napięcie wejściowe 
w stanie niskim U IL

V
1,5
3
4

- - 1,5
3 '
4

1.5
3
4

0,5: 4,5 
1 :9 

1,5:13,5

. - ■ 5 
10 
15

Napięcie wejściowe 
w stanie wysokim U !H

V
3,5
7
11

3,5
7
11

— 3,5
7
11

0,5: 4,5 
1 :9 

1,5:15,5
- -

5
10
15

Prąd wejściowy /uA ¿0 , 1 - ¿io~5 ¿0,1 ¿1 - 0; 13 18

Prąd upływu 3-sta- 
nowego wyjścia IL0Z j U.A “0,4 - ¿10~A ¿0,4 ¿12 - 0;18 13

Uwagi: Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane przez

Wpodłączenie do lub Unn# za wyjątkiem wejścia PC1 IN.

*) t . =
m m

0°C,

t = -40 C, 
m m  *

t . = 70°C 
maz

t = S5°C
Hła/..

dla serii MCY 74...N, 

dla serii MCY 64...N.



Tabela 2. PARÁM2TRY DYNAMICZNE /t L  = 25°C, t = t. = 20 ns, CT = 50 pF, RT = 200 k Q. /
< í e l  r i i-« i-i

Nazwa parametru Symbol Jedri. U Rn D l

Wartość
Warunki pomiaru

min. typ. max.

1 2 3 /,*4 5 6 7 3

Generator prżestrajany napięciem /VC0/

Maksymalna
częstotliwość

^cpmax

i

5
10
15

0,3
0,6
0,3

0,6
1,2
1,6

-
C1 = 50 pF
R2 = 00 R. = 1 0  kQ

'VC0IN " UDD
generacji
VC0

rltluL.
5

10
15

0,5
1

1,4

0,3
1.4
2.4 -

Cn = 50 pF
R2 = 00 R . = 5 kQ. 

VC0IN " UD0 •

Współczynnik
liniowości

S %

5
10
10
15
15

-

1,7
0,5
4

0,5
7

-

vc°iN 2,5V ¿0,3V R. = 10 kQ. 
5v ¿4V = 100 kCl 
5V ¿2,5V = 400 kił 

7,5V ¿1,5V = 1 0 0  kQ 
7,5V ¿5V 1 MCI.

Temperaturowy
współczynnik TWF %/°c

5
10
15

¿0,12
¿0,04
¿0,015

- ^min
= 0

stabilności
częstotliwości 5

10
15

— ¿0,09
10,07
¿0,03

—

^min 0

'Współczynnik
wypełnienia

D %
5

10
15

— 50
50
50

—

_



Tabela 2; c.d. -
1 2 3 4 5 6 7 3

Czas transmisji
sygnału
wyjściowego

Jt h l
TLH

ns
5

10
15

-
100
50
40

200
100
30

’ . . * '

Źródło sterowane /SF/

Napięcie
niezrównoważenia

//UVCO x n  ” UDEm /

U V
5

10
15

-
1.3
1.3
1.3

2.5
2.5
2.5

Rs >  10 kQ •

Współczynnik
liniowości

Z %
5

10
15

-
0,3 
0,7 
0,9 . —,

RS
100 kQ VC0TW 1,5V ¿0,3V 
300 kQ 5V ±2,5V 
500 kQ 7,5V ¿5V

Komparatory fazy /ph I i Ph 11/
Rezystancja 
wejściowa wejścia 
PC1 IN

R14
M Q

5
10
15

1
0,2
0,1

2
0,4
0,2

—

Czułość napięciowa 
wejścia PCI IN 
/P-P/

— mV
5

10
15

mm

130
330
900

360
660

1300

f = 1 0 0  kHz 
sygnał sinusoidalny

Czas propagacji
tPHL

ns

C

10
15

-
225
100
65

450
200
130

PC1 IN PC2 CUT

XPLH

5
10
15

—■ 350
150
100

700
300
200



Tar.ela 2. c.d.
1 2 3 4 5 6 7

Czas propagacji 
sygnału z FC1 IN

tPHZ

ns

5
10
15

• 225
100
95

450
200
190

do PC2 OUT duża 
impedancja

tPLZ

5
10
15

-
285
130
95

570
260
190

Czas narastania 
i opadania sygnału 
na wejściu PC2 IN

t , t - 
r* f

^us

5
10
15 m9

50
1

0,3 -

PC1 IN 5
10
15

—

m0

500
20

2,5

Czas narastania 
i opadania sygnału 
wyjściowego

Jt LH
THL

yUS
5

10
15

-
100
50
40

200
100
30

-  • Dioda Zenera

Napięcie stabilizacji uz V - 4,45 5,5 6,7 XZ = 50 /uA

Rezystancja
dynamiczna

r„ O. - - 40 - I7 = 1 mA
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PCI IN

PC2 IN

r/— T

PC 2 OUT

VCOIN-

PC2 0UT   r
(Phase 
pulse) UJ

i  H 1_ _

-------------------- {f---------------------- it V

,f~ u

Rys. 2. Działanie komparatora

Tabela 3. WSKAZÓWKI PROJEKTOWE

Podstawowa

własność

Komparator 
fazy I 
/Ph 1/

Komparatoi 
fazy II 
/Ph 11/

1 2 3

^min “ R"2/C1 + 32 pF/> U I “ USS

Częstotliwość

generatora

VCO

fmax ~ R1 /(^ + 32 pF/> U I ~

gdzie: - napięcie na wejściu 

10 k O < R 1 <  1 K Q  

10 kfl <  R2 <  1 M Q

UDD

VC0 IN

100 pF < C1 4  0,01 IuF

Środkowa 
częstotliwość 
generatora VC0

t = f/Uj. = 0,5 UD J  
gdzie: U, - napięcie na wejściu VC0 IN

Brak sygnału 
na wejściu 
VC0 IN f - fo f - fmin

Kąt przesunięcia 
fazowego między 
sygnałami wejść 
PC1 IN i PC2 IN

90° dla f 
ok. 0° dla 
ok. 180° dla

zawsze 0°
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Tabela 3. c.d.

1 2 - 3

Zakres
trzymania 2fr - f ~ f .

L max min

Zakres

chwytania

fCR ^

fCR określona 

graniczną 

wość przen< 

filtru doli

PC1 OUT R3

*------1 h
PC2 OUT

2fCR = £

r fL

jest przez 

szęstotli- 

Dszenia

loprzepustowego 

VCO IN

F

I  2

2 « X l '

R3 C2 .

fCR = fL

Synchronizacja 
do harmonicz­
nych często­
tliwości 
środkowej

jest brak

Odporność na 
zakłócenia wysoka niska
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iN ST Y T U T  TECHNOLOGII ELEK TR O N O W EJ

MO MO ST AS IL NE I ASTABILNE MULTIWIBRATORY CMOS MCY 74047N 
MCY 64047N

Układy logiczne CMOS zbudowane są z tranzystorów wzbogacanych 
p- i n-kanałowych, wytworzonych na jednej płytce monokryształu 
/technologia komplementarna MOS/. Ich podstawowym przeznacze­
niem jest praca w układach cyfrov;ych automatyki, telekomunika­
cji i miernictwa oraz maszyn liczących średniej szybkości, 
gdzie wymagany jest niski pobór mocy i/lub wysoka odporność 
na zakłócenia.

X
OET—
<3,
c
£
"'t,m
(Ni

m m z=254max ME=8,30max

I W i f l

14 8

D
£OcincoCD'

1 7 UJ
T Z J L J T _ j  L—I I— I i__ I i— I

•<4--- -------- D = 20,32max

Rys. 1. Wymiary obudowy typu CE-70

W S T Ę P N A  K ARTA KATALOGOWA
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Cechy charakterystyczne;'
- zakres napięć zasilania 3 •» 18 V,
- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 

elektrostatycznym,
- symetryczne charakterystyki wyjściowe w stanie niskim i wyso­

kim,
- obudowa plastykowa 14-wyprowadzeniowa typu CE-70.
Układ multiwibratora składa się z astabilnego multiwibratora 
oraz ivielu układów logicznych, umożliwia j ęcych realizację po-' 
szczególnych trybów pracy układu *
Tabela 3 zawiera wykaz możliwych trybów pracy układu wraz ze 
sposobem podłęczenia wyprowadzeń.
We wszystkich trybach pracy wymagane jest podłęczenie elementów 
zewnętrznych R i C: rezystor R pomiędzy wyprowadzenia 2 i 3, 
kondensator /nie elektrolityczny/ pomiędzy wyprowadzenia 1 i 3. 
Upływność równoległa kondensatora powinna być przynajmniej o 
rzęd wyższa niż rezystancja rezystora zewnętrznego R, przy czym 
nie ma zasadniczych ograniczeń co do minimalnej i maksymalnej 
wartości parametrów elementów zewnętrznych.
Wymagania stabilności częstotliwości oscylatora wewnętrznego 
zalecaję stosowanie kondensatorów o pojemności dużo większej 
od pojemności rozproszonej układu /w innym przypadku pojemność 
ta musi być brana pod uwagę przy obliczaniu częstotliwości pra­
cy oscylatora/ oraz rezystora R o rezystancji znacznie większej 
od rezystancji szeregowej tranzystora CMOS w stanie włęczenie. 
Oednocześnie przy bardzo dużych wartościach rezystancji należy 
się liczyć z krótkimi niestabilnościami oscylatora.
Zalecane sę następujęce wartości elementów zewnętrznych:
C ^  100 pF dla pracy w trybie multiwibratora astabilnego,
C ^1000 pF dla pracy w trybie multiwibratora monostabilnego, 

10 k Q <  R ^  1 Hfl,
Ola wydłużenia czasu trwania impulsu wyjściowego lub porównania 
częstotliwości sygnału zewnętrznego z częstotliwością oscylato­
ra wewnętrznego należy stosować tryb pracy powtornego wyzwole­
nia /RETRIGOER/, \7 trybie tym sygnał wejściowy ppdaje się na 
•wyprowadzenia 8 i 12, a sygnał wyjściowy otrzymywany jest z 
wyprowadzeń 10 lub 11.
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CTC[

RCC[

cA
A

<

USS E

, u - ]UD0
2 13 ]o sc

3 12 ]RET

4 11

5 10 ]Q

6 9 ]extr

7 8 ] t +

Konfiguracja i

1-CTC wyprowadzenie do podłączenia ze­
wnętrznego kondensatora, 2-RTC wyprowa­
dzenie do podłączenia zewnętrznego ’_e- 
zystora, 3-RCC wyprowadzenie wspólne do 
po_dłączenia kondensatora i rezystora 
4-A stan wysoki na wyprowadzeniu A wy­
musza tryb pracy astabilnej, 5-A poda­
nie impulsów wejściowych na wyprowadze­
nie A lub ich dopełnień logicznych na 
wyprowadzenie A wymusza tryb pracy mul- 
tiwibratora bramkowanego, 6-T wyzwala­
nie impulsem opadającym, 7-U„_ masa u- 
kładu, 8-+T wyzwalanie impulsem narasta- 
jęcym, 9-EXTR‘poziom wysoki na wyprowa­
dzeniu zabezpiecza przed pojawieniem się 
przypadkowych impulsów na wyjściu układu 
podczas włączenia zasilania, 10-0, 11-1D 
wyjścia układu, 12-RET wyprowadzenie 
powtórnego wyzwalania, 13-OSC wyjście 
oscylatora wewnętrznego, -L4“UDD napięcie 
zasilania.

MCY 64047N

3ak wynika z rys, 4, normalny tryb pracy multiwibratora mono- 
stabilnego można uzyskać przy jednym impulsie wyzwalającym.
Przy dwóch impulsach następuje wydłużenie czasu trwania impulsu 
wyjściowego zgodnie z równaniem:

RC
= t ̂ + t̂  + 2tg*

Przy większej liczbie impulsów następuje dalsze wydłużenie cza­
su trwania impulsu wyjściowego, przy czym czas ten może zmie­
niać się w pewnych granicach. Dokładne, dowolne wydłużenie cza­
su trwania impulsu wyjściowego można uzyskać przez zastosowanie 
trybu pracy z zewnętrznym zliczaniem impulsów. Typowy układ apli­
kacyjny pokazany jest na rys. 5.
Czas trwania impulsu można obliczyć z zależności:

'ext ' ( N - 1 ) + 'A/s)
b’dzie N - ilość bitów licznika zewnętrznego.
Cla pracy w trybie astabilnym stabilność częstotliwości wynosi:

+2 % + 0,03 %/ C dla do ICO kHz,
¿0,5 % + 0,015 %/°C dla f do 10 kHz,

Przy UQD = 10 V ± 10 %.



Rys. 3. Schemat logiczny układu MCY 74047N, MCY 64047N



+TRIGGER , RETRIGER 
Wyprowadzenie 8/12 —

OSC OUTPUT 
Wyprowadzenie13 ł 1

' Q wyprowadzenie 10 lRE. RE

Rys. 4. Przebiegi czasowe dla trybu

r u L _ . . r

Ul

RE

pracy powtórnego wyzwolenia
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DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACY3NE

Napięcie zasilania
Napięcie wejściowe
Graniczny pręc! -wejściowy
Zakres temperatur pracy
Zakres temperatur 
przechowywania
Temperatura lutowania
- ręcznego /max.4 s/,
- automatycznego
Maksymalna moc strat

UDD
U T

' amb 
'stg

sol

D

-0,5 ♦ +20 V
-0,5 V * (UDD + 0,5) V

+ 10 mA 
0 •* 70°C; MCY 74047N 

-40 4 85°C; MCY 54047N 
-55 -ł 125°C

350°C
270°C
500 mW

Impuls wejściowy.

MCY 74017N R
11

Bufor do wyboru [dodatkowy]

12 { >
-ty OUT

* ext.

Rys. 5. Tryb pracy układu z zewnętrznym zliczaniem impulsów



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE /dla wozystkich układów, jeżeli nic jest
wy s p c c y t i k c w one inaczej/

Nazwa parametru
Sym­
bol Oedn r t H H)

min

Wartość

t * *)max

Warunki pomiaru
25°C u0[v] U j M u d dW]

min. typ. max.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spoczynkowy pręd 
zasilania IDD yU A

1
2
4

20
-

0,02
0,02
0,02
0,04

1
2 
4

20

30
60

120
600

-
0;*5 
0;10 
0 ;15 
0; 20 •

5
10
15
20

0,64 0,51 1 _ 0,36 0,4 0; 5 5Pręd wyjściowy mA 1,6 1,3 2,6 0,9 0,5 0 ;10 10w stanie niskim OL 4,2 3,4 6,8 - 2,4 1,5 0,15 15
* -2 -1,6 -3,2 _ -1 ,15 2,5 0; 5 5

Prąd wyjściowy T -0,64 -0,51 -1 - -0,36 4,6 0; 5 5
w stanie wysokim OH -1,6 -1,3 -2,6 - -0,9 9,5 0 ;10 10

| -4,2 i-3,4 -6,8 - -2j4 13,5 0 ;15 15
0,05 0 0,05 O* 05 0; 5 5Napięcie wyjścio­ LL, V 0,05 0 0,05 0,05 0; 10 10we w stanie niskimiił ________

OL 0,05 - 0 0,05 0,05 - 0 ;15 15



Tabela 1 c.d.

1 2 OO 4 5 5 7 8 9
.-""'I
10

----
11

r - — —
4,95 4,95 5 ,T 4,95 0; 5 5

Napięcio 
w stanie
■. 1 .

wyj ściowc 
wysokim U0H V 9,95

14,95
9,95

14,95
10
15 -

9,95
14,95

0 ;10 
0,15

10
15

' • 1 ,5 1,5 1,5 X)0,5;4,5 - 5
Napięcie 
w stanie

wejśc iowe 
niski in UIL V 3

4
3
4

3
4

1 ;9 
1,5;13,5

— 10
15

Napięcie 
w stanie

wej ściowe 
wysok im UIH V

3,5
7

3,5
7

- - 3,5
7

0 ,5 ; 4,5 
l ;9

- 5
10

11 11 - - 11 1,5;13,5 ~ 15

Prąd wej ćciowy 5 /U A ¿0,1 - ¿10~5 ¿0,1 ¿1 - 0 ;13 18

,•-*] i oznacza "lub"
! ^ o ot . = 0 C, t = 70 C dla MCY 74047Mni i n max

t . = -40°C, t = G5°C dla MCY 64047Nm m  ' max
Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane przez
pwdłaczeni e cio U(,f, lub U„n.
       o o_______ iJU_________ _ ___  ____
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Tabela 2. ELEKTRYCZNIE PARAMETRY DYNAMICZNE / t . = 2 5 ° C ,' amb '
tr , tf = 20 ns, C L = 50 pF, RL = 200 !<0/

Nazwa parametru Symbol Oedn , Wa rtość 
typowa

Warunki
pomiaru
UDD M

Czasy propagacji: ASTABLE, 
ASTABLE do OSC OUT tPHL

tPLH
ns

200
100
50

5
10
15

Czasy propagacji: 
ASTAULE do Q, Q

ASTABLE, II
ns

550
250
150

5
10
1 5

Czasy propagacji: 
** i RjlGGER do Q , Q

+TRIGGER ««
ns

700
300
200

5 
10  
15

Czasy propagacji: 
RETRIGGER do Q, Q

*TRIGGER
li ns

300
175
175

5 
10 
15

Czasy propagacji:
RE.SET do 0, Q

EXTERNAL Cl ns
300
125
75

5
j.
15

Czas opadania i narastania 
OSC OUT, Q , Q

1"thl
tTLH

ns
100
50
40

5 
10  
15

Minimalna szerokość impul­
su wejściowego

tVI ns
500
200
140

5
10
15

-¡•TRIGGER, RETRIGGER: czas

! opadania i narastania!
V ' f

nieogra­
niczona

5
10
15

| Fojemność wejściowa 

! /dowolne wejście/ CIN ' pF 5



Ta no la 2. WYKAZ TRY SÓW PRACY UKŁADU I SP05Ó3 PODŁĄCZANI A WYPROWADZEŃ

Sposób podleczenia wyprowadzeń Wyprowadzenie
sygnału
wyj ściowego

Okres sygnału wyj- ; 
ściowego lub szero-; 
kość impulsu

i

Tryb procy Do
/nr,J8yprc

Do
US3wadzenia/

Wyprowadze­
nie sygnale 
w gjściowegc

! i 2 3 4 5 6 i
7"yb pracy rriultiwi- 
brato.ro sstabilnego:
a) mu 11 iwibrotor 

as tabilny 4,5,6,14 7,8,9,12 10,11,13

1

KK )
tA /10, i 1 /= 4 ,40'R'C

b) brs.”kowanie syg­
nałem wysok im 4 ,6,14 7,8,9,12 10,11,13 t. /13/ = 2,20 *R *C/A

j c) bramkowanio syg­
nałem niskim •6 ,14 5 ,7,8,9 ,12 ■ 10,11,13 V |

T r y b p r o c y ni u 1 t i w i ~ 
b r a t o r a n o n o a t a b i 1 - 
nago :•

-■

;;) 'wyzwolcniio zbo­
cz cm na rasc a j g- 
cym 4,14 5,6,7,9,12 8 10,11

i; iwy z o  1 o n i a zbo­
czom opada i^cymi 4,8,14

1
5,7,9,12 i

i
6 10,11

........

WKa )
tM / 1 0 ,1.1/*2 ,4 •R*c



Tabelo 3. c . d .

1 2 • 3 4 5- 6

c) praca w trybie 
powtórnego 
wyzwalania

4,14 5,6,7,9 8,12 10,11
MMK )

tM /10,11/=2,43*R*1
d) tryb pracy 

zewnę t rznego 
zliczania 
impulsów H ^

5,6,7,8 ,
9,12

- 10,11

H' Impuls wejściowy podłączony do wyprowadzania RESET.zewnętrznego układu liczni­
ka a wyprowadzenie OUTPUT zewnętrznego układu licznika do wyprowadzenia 4.

) t. - okres impulsu /wypełnienie 50%/.
* *

MHH )

t - szerokość impulsu.

Uwaga: we wszystkich trybach pracy konieczne jest podłączenie elementów zewnętrznych 
R i C.
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IN STYTU T TECHNOLOGII ELEK TR O N O W EJ

UKŁADY MULTIPLEKSERńW/DEMULTIPLEKSERÓW CMOS

MCY 74051N, MCY 74052N, MCY 74053N,
MCY 64051N, MCY 64052N, MCY 64053N.

Układy MCY 74051N, MCY 74052N, MCY 74053N wytwarzane są w tech­
nologii CMOS z bramką aluminiową. Zbudowane są z wzbogacanych
tranzystorów p- i n-kanałowych wytworzonych na jednej płytce
monokryształu. Ich podstawowe przeznaczenie to praca jako ana­
logowe i cyfrowe multipleksery/demultipleksery, przetworniki 
sygnałów analogowych na cyfrowe i odwrotnie oraz jako układy 
bramkujące sygnały.
Układy te odznaczają się małą impedancją w stanie włączania 
i bardzo małym prądem upływu w stanie wyłączenia. Każdy z ukła­
dów ma wejście zezwolenia /INH/. Stan wysoki podany na to wej­
ście bldkuje działanie układu. Poszczególne układy różnią się 
między sobą organizacją logiczną.
Układ MCY 74051N, MCY 64051N jest pojedynczym, ośmiokanałowym 
multiplekserem/demultiplekserem o trzech wejściach sterujących 
A, B, C. Trzy wejścia sterujące wybierają jeden z ośmiu kanałów 
podłączając go do wspólnego bufora we/wy.
Układ MCY 74052N, MCY 64052N jest podwójnym czterokanałowym 
multiplekserem/demultiplekserem o dwóch wejściach sterujących 
A i B. Wejścia sterujące wybierają po jednym kanale z czterech 
z obydwu grup i podłączają je do buforów we/wy.

W S T Ę P N A  KARTA KATALOGOWA



-  2 -

Układ MCY 74053N, MCY 64053N jest potrójnym, dwukanałowym mul- 
tiplekserem/demultiplekserem o trzech niezależnych wejściach 
sterujących A, B, C. Każde z wejść sterujących wybiera jeden 
z dwóch kanałów podłączając go do ±>ufora wyjściowego.
Układy umożliwiają multipleksowanie/demultipleksowanie sygna­
łów analogowych o amplitudzie -do 20 Vp_^, przy amplitudzie 
cyfrowych sygnałów sterujących Od 4,5 do 20 V /jeżeli Ugg-Ugg = 
= 3 V, to można sterować sygnałami o amplitudzie Ugg-U^ = 13 V; 
przy różnicy potencjałów Ugg-U^ powyżej 13 V wymagana jest 
przynajmniej różnica napięć Ugg-U^g = 4,5 V/. Przykładowe, gdy
UDD = +5 V’ USS = 0 v 1 UEE = ~13’5 V’ to sy9nały analogowe 
o napięciach w granicach 13,5 do 4,5 V mogą być przełączane 
sygnałami sterującymi o amplitudzie od 0 do 5 V.

x i l q  e m u

D* 20.32 mox_____ ____^
Rys. 1. ZwymiarCrwana obudowa typu CE-71
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a) b)

1/04 [ 1 16 5 UDD l/OY4 [ 1 16 ] UDD

1/06 [ 2 15 ]l|0 2 I/0Y2 [ 2 15 ]  l/0X2

COM O/l [ 3 14 ]l|01 COM YO/l [ 3 14 ]  1/0x 1

1/07 [ 4 13 ]  l|o<* l/OY3 [ 4 13 ] COM X0/l

l/05 [ 5 12 ][|0 3 I/OYI [ 5 12 ]  i/ox<0

INH [ 6 11 ] A INH [ 6 11 ]  l/0X 3

d
m m n 7 10 ] B ue e C 7 10 ] A

USS C 8 9 ] c USS [ 8 9 ] B

c)

COMO/I r  cxlubcy 4

1 COM O/l 
bx lub by

1 COM O/I J ax lubay

OPIS WYPROWADZEŃ

DD - napięcie zasilania +
Ugg - napięcie zasilania < ̂ SŜ - UDO 
*̂EE ~ naP ^ cie zasilania - 
A,B,C - wejścia sterujące 
1/0 - wejścia/wyjścia kanałów
COM 1/0 - wspólne wejścia/wyjścia 
INH - wejścia zezwolenia
UWAGA
Gdy układy są używane jako demultiplek- 
sery, wyprowadzenia 1/0 są wyjściami^, 
a wyprowadzenia COM 1/0 służą jako 
wejścia

Rys. 2. Konfiguracja i opis wyprowadzeń układów: a) MCY 74051N, 
URY 6405111, b) MCY 74052N, MCY 64052N, c) MCY 74053N, MCY 64053N
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Układ dopasowania 
poziomów logicznych
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Dekoder kanału jednego 
z ośmiu z wejściem 
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at blokowy układów MCY 74Q51N i MCY 64Q51N. 
Brąmki transmisyjne
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x CD

£
ui-o

-T $ 
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TC
Q
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Q

O
€
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*</KO

£
i<.
(/)-
O

TT
Q
D
Q»vO.
€
x

Wspólne wyjście/wejście Y Wspólne wyjście wejście X
(COM 0/1 Y) (COM O/ł X)

Rys. 4. Schemat blokowy układów MCY 74052N i MCY 64052N . BT
bramki transmisyjne



16 ar Uf  DD

Wejścia /wyjścia kanałów
( r/o)

Wspólne 
wy/we (COM o/l) 

cx lub cy

Wspólne 
wy/we (COM Qfl) 

bx lub by

Wspólne 
wy/we (COMO/l! 
ax lub ay

i
On

I

liys.5. Schematy blokowe układów MCY 74053N/MCY 64053N. A- układy dopasowania poziomów lo­
gicznych, 8 - ciekodery jednego z dwóch z wejściem zezwalającym, BT - bramki transmisyjne
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Tabela stanów poszczególnych układów

1

Stan wejść Nu.Tsry kanałów

Zezwolenie C B A
włączonych

MCY 74051N, MCY 64051N

0 0 0 0 0

0 0 0 1 1

0 0 1 0 2

0 0 1 1 3

0 1 0 0 4

0 1 0 1 5

0 1 1 0 6

0 1 1 1 7

1 X X X -

MCY 74052N, MCY 64052N 1

Zezwolenie B A

0 0 0 0x , Oy

0 0 1 l x » ly

0 1 0 2x, 2y

0 1 1 3x, 3y

1 X X -

MCY 74053N, MCY 64053N ■

Zezwolenie A lub B lub C

0 0 ax lub bx lub cx

0 1 ay lub by lub cy

1i
X -

X nie dotyczy
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Cechy charakterystyczne:

- zakres napięć zasilania 3-18 V,
- wszystkie wejścia i wyjścia buforowane,
- wszystkie wejścia i wyjścia zabezpieczone przed przebiciem 

ładunkiem elektrostatycznym,
- symetryczne charakterystyki wyjściowe w stanie niskim 

i wysokim,
- szeroki zakres przełączanych napięć analogowych 20 V ,

P P
- niska rezystancja przewodzenia kanału - 1250 typowo przy

UOLrUEE = 15 V>
- maksymalny prąd kanału - 25 mA,
- minimalna rezystancja obciążenia - 100O .

"DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania Ugg -0>5 : 20 V
Napięcie wejściowe Uj “0,5 * Ugg + 0,5 V
Graniczny pbąd wejściowy Ij -10 mA
Zakres temperatur pracy ^amb ĉ a 0 ■? 70 C

dla MCY 64... N -40 i- 85°C

Zakres temperatur .
przechowywania ^stq ^  ^
Temperatura^lutowania;
- ręcznego :/max> 4 s/ ^sol ’’ 350°c
- automatycznego 270°C
Maksymalna moc strat Pp 500 mW



ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE I DYNAMICZNE DLA UKŁADÓW MCY 74051N, MCY 74052N, MCY 74053N

MCY 64O51N , MCY 64052N, MCY 64053N

Nazwa parametru Symbol J e d n .

Wartości graniczne Warunki pomiaru

t . min

25°C
t *> 
max

UI
[V]

U SS

[V]
UEE
[V]

1
U0D

[V]min typ max

1 2 3 4 5 6 7 8 '""9 ~ 10 11 12

5 - 0,04 5 150 0; 5 — — 5

Spoczynkowy prąd zasilanis Inn pA
10 - 0,04 10 300 0 ; 10 - - 10

20 - 0,04 20 600 0 ; 15 - - 15

100 -■ 0,08 100 3000 0:20 - - 20

850 - 470 1050. 1200

--

0; 5

■
0 0 5

Rezystancja włączonego kanału ron D 330 - 180 400 520 0 ; 1 0 0 0 10

210 - 125 240 300 0; 15 0 0 15

Różnice oporności pomiędzy dwo­ ■̂rON
- - 15 — - - 0 0 5

rna kanałami w jednej obudowie
— — 10 — - — 0 0 10

- - 5 - - 0 0 15

Prąd upływności wyłączonego
ITq PA no“5±0,1 0 0 18

kanaru X b
.....1



ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE I DYNAMICZNE c.d.
I—  1  -- . - - ■■■■

. . . .  ^----—— --
J> 4 A.. -~7  ;

B . 9 10 11 12

°ojemność wejściowa wejść 

3 na 1ogowych CIS PF - - 5 - -5 -5 5

MCY 7405 IN, 
MCY 64051N . c os pF - - 30 - - - -5 -5 5

Pojemność wyjściowa 64G52 n ! cos PF - - 18 - - - -5 -5 5

MCY 740531-1, 
MCY 6405 3 N . CQS pF ? - -5

---«--
,
-5 5

.

Czas propagacji sygnału '

z wyjścia na wyjście, - - 30 60 - - - - 5

U15 - 5 Y 9 n a 1 prostokątny 
o amplitudzie N ^ ,

tpd
ns

;
15

10

30

20 ;
10

15

R. = 200 kO, C, = 50 pF, 
L tr = tf = 20 ns

Napięcie wejściowe w stanie ni - 1,5 - - 1,5 1,5 5

skim.Ijg = 2 pA, na wszystkich UIL V 3 - - 3 3 10

wyłączonych kanałach 4 - - 4 4 UEE = 15 .

Napięcie wejściowe w stanie 

wysokim U IH
V

3,5
"7/
11

- - 3,5

7

11

- 3,5

7

11

= USS 5

10

15



ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE I DYNAMICZNE c.d.
r  ----------------”i" ...........

. ..
3 4 .. 5„.

6 '7... '’T T  '~ 9 10 11 12
r-
: Pręd wejść i owy

XI pA ±0,1 - ± 10"5 ±0,1 ±1 0 r 18 - - 18

Czas propogacji adresu do syg­ - - 360 720 - - 0 0 5

nału na wyjściu /kanały włączo­
t ns

- - 160 320 - - 0 0 10

ne lub wyłączone/ t = t^ =
pa

- - 120 240 - - 0 0 15

= 20 ns, C^ = 50 pF - - 225 450 - - 0 -5 5

Czas propagacji sygnału zezwo­ - - 360 720 - - 0 0 5

lenia na wyjście, kanały włą­

czone t = tj = 20 ns,
tpIN

ns
; ;

160

120

320

240

— 0

0

0

0

10

15

C L = 50 pF, R l = 10 kO - - 200 400 - - 0 -10 5

Czas propagacji sygnału zezwo­ - - 200 450 - - 0 0 5

lenia na wyjście, kanały wyłą­

czone x = t.. = 20 ns, 
r i

tpIF
ns

— — 90

70

2.1.0

160 ;
— c

0

0

0

10

15

C L = 50 d F, R l = 300 k O - - 130 300 - - 0 -10 5

Pojemność wejściowa wejść adre­

sowych i wejście zezwolenia C IN pF - - 5 7 >5 - - - - -

Maksymalne zniekształcenia har-
•X- -X- ̂

moniczne R^ = 40 kO, U-j- t h d
0//□ - -

0,3 

0,2 

0 , 12

- -

2
3

5

UEE =
=uss

5

10

15

t . = 0°C, t = 70°C dla serii MCY 74...N; t . = -AO°C, t = 85°C dla serii MCY 64...N.
min ’ max min ’ max

** )
sygnał wejściowy jest sinusoidalny symetryczny wokół Ugg - Ugg/2 o częstotliwości f = 1 kiHz.

Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejścia powinpy być odpowiednio spolaryzowane przez podłączenie do Usg
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WYMAGANIA DODATKOWE 

Przechowywanie i transport wyrobu

Układy powinny być przechowywane w sposób zapewniający zwarcie 

elektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zalecane jest stosowanie 

gąbki przewodzącej, folii aluminiowej lub innych materiałów 

przewodzących.

Montaż układów

Podczas montażu układów zalecane jest stosowanie obrączek uzie­

miających o rezystancji 1 M O  do ziemi, uziemienie stołu monta­

żowego, uziemienie narzędzi montażowych /jak np. lutownica/. 

Niedozwolony jest montaż i demontaż układów pod napięciem na 

którymkolwiek z wyprowadzeń.

Układy aplikacyjne

Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z masą 

/Ug5/ lut:) zasilaniem /Uqq/ odpowiednio do pełnionej funkcji lo­

gicznej.

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46
02-660 Warszawa

tul. 435401 
11 x . 015647

Styczeń 1907 . -i j
Cena 1 20 zł Orek Z0INTE ITE zam . / 67 n .

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



PROGRAMOWANY DZIELNIK CZĘSTOTLIWOŚCI' MCY 74059
MCY 64059

Układ MCY 74059, MCY 64059 jest programowanym dzielnikiem, 
mogącym podzielić częstotliwość sygnału wejściowego /CL/ przez 
dowolną liczbę N zawartą w przedziale 3 < N 15999.
Sygnał wyjściowy ma postać impulsów o szerokości równej okre­
sowi sygnału wejściowego /CL/ i częstotliwości równej często­
tliwości sygnału wejściowego podzielonej przez zadaną liczbę 
N. Pojedyncze wyjście układu /OUT/ może wysterować bramkę TTL„ 
Dzielnik ustawiany jest za pomocą szesnastu wejść ustawiaję- 
cych 3^ *r 316«
Wejścia ustawiające K , K,_ i K określają tryb pracy /MODE/

9 0 C
pierwszej i ostatniej sekcji dzielnika /rys. 1/ zgodnie z 
zamieszczoną tabelę 3.
Stopieó dzielnika ustawiany sygnałem 3^ jest zawsze najmniej 
znaczącym bitem dzielnika /LSB/. Stopnie dzielnika ustawiane 
sygnałami 3^, 3^ i 3^ w zależności od wybranego trybu pracy 
mogą być umieszczone przed lub za wewnętrznymi sekcjami dziel­
nika.
Przykładowo, dla trybu pracy - 2, tylko jeden przerzutnik u- 
mieszczany jest w pierwszej sekcji liczącej, dlatego ostatnia, 
piąta sekcja składa się z trzech przerzutników. Sekcja ta mo­
że być ustawiona binarnie na maksymalną liczbę 7 o wartości 
tysięcy /7 x 1000/,
Ten tryb pracy jest wybrany, gdy na wejściu i zos­
tanie podany stan wysoki /I logiczna/. W tym przypadku wejście 
3̂  używane jest do ustawiania pierwszej sekcji, a wejścia 3^,

W STĘPN A KARTA KATALOGOWA



J 5 J 6 J 7 J 8

I I 1 
I I ł—
i ł-H—  

ij Pierwsza j 
C j .0 — ^  sekcja  j.

lic z ą ca  j 
1*10,8.5,4,2 j

Ka © — *

Kt 0 — *

f

Dekoder 
ł rybu 
pracy

J 9 J t > l11'^2

Układ wejściowy

Druga
sekc ja
l icząca

+10

T rzecia 
sekcja 
li czqca 

+.10

Dekoder

1>

Stero wanie

LE

Czwarta .
sekcja
licząca

+10

®  Out
Rys. 1. Schemat blokowy układu MCY 74059

;iiX
j Ostatnial 
J Piąta j 
i sekcja  * 
J licząca i
Ul, 2.2,4,8]
I J
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3^, 3^ do ustawiania ostatniej, piątej sekcji liczącej, leże­
li wybrany jest tryb pracy ■} 10 /IC , K, - stan wysoki, K

8 , U C

stan niski/ wejścia od do 3^ używane są do ustawiania 
pierwszej sekcji liczącej; w tym przypadku ńie ma ostatniej, 
piątej 8ekcji liczącsj. Pośrednie sekcje liczące, są to trzy 
kaskadowo połączone liczniki BCD / i 10 /, ustawiane za pomo­
cą wejść: 3g Ą 3 ^
Doprowadzenie sygnału zegarowego do układu pó ustawieniu li­
cznika na liczbę N powoduje zliczanie rewersyjne do momentu, 
aż układ detekcji licznika wykryje stan zera, wtedy układ u- 
stawiania ponownie ustawia stan licznika na liczbę N oraz wy­
twarza impuls wyjścioWy,
Ustawianie licznika na założoną liczbę N uzyskuje się zgodnie 
ze wzorem : .

N * ^Tryb pracy (1000 x liczba ustawiona w 5 sekcji
+ 100x liczba ustawiona w 4 sekcji + 10x liczba ustawiona 
w 3 sekcji + lx liczba ustawiona w 2 sekcji) + liczba u- 
stawiona w 1 sekcji.

W celu obliczenia liczby ustawionej dla dowolnej liczby N na­
leży liczbę N podzielić przez współczynnik podziału^tzn. tryb 
pracy /MODE/. Wynik odpowiada cyfrom ustawianym w poszczegól­
nych sekcjach ad piątej do drugiej, z resztą będącą wartością, 
którą należy ustawić w pierwszej sekcji.

liczba ustawiana - tryb pracy /MODE/“ '

Oto przykłady*
l) N = 8479 i tryb pracy = 5

wartość ustawiana - 8479 5 = 1695 z resztą 4, a zatem
wejścia ustawiające muszę przybrać następujące wartości:
Ka = 1, K b » O, K c - 1, /"l" - U0 D ,“0" 3 W

*) Tryb pracy /MODE/ = współczynnik podziału pierwszej sekcji 
/10, 8, 5, 4 lub 2/.
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• 4 . 1 5 9 6
f-------

32 33 J6 37 V 39. 310 3U °12 313 314 315 316

0 0 1 i i 0 -1 0 1 0 0 .1 0 1 ' 1 0

N = 12382, tryb pracy ® 8
wartość ustawiana = 12382 = 1547 z resztę 6
Ka * o. Kb - 0. K = 1 c

i

6
______A_____

1 7
--------- — 4— ------.

4 5

31
0 1

33
1

34 7 6  
1 1

3 6 37 
1 1

38
0

39
0

310 311 
0 1

°12
0

r...
313
1

314 315 
0 1

316
0

3) N = 8479 i tryb pracy = 10
wartość ustawiana =  0847 z resztę 9
Ka -  1 .

9

Kb * l -
K =  0 c

7 4 8

31 32 33 34 °5 3  6 °7 3a 39 310 311 312 °13 314 315 J16
1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Wejścia ustawiajęce tryb pracy /MODE/ pozwalaję na separację 
kanałów w syntetyzerze częstotliwości o 10; 12; 5; 20; 25 i 50 
części. Wejścia te również określaję maksymalnę wartość N na 
9999 /gdy pierwsza sekcja dzieli przez 5 lub 10/, lub na 159999 
/gdy pierwsza sekcja dzieli przez 8, 4 lub 2/. Dekady trzech 
pośrednich sekcji mogę być ustawione binarnie maksymalnie na 
wartość 15 zamiast 9, na pozycji jedynek, dziesiętek i setek. 
Przykładowo, przy trybie pracy 4 8, liczba od której pośred­
nie sekcje zliczaję w dół, może być ustawiona na:

trzecia sekcja 1500 
druga sekcja 150
pierwsza sekcja 15

1655
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Ostatnia sekcja może być ustawiona maksymalnie na 1 z wagę 
tysięcy. Suma tych liczb /2665/ razy 8 daje 21320, Pierwsza 
sekcja może być ustawiona maksymalnie na liczbę 7, co daje 
liczbę 21327, która jest maksymalnę moźliwościę do ustawienia 
w trybie pracy 4 8 ,  ‘
Największe dopuszczalne zakresy podziału dla różnych trybów 
procy przedstawione zostały w tab.3. -
Wejścia ustawiajęce i Kc mogę być również użyte do "wyłę- 
czonia” licznika /Master Preset/. W tym przypadku przerzutni- 
ki w liczniku ustawione sę zgodnie z wejściami ustawiajęcymi 
3 1 4 3 1 G P 1 8CZ licznik nie zlicza i pozostaje w tym stanie 
tak długo, jak na wejściach i pozostaje niski / H0 "/« 
Licznik zacznie zliczać rewersyjnie od ustawionej wartości 
dopiorą wtedy, gdy tryb pracy będzie różny od stanu "wyłęcze- 
nia” /Master Preset/. Oeżeli chcemy "wyłęczyć" licznik, to 
sygnały sterujęce wejść l<̂  i muszę być równe 0 logicznemu 
przez co najmniej trzy okresy sygnału zegarowego CL /wej­
ściowego/.
Po “wyłęczeniu** licznika a następnie przejściu do dowolnego 
trybu pracy, pierwsze narastajęce zbocze sygnału zegarowego 
CL zmienia stan wewnętrznego przerzutnika, tak że zliczanie 
w dół zaczyna się od drugiego narastajęcego zbocza sygnału 
zegarowego. Dlatego po wyłęczeniu licznika, licznik zlicza o 
jeden impuls więcej, zanim zmieni się stan na wyjściu. Rys. 2 
przedstawia działanie licznika w trybie pracy 48 od ustawia­
nego stanu 3.

jim iim njinim r
Kc

( Kq + Kb=0 )-----------

Wewnętrzny 
ston 

licznika

Wyjście n _
!ys. 2. Działanie licznika w trybie pracy 48 od ustawianego

stanu 3



Dożęli wejścia Kfa i Kc zostały ustawione na poziom 0, w cza­
sie krótszym od dwóch okresów sygnału zegarowego lub mniej­
szym, przed pojawieniem się impulsu wyjściowego, impuls ten 
pojawi się w oczekiwanym czasie. Pojawienie się impulsu wyj­

ściami ustawiajęcyrai 0^ 4 3^0« Stan wysoki 1 na wejściu LE 
/Latch Ensble - LE/ spowoduje, że wyjście pozostanie w stanie 
wysokim 1 tak długo dopóki stan na wejściu LE nie powróci do

ki, impuls wyjściowy będzie wiał szerokość jednego.okresu ze­
garowego.
Gdy K » 0, K. » 1 i K = 0  oraz wejście LE = 0, licznik dzie-

8 y C
li przez 10000, niezależnie od stanu wejść ustawiajęcych.
Przy tym samym stanie wejść Kq, Kb i l<c zmiana stanu na wej­
ściu LE na stan wysoki 1 nie powoduje zapamiętania stanu wy­
sokiego na wyjściu /OUT/,
Wyjście układu /OUT/ w tym trybie pracy jest nieczułe na zmia­
ny stanu wejścia LE ; układ pracuje tak,jakby na wejściu LE
był podany stan niski. Układ wyprowadzeń wg rys, 3.

' " • • . . •• [

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania UDQ -0,5 4 +20 V
Napięcie wejściowe Uj -0,5 4 UDQ + 0,5 V
Graniczny pręd wejściowy Ij ^10 mA

ściowego powoduje ustawienie stanu licznika zgodnie z wej

8tanu niskiego 0. Gdy na wejście LE zostanie podany stan nis-

Zakres temperatur 
przechowywania
Temperatura lutowania*
- ręcznego/max, 4s/
- automatycznego
Maksymalna moc strat

Zakres temperatur pracy tamb 0 4+70°C dla MCY 74059N 
-40 4+85 C dla MCY 64059N

- 55 4+125°C

t sol 350°C
270°C

PD 500 mW *



T a b e l a  1 .  ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru Sym­
bol

Oedn, trr,i «) Wartość *) Warunki pomiaru
m !5UC max uo LVJ uo d ^

min. max. min. typ. max min . max »
3 A “ ] b b / ,n y ' 1U .ii. i z i J

Spoczynkowy pręd 
zasilania I0D

•»
5

10
20

100
-

0,04
0,04
0,04
0,03

5
10
20

100
-

150
300
600

3000
-

0; 5 
0:10 
0 ; 15 
0 ;20

5
10
15
20

Pręd wyjściowy 
w stanie niskim I0L mA

2,4
6

16
-

2
5

13

4
10
26

-
*1.6 
4,4 

11 ,2

0,4
0,5
1.5

0 ;5 
0;10 
0 ;15

5
10
15

Pręd wyjściowy w 
stanie wysokim X0H mA

-0,64
-2
-1,6
-4,2

-
-0,51
-1,6
-1,3
-3,4

-1
-3,2
-2,5
-6,8

-

-0,36 
-1,15 
-0,9 
-2,4

-
4.5
2.5
9.5 

13,5

0 ;5 
0 ;5 
0 ;10 
•0 ;15

5
5

10
15

Napięcie wyjściowe 
w stanie niskim U0L V -

0,05
0,05
0,05

-
0
0
0

0,05
0,05
0,05

-
0.05
0,05
0,05

0 ;5 
0 ;10 
0 ;15

. 5 
10 
15

Napięcie wyjściowe w stanie wysokim U0H V
4.95
9.95 
14,95

- 4.95
9.95 
14,95

5
10
15 -

4.95
9.95 
14,95 -

0 ;5 
0;10 
0 ¡15

5 ' 
10 
15



T a b e l a  1 .  c . d .

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • 11 12 13
Napięcie wejściowe UTI V mm 1,5

3 mm

- 1.5 
3 *

- 1,5
3

0,5;4 , 5 
1 ;9

— 5
10w stanie niskim - 4 “ - 4 “ 4 1 ,5 ;13,5 - 15

Napięcie wejściowe II v 3,5 3,5 3,5 1 0,5;4,5 5
w stanie wysoki® IH 7 - 7 - - 7 - 1 ;9 10

11 ** 11 mm 11 ¡i 1>9 ;13,5 .15

Pręd wejściowy XI /UA - “0,1 - ±io‘5
• ■

“0,1 •- ii - .0,18 18

— — —  —  , _  , j

Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane przez 
podłęczenie do Ugs lub UQD

k )

tmin “ °°C# tmax = 70°C dla serii MCY

t , » -40°C- t * 85°C dla serii MCV 64...N.'min max



u D D 0 U T J 5 J6 J7 J8 J 9 J1 0 JH J1 2 KQ K b 
ĘZ l|a |B ||2 i|g ó ||i9 |fie l|i7 l|i6 l|i5 |[g l[i3 l

Z)

t CL LE J j  J2 J 3 Ja j 16 J 15 J 1A j 13 KC USS
Rys. 3. "Układ wyprowadzeń układu MCY- 74/64059 N

Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE /t , = 25°C , t * t, = 20 nsamb r t
CL « 50 pF, Rl » 200 kQ /

Nazwa parametru Symbol Oedn. Wartości > Warunki
pomiaru

min. typ. max. UDD [V]

Czasy propagacji z 
wejścia do wyjścia

*PHL
rPLH

ns
mm

230
120
60

460
230
110

5
10
15

Czas transmisji sy- ns mm 100 200 5
sygnału wyjściowego TLH

mm

50
40

100
80

10
15

70 100 ‘ 5
Czas transmisji sy­ ns - 50 70 10
gnału wyjściowego THL «*» 30 50 15

Maksymalna często­
tliwość sygnału 
zega rowego ^cpmax MHz

1.5 
3

4.5
mm 

mm .

mm 5 
10 
15 ’

Pojemność wejścio­
wa C I pF - 10 15 mm

Minimalna szero­
kość impulsu ze­
ga rowego twCL

min
ns -

-
200
100
80

5
10
15



Tabela 3. TRYB PRACY /MODE/ PIERWSZE3 I OŚTaTNIED SEKC3I LICZNIKA

Tryb
/MC

P racy
DE/ Pierwsza sekcja licząca Ostatnia sekcja licząca

2ak res liczenia

Proj e1c- 
towany

Rozsze­
rzony

Współ­ Może być Używane Współ - Może być Używane
czynnik ustawiona wejścia czynnik ustawiona wejścia

K Kb K podziału na maksy­ ustawiaj ące podziału na maksy­ ustawia- max„ nax .a u c /MODE/ malną /MODE/ malna jące
wartość wartość •

1 1 1 2 1 8 7 32,33,34 15999 1733.1
0 1 1 4 3 31'32 4 3 33.34 15999 18563
1 0 1 5 4 31'32'33 2 1 34 9999 13329
0 0 1 8 7 3l'J2'33 2 1 15999 . 21327
1 1 0 10 9 3l,32,33r34 1 0 9999 16659

X 0 0 "wylęczon3" "wyłączam3'* -

TT 'T.Działanie licznika w trybie pracy *»5 /pierwsza sekcja liczące/ wymaga najpierw wyłącze­
nia licznika,tzn. przejście przez stan Master Preset. W czasie włączania zasilania»
wejście K musi mieć podany stan 0 logicznego na czas trzech okresów sygnału zegarowego 

o y
/CL/ po osiągnięciu przez zasilanie /U_ / wartości minimum 3 V,

= Unn» *0’=
= MSB,

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEK i RCU0-;E3 Al,Lotników 32/4S C2-SS3 ’warszawa tel. 435401 t'lx iS.15547 
Październik 1985, cena zł lQOp^.>10 -EpRCDjKC3I ZASTRZEŻONE Druk 20INTE ITE zen .̂ *>'25. n . ^ 0



z»1,27moxe

B=1/77mox

IN ST Y T U T  TECHNOLOGII ELEK TR O N O W EJ

14-3TC?N1CV/Y A3YNCMK0NICZNY LICZNIK BINARNY MCY 74060N
Z G3CYLATORZM MC Y 64060N

kłady logiczne CMOS są zbudowane z tranzystorów wzbogacanych 

p i n-kanałowych, wytworzonych na jednej płytce monokryształu 

/technologia komplementarna MOS/. Podstawowym ich przeznaczeniem 

jest praca w układach sterowaniu liczników, timerach, dzielnikach 

częstotliwości i układach opóźnienia czasowego.

M£-8t30 ma*

16 
— s ♦

9

■ i

1 8
n z j - c r u  u  u  c i r

D=20,32max

U T J

Rys, 1. tfymiary obudowy typu CS-71

W ST Ę P N A  K A R T A  KATALOGOW A
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Układ spełnia, funkcję 14-stopniowego licznika binarnego, 

asynchronicznego z możliwością zerowania. Składa się z oscyla­

tora oraz 14-stopniowego licznika. Układ oscylatora umożliwia 

współpracę z oscylatorem RC lub kwarcowym. V/ejscie RESET umoż­

liwia wyzerowanie licznika oraz blokuje działanie oscylatora.• 

Podanie stanu wysokiego na wejście zerujące RESET ustawia 

wszystkie wyjścia licznika w stanie "O11. •

Wszystkie stopnie licznika są przerzutnikami typu master-slave. 

Stan na wyjściach licznika zmienia się podczas opadającego zbo­

cza impulsu na wejściu każdego ze stopni. Zastosowanie na 

wejściu ukłasu Schmitta zapewnia poprawną pracę układu przy do­

wolnych czasach narastania i opadania impulsów wejściowych*

J
Q 12[ 1 16 ] UD0

Q13[ ]Q10

o u [ ]Q8

Q 6 [ ]Q9

Q 5 [ ] «

07 [
]#.

04 [ ]fo

“sst 8 9 ] j

U.
DD

USS " 

¿r -

Ao

napięcie zasilania +,

napięcie zasilania -,

wejście impulsu taktującego 
wyprowadzenie oscylatora,

wyprowadzenie dla podłączenia 
zewnętrznego kondensatora,

- wyprowadzenie oscylatora,0 

R wejście kasowania licznika 
i blokowania oscylatora,

Q„ - wyjścia ze stopni licznika.

Ryś. 2. Konfiguracja i opis wyprowadzeń układów MCY 74060N
i MCY 64060N
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Cechy charakterystyczne:

- zakres napięć zasilających 3 + 13 V,

- wszystkie wejścia i wyjścia, buforowane,

- wszystkie wejścia i wyjścia zabezpieczone przed przebiciem 

ładunkiem elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki w stanie niskim-i wysokim,

- typowy margines szumów:

1 V przy UDD = 5 V,

2 V przy UDD = 10 V,

2,5 V przy U DD = 15 V,

- obudowa układu- 1 6 —wyprowadzeniowa, typu CS-71.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania -0,5 + +20 V

Napięcie wejściowe U- -0,5 + + 0,5 V

Dopuszczalny prąd T i 1 0  oA
wejściowy ""I

Zakres temperatur , O + 70®C dla Muf /4...N,
pracy amb -40 * 85 C dla MCY 64...N

Zakres temperatur + -55° + 1 2 5°C
i przechowywania "stg .

Dssperatura lutowania t ~
SOi o

~ ręcznego /maxi 4s/ 350 C

' automatycznego 270 C

I ‘-tksymalna moc strat PQ 500 mY



Tai o In. 1 . ELćOTYĆZNE PAHAM2TRY STATYCZNI!

Nazwa parametru Sym­
bol

Jadn. t *
min

...5 “"i ’3 1 C ’z x z ;x j L l

Spoczynkowy prąd 
Zasilania

t-d d
^uA

5
10
20

100

Prąd wyjściowy 
w etanie niskim J0L

mA
0 , 6 1
1,5
4,0.

Prąci wyjściowy 
stanie wysokim I0H

mA

-0 ,6 1
-1,3
-1,5
-¿(,0

Ma p i o o i e wyj śc i owe 
\7 stanie niskim U0L

V
0,05
0,05
0,05

■• a p i ę c i e wy j ś c i ov;e 
w stanie wysokim U 0H

. V
¿',95 
9,95 
1 n , 95

nin.
5"

0,51
1,3

l ,LL
-0,51
- 1 , 6
-1,3
-3/4

4,95'
9,95

14,95

W a r t o ś ć V/o r a n k i dój  . i  a r
2 o ° G t  H ' ' U  ' ' " ' i t r  ~- -------------------- -----------—•— m ax 0
t y p . m n x . [V] IV] i d

6 7 3 - - o 10 i i

0 , 0 4 5 1 5 0 0 ;  3 Z
0 , 0 4 1 0 3 0 0 - 0.; 10 10
0 , 0 4 2 0 6 0 0 - 0 ;  15 15
0 , 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 ;  20 20

1 _ 0 , 4 2 0 , 4 0 ;  5 5
2 , 6 - 1 , 1 0 , 5 0 ;  10 10  •
6 , 3 -

i
(f) 

'
Xi 1 , 5 0 ;  1 5 15

-1 w - 0 , 4 2 4 , 6 0 ;  5 3
- 3 , 2 - - 1 , 3 2 , 5 0 ;  5 p
- 2 , 6 - - 1 , 1 9 , 5 0 ;  10 10
- 6 ,  3 - - 2 , 3 1 3 , 5 0 ;  1 5 1 J

0 . 0 , 0 5 0 , 0 5 — 0 ;  5 CIJ
0 0 , 0 5 0 , 0 5 - 0 ; 1 0 10
0 0 , 0 5 0 , 0 5 - 0 , 1 5 15

5 4 , 9 5 0 ;  £ 5
10 - 9 , 9 5 - 0 ;  10 10
15 - 1 4 , 9 5 — 0 ;  1 5 1 5



Tabela 1. c.ol.
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

.
Napięcie wejściowe

U IL
V

1,5
3

- - 1,5 1,5 0,5; 4,5 — 5
w stanie niskim 3 3 1 ; 9 — 1 0

4 ** 4 4 1 ,5;13,5 - 15

Napięcie wejściowe' 
w stanie wysokim U IH

V
3,5
7
11

3,5
7
11

- -
3,5
7
11

0,5; 4,5 
1 ; 9 

1 ,5;13,5
- 5

10
15

Prąd wejściowy
II yuA ¿0,1 - ¿10“5 ¿0,1 ¿1 - 0 ; 1 8 13

Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryz owane 

przez podłączenie do US;J lub UD D .

** Snin = °°C » tmax = 70°C dla serii MCY 74...N,

^min = ~Zf0°c » tmax = ü5°c dla serü  MCY 64...N.



Q4-t- Q10 
Q 12, 013

Hys. 3. Schemat logiczny układów MCY 74060N i MCY 64060N. a R = stan wysoki jest 
dominujący, kasuje wszystkie stopnie licznika ustawia; w stan 0 i blokuje dzia­
łanie oscylatora. A  licznik zwiększa liczbę binarną o jeden przy każdym opada­

jącym zboczu sygnału Ć6-- i 5 .



Tabela: 2. ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE /przy t
= tf = 20 nsf CT = 50 pF, = 200 kQ/

Nazwa . parąraetru Symbol Jedn.
■ t ~ 4. “ 'y*~rr. artosc

DD
rvi

min. typ. max.

Czas propagacji 0 T 
do wy jścia 0, 1

tPHL
ns

-
370
150
100

740
300
2.00

5
10
15

Czas propagacji Qn 
do On + 1

"PLH

:

100
50
40

200
100
30

5
10
15 '

Czasy transmisji sygnału na 
wyjściu przy przejściu . . .

t *) 

t ™ ^ )
TLH

ns
mm 100

50
40

200
100
30

5
10
15

Minimalny czas trwania impul­
su wejściowego przy f=100 kHz

t
V I

ns
— . 50

20
15

100
40
30

5
10
15

Czas narastania i opadania 
impulsu wejściowego

tr 0

t f 0 ns > do­
wolne

5
10
15

Maksymalna częstotliwość im­
pulsu wejściowego /zewnętrzne 
zróciła impulsów v/ejściowyc^/

f0I MHz
3,5
3

12

7
16
24

-
5

10
15

Pojemność wejściowa dowolnego 
wejścia C T± pF - 5 7,5 -

Czas propagacji sygnału 
Do3ST na wyjście tPHL

n s ' -
130
30
50

360
160
100

5
10
15

Maksymalny czas trwania 
impulsu zerującego /RESET/

t
w

ns -
60
30
20

120
60
40

5
10
15

*0 1
z poziomu wysokiego na niski

) .
NpT ,.j z poziomu niskiego na wysoki



'•V*: olft 5. M E T R Y C Z N E  PARAMETRY DYŃ:AMICZi'!3. 
t „  «  t f  -  2 0  n s ,  C j -  *  5 0  p F ,  -Rj =  2 0 0  k Q  /

Nazwa parametru Symbol .ledu.
Wartość T T

. VDD 
(V)

’ ' -i,’, f, * V •«

min. typ* max. pbii.iaru

i
Rozrzut częstotliwości /od 
zestawu do zestawu/H ' - ki i z

1Q 
20
21,5

21,5
23
24 ■

25
26 
27

5
10
15

C = 200 dF 
P.f - 55 0 kO 
R" = 50 kQ

Rozrzut częstotliwości 
ze zmianą napięcia U ^ "  '

- kHz
-

- 2
1

5 + 10 
10 + 15

C = 200 pF 
R* = 560 kO 
ir = 50 kQ

Rezystancja R
xmax

M O
20
20
10

5
10
15

C = 10 /uF 
x = 50 y U F  

= 10 yUF

Pojemność C
xmax

y U F -
MB

1000
50
50

5
10
15

R = 500 kO 
x = 300 kQ 

= 300 kQ

Maksymalna częstotliwość 
oscylatora - kHz 930

690
650
300

310
940

10
15

R = 5 kQ 
Cx = 13' pF

■

Prąd w stanie niskim i wysokim
I0L

mA

0 , 1 6
0,42
1

0,35
0,3
2

-
5

10
15

UQ = 0,4 V 
0 = 0,5 V 

= 1,5 V

na wyjściu 0Q /wyprowadzenie 9/

10II

-0,16
-0,42

-0,35
-0,3
-2

5
10
15

U = 4,6 V 
0 = 9,5 V 

=13,5 V

Ilie zaleca się stosowania układu 

. Patpz.rys. 4.____ __ _____

oscylatora RC dla napięcia U-^ poniżej 7 V dla R < 5 0  kO



- 9 -

RO

Układ Schmiłła

Rys.4. Układy oscylatora RC: Rg = 2*Rx + T = 2 »2 *RX *CJ

Układ Schmiłła

{̂ o—

¡7S.5. Układ oscylatora kwarcowego /CxTAL = C1 + C2 + CgTRAY>
«C ~ rozszerzający charakterystyką częstotliwościową, Rs - ogra­
d z a j ą c y  prąd, CgTRAY “ pojemność rozproszona, Cx t a l  “ pojem­

ność całkowita kwarcu/



>" 
t/t

—  10

\tm.\u \ n : : a  : x > d a t k l ’W2

•zoc.. n .'ynanie i transport wyrobów

k: y powinny być przechowywane w  sposób zapewniający zwarcie

mlektryczne wszystkich wyprowadzeń. Zalecane stosowanie gąbki 

przewodzącej, folii aluminiowej lub innych materiałów prze­

wodzących.

he * aj układów'

ob V.s montażu układów zalecane jest stosowanie obrączek uzia 

j j;;--ych o rezystancji 1 r O  do ziemi, uziemienie stołu mon- 

o, uziemienie narządzi montażowych /np. lutownica/.

' u. ;/ .oio .y jest montaż lub demontaż układów pod napięciem 

r.:\ którymkolwiek z wyprowadzeń.

l'k>; aplikacyjne

kwyetkie nie wykorzystane wejścia powinny być połączone z mas 

lub zasilaniem /Unn/ odpowiednio co pełnionej funkcji

*

~v ’• ń>-*̂ rvrv? r* r t— l . o». « . « w  ..»*>*> - -wwA-s '; vL  A t  **-_x>

* ’•U.''*»
u a« ąo -V ■ V .'V •.

trików 32/46 
Ózrszawa.

tCAl
** -ts. <*
55-**

'fyt

i»*' ’ OS ’s -W'* *- < oh'- . o* ~,ATvrr /S7



C E M li j ^ ł i y Z y j  TECNiMOLOG8B ELEKTRONOW EJ

BRAMKA LOGICZNA CMOS: czterokrotna MCY 74093N,

dwuwejściowa bramka NAND Schmitta ' MCY 64093N

Układy logiczne CMOS zbudowane są z tranzystorów wzbogacanych 

p- i n-kanałowych,’ wytworzonych na jednej płytce monokryształu 

/technologia komplementarna MOS/. Podstawowym ich przeznacze­

niem jest praca w  układach cyfrowych automatyki, telekomunika­

cji i miernictwa maszyn liczących średniej szybkości, gdzie 

wymagany jest niski pobór mocy i/lub wysoka odporność na za­

kłócenia.

Cechy charakterystyczne to: .

- zakres napięć zasilania 3 ♦ 18 V,

- wszystkie wejścia i wyjścia buforowane,

- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 

elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki wyjściowe w  stanie niskim 1 wy- 

.sokim,

- typowa obciążalność - 2 układy TTL-L, 1 - TTL, LS,

- obudowa plastykowa 14-wyprowadzeniowa CE-70,

- typowa histereza napięciowa: 0,9 V przy UDD “ 5 V '

2,3 V przy UQD = 10 V,

3,5 V przy UDD » 15 V,

- odporność układu na zakłócenia większa niż 50%,

- nieograniczony czas narastania i opadania na wejściu.

Układ scalony MCY 74/64093N stosuje się w  układach formowania

ciągu impulsów i impulsu w  systemach pracujących w  środowisku

o dużych zakłóceniach, w  przerzutnikach astabilnych i monosta-
*

W STĘPN A KARTA KATALOGOWA



2

bilnych. Schemat logiczny i układ wyprowadzeń na r y s ,  1; 
a charakterystyka r>a rys. 2, Typowe zastosowania przedstawiono

a)

i

j1 1 ) 3— { > — — °3 ^ ' 10,

2(6,9,13)

11 )

Rys. 1 Bramka logiczna MCY 74/64093N: a) układ wprowadzeń,
b) pojedyncza bramka

UW

■V=t UD0

\ T I L uH 

¡S USS
UOD

USS
b)

U0

' UH uH = UP

U N uP

c)

UL
U,

Rys, 2 Układ MCY 74/64093N: a) definicja histerezy, b) charr!> 
terystyka przejściowa dla jednej z b bramek, c)układ pomiarowy



•PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ UKŁADU MCY 74/64093N

Do sygnału steru­
jącego lub UDD

1/4 MCY 74/64093N

U DD

USS

Rys a 3 Układ kształtowania ciągu impulsów. Zakres częstotli­
wości formowanego ciągu impulsów od przebiegu stałego do 1 MHz

Do sygnału sterują-

DD

JSS -

1/3 MCY 74/6400?N

50 k Q  < R  <  1 Mfl 

100 j?F ^  1 yuP 

• dla zakresów R I C otrzymujemy; 

5 y u m < t M < 1  s

Rys* 4 Przerzutnik monostabilny

U 0D

Uss



Do sygnału' steru-- 
jącego lub UCD

1/4-MCY 74/6409p
1  N.

i»— V W W V \A - 

c

u
rn

ss

uss

t A = R*C*ln
11 PD " UN
Upp - 0p

SO k Q  ̂  R <  1 MQ.

100 pF £  C ^  1 /UF 

dla zakresów R I C otrzymujemy: 

2 yAis <  tA <  O,A s

Rys. 5 Przerzutnik astabllny

USS

U0D

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania

Napięcie wejściowe

Graniczny prąd wejściowy

Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur 
prz echowywania

Temperatura lutowania:

- ręcznego /max, 4 s/,

—  automatycznego

Maksymalna moc strat

U

U.

DD

''amb

'stg

-0,5 V ł + 20V 

-0,5 V * U DD + 0,3 V 

¿10 mA

MCY 64093N --- 40 -*• P ^ C
MCY 7A093N - 0 + 70 C

-55 *+1?5°C

350°C

270°C

500 raW



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /dla wszystkich układów, jeśli nie jest 
wyspecyfikowane inaczej/

t
min

Wartość

t K) 
max

Warunki pomiaru

Nazwa parametru Symbol Jedn. 25°C
u0M u d d K

min. typ. max.

1 2 3 4 5 6 ' 7 . 8 9 10 11

Spoczynkowy prąd 
zasilania IDD

^um

1
2
4

20
-

0,02
0,02
0,02
0,04

1
2
-4 ‘ 
20

30
60

1 2 0
600

0 
■ mm

0; 5
0 J10
O M  5 
0;20

•5
10
15
20

Prąd wyjściowy w  stanie 
niskim *01 mA

0,64 

1,6 , 
4,2_.

0,51

-3,4

1 .
2,6
6,8

-
0,36
0,9
2,4

0,4
0,5
1,5

0; 5 
0 M 0  
O M  5

5 ! 
’10
• 1 5 — '

Prąd wyjściowy w  stanie 
wysokim I0H

mA

-0,64
-2
-1,6
-4,2

-0,51
-1,6
-1,3
-3,4

-1
-3,2 
-2,6 
-6,8 .

-
-0,36
-1,15
-0,9
-2,4

4,6
2.5
9.5 

13,5

Oj 5 
Oj 5 
0;10 
O M  5

5 j 
5 1

. 1 0  ; 
15 ;••-. . • i

Napięci» wyjściowe 
w  stanie niskim U 0L

V
0,05
0,05
0,05

0
0
0

0,05.
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05. ■ m

0; 5- 
0;i0 
0;15

5
.10
15

Napięcie wyjściowe 
w  stanie wysokim U 0H

V
4.95
9.95 

14,95

4.95
9.95 

14,95

5
10
15

-
4.95
9.95 

14,95 mm'

0; 5 
0;10 
0j15

5 ! 
10 ; 
15 i



Tabela 1. c.d.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Napięcie przełączani a 
przy zboczu dodatnim

UP
min

V

2,2 
4,6 * 
6,8

2,2
4,6
6,8

2.9
5.9 
8,8

-
2,2
4,6
6,8

c.)
a)
a;

5
10
15

2’55,6
6,2

2,6
5,6
6,3

3,3
7 . 
9,A mm

2,6
5,6
6,3 «aft

b)
b
b)

5
10
15

Up 
Ł ma z

V

3,6
7,1

10,8
mm

2.9
5.9
8,8

3,67,1
10,8

3,6
7,1

10,8
~

a)
a)
a)

. 5 
10 
15

4
■ 8,2 
12,7

mm ^ , -*n
9,4

4
8,2

12,7

4
8,2

12,7

b)
b)
b) ■

■ 5 
10 
15

0,9 0,9 1 ,9 _ 0,9 . a) 5
2,5 2,5 3,9 • 2,5 —

a < 10
A 4 5,8 4 - a; 15

T T v
■'min 1,4 1,4 2,3 1,4 - r b) 5

3,4 3,4 5,1 _ 3,4 - b) 10

Napięcie przełączania
/. «
~ , - 4,8 7,3 - 4,8 b) 15

przy zboczu ujemnym 2,8 1,9 2,8 2,8 _ c. ) C

. 5,2 z o- f - 5,2 5,2 cl ) 10
7 ,A - P P1 v- 7,4 7,4 - a; 15

T T 'i*V
^mny: 3, 2 2,3 3,? ~ . ? b <

«5
i aJ — 5,1 6,6 6,6 - t!> 10
9,6 - 7,3 9,6 9,6 - b) 15



. Tabela 1. c.d.
I 1......... _  ... 2 3 L e; 6 7 8 Q 10 11

Napięcie histerezy

lTh  .m m
V

Y

0,3
1,2
1,6

0,3
1,2
1,6

0,9
2,3
3,5

Mt
»

0,3

1,6 *3»
a)i b)

5
10
15

UH
max

1,6 ■
3,4
5

0,9
2,3
3,5

1,6
3,4

• 5

1,6 
3,4 > 
5> «•

a) i b)
5

10
15

Uwagi: Wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny 

podłączenie do U gs lub U ^ .  Definicje parametrów

a) Napięcie badane na wyprowadzeniach 1, 5, 8, 12 

podłączonych do lub na wyprowadzeniach 2, 6, 9 

do UDD /układ inwertera Schmitta/,

b) Napięcie badane na wejściach 1 i 2 lub 5 i 6 lul 

wejściach podłączonych do UnD /układ bramki NAND S<

K)tmin “ °°C - W  " 70°c dla 7Ł°93N, 

"tjjiin =-40°C, tmax = 85°C dla MCY 64093N.

być odpowiednio spolaryzowane przez 

p, UN , UR w g  rys. 2. • 

przy wyprowadzeniach 2, 6, 9, 12 

, 13 przy 1, 5, 8, 12 podłączonych

b 8 i 9 lub 12 i 13 przy pozostałych 

chmitta/.



-  8  -

Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE 
C L = 50 pF, Rl® 200 k Q /

/t -u® 25°ce t t amb * 5 r
= 20 n- ,

Nazwa parametru Symbol Jedn.
War-

■typ*

Lość

max.

Warunki 
p o m i a r ;
u d d  t u  :■

Czas propagacji z wejścia 

do wyjścia
tP H L >

% L H
ns

300
150
120

600
300
240

a

10
15

Czas transmisji sygnału 

wyjściowego
^ T L H ł ■ 

^ H L
ns

100
50
40

200
100
80

3
10
15

Pojemność wejściowa CI PF 5 7 , 5 -

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

tel. 43-54-01 
tlx 815647

Cena 80 zł Druk Z0INTE ITE zam* Z86 r '

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE
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^ JST Y T U T  TECHNOLOGII E  LE KTROWOWP. I

ći-łJ 1TOW12 32EREGGWO-RÓWNOLEGLE % .32EREGOWO-SŻEREGOWE 
STATYCZNE HEJESTRY PRZESUWAJĄCE CMOS

MCY 7A09AN 
MCY 6A09AN

Układy logiczne CMOS zbudowane są z tranzystorów wzbogacanych 

p- i n-kanałowych wytworzonych na Jednej płytce monokryształu 

/technologia komplementarna MOS/. Ich podstawowym przeznacze­

niem jest praca w układach cyfrowych automatyki, telekomunika­

cji i miernictwa oraz maszyn liczących średniej szybkości, 

gdzie wymagany Jest niski pobór mocy i/lub wysoka odporność 

na zakłócenia. :

Cechy charakterystyczne to:

- zakres napięć zasilania: 3 •* 1d V,

- wszystkie wejścia i Wyjścia buforowane,

- wszystkie wejścia zabezpieczone przed przebiciem ładunkiem 

elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki wyjściowe w stanie niskim i wy­

sokim,

- obudowa plastikowa 1 6-wyprowadzeniowa CE-83,
- typowy margines szumów; 1 V przy = 5 V, 2 V przy

Układy MCY y^OO^N, MCY 6409AN składają się z trzech bloków 

funkcjonalnych tj. 8-bitowego szeregowego rejestru przesuwa­

jącego» d-bitowego rejestru podtrzymującego informację oraz 

¡doku ośmiu buforów trójstanowych. Z każdego stopnia szerego­

wego rejestru przesuwającego informacja podawana jest na od­

powiadający mu stopień rejestru podtrzymującego informację. -

UDI) = 10 V ' 2,13 V przy UDD = 15 V

W STĘPNA KARTA KATALOGOWA



Ostatni, ósmy stopień szeregowego rejestru przesuwającego ma 

dwa dodatkowe wyjścia szeregowe QS i CTS, poprzez które wy­

prowadzana Jest ta sama informacja. Informacja wyprowadzana 

z wyjścia Q'S Jest opóźniona o pół okresu impulsu taktującego 

w stosunku do tej samej informacji wyprowadzonej z wyjścia Q3. 

Informacja, zawarta w każdym stopniu rejestru podtrzymującym 

informację, przekazywana jest na wyjście odpowiadającego mu 

bufora 3-stanowego, gdy bufory są w stanie aktywnym.

Układy MCY 7409^N, MCY 64094N są: 8-bitowymi rejestrami prze­

suwającymi z szeregowym wprowadzeniem danych /D/, ośmioma

3-stanowymi wyjściami równoległymi /Q1 + QQ/ oraz dwoma wyj­

ściami szeregowymi QS i Q <’3. Informacja przesuwana jest od 

stopnia do stopnia rejestru przesuwającego w takt narasta­

jących zboczy impulsu taktującego /zegarowego/ CL.

Informacja zawarta w każdym stopniu szeregowego rejestru prze­

suwającego zapamiętywana jest w odpowiadającym mu stopniu 

8-bitowego rejestru podtrzymującego informację, gdy na wejściu 

bramkującym ST pojawi się stan niski, a przenoszona na wejście 

odpowiadającego mu bufora 3-stanowego,gdy na wejściu bramku­

jącym ST pojawi się stan wysoki. Informacja zawarta w każdym 

stopniu 8-bitowego rejestru podtrzymującego informację jest 

wyprowadzana na odpowiadające mu wyjście równoległe QŃ, gdy 

bufory 3-stanowe są w stanie aktywnym,tj. sygnał sterujący 0£ 

Jest w stanie wysokim,

Informacja zawarta w ostatnim, ósmym stopniu szeregowego re­

jestru przesuwającego wyprowadzona jest ponadto na dwa wyjścia 

szeregowe QS i Q'S. Informacja na wyjściu QS zmienia się w takt 

narastających zboczy impulsu taktującego CL. Ta sama informa­

cja z wyjścia QS wyprowadzana jest na wyjście Q'S w takt opa­

dających zboczy impulsu taktującego CL i jest opóźniona o pół 

okresu impulsu taktującego CL w stosunku do informacji wystę­

pującej na wyjściu QS.

Wyjścia szeregowe układów MCY 74094N, MCY 6409AN OS i Q'5 

przeznaczone są do kaskadowego łączenia układów. Wyjście Q5 

umożliwia bardzo szybkie działanie w systemach kaskadowych,



w których czas nąraatania zbocza impulsu taktującego CL Jest 

krótki, zaś wyjście Q'S zabezpiecza pracę Wolnych systemów 

kaskadowych, w których czas opadania imptilsu taktującego jest 

długi.

Układy MCY 74094N, MCY 64094N mają zastosowanie:

- w układach konwersji danych z reprezentacji szeregowej na 

równoległą,

- jako bufory w systemach zdalnego sterowania,

- w systemach przesuwania podwójnego szeregu danych, podtrzy­

mania informacji i magistrali danych. '

*
DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

-0,5 4 +20 V 
-0,5 V 4 UDD + 0,5 V 

•±10 raA

0 4 70°C dla MCY 74094N 
-40 ł 85°C dla MCY 64094N

-55 4 +125°C

350°C 

270°C

500 raW

Napięcie zasilania UQD

Napięcie wejściowe U^

Graniczny prąd wejściowy Ij 

Zakres temperatur pracy ^amb

Zakres temperatur 
przechowywania stg

Temperatura lutowania: ^sol

- ręcznego /max. 4 s/

- automatycznego

Maksymalna moc strat PQ
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ST-
D

CL
qi
Q2

Q3

QA

USS

VC/ |
_2 15

—

14
4 2 13

— —

5 cr>
0 12

— — <*
£

vD

2_ 10

JB_ _9_

UDD
OE
Q5
96

Q7

98

9's

qs

OE * OUTPUT ENABLE - wyjście s t e r u ­
jące buforami trójstanowymi,

3T » STROBĘ - wejście bramkujące 
Q-bitowy rejestr podtrzymywania 
informacji,

D = DATA - szeregowe wejście danych

CL » CI.OCK- wejście zegarowe / t a k t u ­
jące/ ,

Q1 + Q8 - równoległe 3-stanowe 
wyjścia,

QS, Q'S - szeregowe wyjścia,

Rys. 1. Opis i układ wyprowadzeń

Output 
?■—  

Enable

Strobę -j 
f*------

Dcita in 2 
0'

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q 8

14 13 12 11

8 buforów 3-stanowych

8-bitowy rejestr podtrzymujący 
informacje

FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 FF6 FF7 FF8

U D d= 16 

USS = 8

Q Wyjście szeregowe 
Qs

Wyjście szeregowe 

10 Q’S

Rys. 2. Schemat funkcjonalny układów MCY 7409AN, MCY 64094N
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Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Sym­
bol

t . *) 
m m

Wartość

tmax

Warunki pomiaru

Nazwa parametru Jedn.. .. .... ..2'5°c~ .....".
U 0
[V]

u i
[V3

UDD
Cv3min. typ. max.

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11

Spoczynkowy prąd 
zasilania IDD

yuA

5
10
20

100
-

0,04
0,04
0,04
0,03

5
10
20

100

150
300
600

3000

mm

0; 5 
0;10 
0;15 
0;20

5.
10
15

' 2 0

Prąd, wyjściowy 
w  stanie niskim I0L

aA
0,61
1,5
4,0

0,51

1 '?3,4

1
2,6
6,3

— V 0,36 
0,9 • 
2,4 •

0,4
0,5
1,5

0; 5 
0;10 - 

0j15

5
-10
15

Prąd wyjściowy 
w  stanie wysokim

i

I0H
mA

-0 ,6 1
-1,8

~l’3—4,0

-0,51
-1.6
-1.3
-3,4

-1
-3,2
-2,6
-6,8

-

-0,36
-1,15
-0,9
-2,4

4,6
2.5
9.5 

13,5

0; 5 
0; 5 
0;10 
0;15

5
5

10
15

Napięcie wyjścio­
we w  stanie nis­
kim

U 0L
V

0,05
0,05
0,05

— 0
0
0

0,05
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05 i

0; 5 
0;10 
0;15

5
10
15

Napięcie wyjścio­
we w stanie wy­
sokim

U0H
V

4.95
9.95 

14,95

4.95
9.95 

14,95

5
10
15

— 4.95
9.95 

14,95
-

0; -5 
0;10 
0;15

5
10
15



Tabela 1. c.d.
1 2 3 4 5 6 7

L—. -

3 9 10 11

Napięcie wejścio­
we w stanie nis­
kim

U IL
V

1,5
3
4

-
1,5
3
4

1,5
3
4

4,5
9

15,5 . """

5
10
15

Napięcie wejścio­
we w stanie wy­
sokim

U IH
V

5,5
7

11

5,5
7

11
-

- 5,5
7

11

0,5 . 
1

1,5

5
10
15

Prąd wejściowy
XI

yuA ¿0,1 - ¿10’5 ¿0,1 ¿1. • - 0;13 18

Prąd upływności 
wyj. 3-stanowego 
w stanie wysokiej 
impedancji

I0Z
^uA ±0,4 - ¿10"4 ±0,4 ¿12 0;18 0;18 .18

Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejścia powinny być odpowiednio spolaryzowane przez 

podłączenie do Ugg lub

^  ̂ i n  = °°C * tmax = 70°C dla układów MCY 74094N,

t . * —40°C, t  ̂ = 35°C dla układów MCY 64094N. m m  T max



tc

■ , wCL. .

I

 uDD

T ¥Ą-_— r V H Z --------- -tpLZ-i^-

e t t l i

* PHL

D E &
D

Rys.A. Przebiegi czasov/e i definicje cara- S T ®- 
metrów dynamicznych dla układów MCY 7^094H, CL 0-

MCY 6 4 0 9 4 N

«-Wyj. trój sta  nowe
Rj_ = 1 kO. --- U55 dla tpuzi t

CL =50 pF

PHZ' TZH

-UDDdla tp(_z i tp^L



- 9 -

Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE /trimh'« 25°C, t„ ■ t, » 20 ns„ 
CL - 50 pFj, Rl  * 200 kQ/ amb

Nazwa parametru Sym­
Jedn.

Wartość QQ
O

bol .
min. typ. max. [V]

1 2 3 4 5 6 7

CL do QS
*■*
«9

300
125
95

600
250
190

5
10
15

-o
u

CL do Q'S

tPHL*

MW 230
110
75

460
220
150

5
10
15

u
a  CL do ON ' 
w N a 1 4 8(fl
¡4

tPLH

ns

•

420
195
135

840
390
270

5
10
15

o  ' ' ■ " 1 1
ST do QN 
N a 1 0

— 290
145
100

500
290
200

5
10
15

oJ OS do QN 
2b N » 1 ♦ 8
{ii ----- - .. - -■ —T . ... ...

k)
- 140 280 5

o Ul'! ze stanu H do wy- 
^  sokiej impedancji

hpHZ'

tPZL

ns - 75 150 10

£ QN z wysokiej impe- 
£} daneji do stanu L - 55 110 15

u 0E do QN 
gt N » 1 + Q

*)
- 225 450 5

o ON ze stanu L do wy- 
^  sokiej impedancji

hpLZ»

tPZH

ns - 95 190 10

” ON z ’wysokiej impe- 
n dancji do stanu H - 70 140 15

Czas transmisji sygnału 
na wyjściach

tTHL?

tTLH

ns
MU

100
50
40

200 
100 
80 .

5’
10
15

Minimalna szerokość 
impulsu CL %/GL

ns
100
50
40

200
100
33

5
10
15



--- -- - -|, ------J--- r---
1 >■ 2 3 4 5

-i
6 7

Minimalna szerokość 
impulsu ST SiST ns •

100
40
35

'200
80
70

5
10
15

Czas wprowadzania sygnału 
DATA przed ustaleniem 
sygnału CL ts ns

60
30
20

125
55
35

5
10
15

Częstotliwość zegarowa 'MHz
1,25
2.5

2,5
5

- 5
10maksymalna Cp

3 6 - 15

Pojemność wejściowa ci pF - 5 7,5 . -

Czas narastania i opadania - - 15 5
impulsu zegarowego /CL/ /US - — 5 10
na wejściu tfCL

/ — — 5 15

k) r l « 1 kQ

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa

tel. 435401 _ Ai,n
tlx. 815647 DRUK ZOINTE ITE zam.^iT/86 n . 5 W

wrzesień 1936 

Cena zł 100
PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



C E  M l INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOW EJ

PAMIĘĆ STATYCZNA RAM-CMOS 64 bity MCY 740114fi
MCY 640114N

Układy MCY 740114N,MCY 640114N zbudowane sę z tranzy3 torów 
wzbogacanych p-* i n-kanałowych z bramkę polikrzemowę, wytworzo­
nych na Jednej płytce monokryształu /technologia komplementar­
na MOS-CMOS/. Układy spełniaję funkcję pamięci statycznej o 
swobodnym dostępie /RAM/, o organizacji 16 x 4 bity z niezależ-

Rys ,1, Schemat blokowy MCY 740114N, MCY 640114N

W STĘPN A KARTA KATALOGOWA
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/mi wejściami i trójstanowymi wyjściami danych.
Układ wyprowadzeń jest identyczny jak w pamięci RAM-TTL UCY 
780101N; dodatkowo wprowadzono możliwość pracy w trybie ocze­
kiwania /ang. stand by/ przy zmniejszonym napięciu zasilania
^ D D s b  ^  2,0 V/A'

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE /nie stosowane do celów 
kontroli» napięcia podawane względem Uss = O V/
Napięcie zasilania
Napięcie wejściowe
Maksymalna moc strat
Zakres temperatur 
pracy

Zakres temperatur 
przechowywania
Temperatura lutowania
- ręcznego /max.a 9/
- automatycznego

U
U.
DD

tot

' amb

stg

—0,5 4 + 18 
-0,3 4 UqD + 0,3 

500

0 4 70 - MCY 740114N 
-40 4+85 - MCY 640114N

-55 4 + 125

V
V 

mW

sol

Wybór cyklu

350
270

CS R/W Wyj ścia Cykl

0 0 Wysoka 
impedancj a Zapis

0 1 Aktywne Odczyt

1 X Wysoka 
impedancj a

Pamięć
nieaktywna

AO 4 A3 - wejścia adresowe, CS - wejście wyboru modułu. Stan 
log "1“ powoduje wejście•pamięci w stan nieaktywny i ustalenie 
wysokiej impedancji /stan trzeci/ na wyjściach danych,
R/W - wejście wybierania cyklu. Stan log "0" powoduje zapis 
informacji z 4 wejść danych do 4 zaadresowanych komórek pamię­
ci, w tym czasie wyjścia znajduję się w stanie trzecim. Stan 
log ”1" powoduje odczyt informacji z 4 zaadresowanych komórek. 
Na wyjściach danych pojawia się informacja zaprzeczona w sto­
sunku do przechowywanej w pamięci, DO- + 03 - wejścia danych, 
<30 4 - wyjścia danych/zaprzeczone/ UDQ - zasilanie,
USe - masa.
Rys.2. Układ, oznaczenie i opis wyprowadzeń MCY 7 4 0 1 1 4N,MCY 6401*



Cykl  odczytu

R/W R/W

50% 50%

T

Jc 
\

t HZ/wr/

90%

\ Wysoka 
impedancja

R/W

ł ZH/wr/ ł LZ/wr/

50% 50%

tZL/wr7

r10%

* wr

WY

Wysoka 
/ impedancja V

/ l0 %
90%

*setup

DANE

ADRES

Rys.3.Definicje parametrów dynamicznych MCY 740114N,MCY 640114M



Tabelo 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Po ramę t r Symbol Dedn, • Wartości graniczne Warunk i 
pomiaru UDD

M

Metoda po­
miaru wg 
TWT-82/CEMI- 
-810/B-12 
pkt. nr

* m i nx ̂ 25VC t K)max 1
min . max, min. max . min. max.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2

Napięcie zasi­
lania UDD V 3 15 3 15 3 15 -

Napięcie zasi­
lania w trybie 
"oczekiwania" UDDsb V 2,5 - 2,5 - 2,5 - -

Spoczynkowy pręd 
zasilania IDD ^uA -

5
10
20 mm

5
10
20

150
300
600

U = 0 V 
" h *  UDD

5
10
15*.

9.1

Pręd wyjściowy w 
stanie niskim IOL mA 0,51

1.3
3.4

-
0,51
1.3
3.4

-
0,36
0,9
2,4

** Uj = 0 V 
DD

5
10
15

9.2

Pręd wyjściowy 
w stanie wysokim I0H mA 0,51 

i ,3 
3,4

mm

0,5
1.3
3.4

mm

0,36
0,9
2,4

Uj = 0 V
1DD

5
10
15

9.2

Napięcie wyjścio­
we w stanie wyso­
kim UOH

V 4.95
9.95 
14,95.

mm 4.95
9.95 

14,95
— 4.95

9.95 
14,95

'«a Uj = 0 V
ucu

5
10
15

9.3

Napięcie wyjścio­
we w stanie nis­
kim

UGL
V mm 0,05 0,05 0,05 Uj = 0 V 

UDD

5
10
15

9 .3 j

I
-C-
ł



Tabela 1. c . cS.
1 2 3 . 4 5 6 7 a 9 io 1 1 1 2

U0L
U0H

= 0,5 V;
- 1,5 — 1,5 -• 1.5 = 4,5 V 5

Napięcie wej­
ściowe w sta­
nie niskim

UIL V 3 - 3 - 3 U0L
U0H

= 1 V; 
= 9 V 10 9.4

- 4 - 4 - 4 U0L
U0H

a 1,5 V 
= 13,5 V 15

U0L
U0H

= 0,5 V
3,5 3,5 — 3,5 - = 4,5 V 5

Napięcie wej­
ściowe w sta­
nie wysokim

UIH V 7 - 7 - • 7 - U0L
U0H

= 1 V 
= 9 V

10 9.4

U0L
U0H

= 1,5 V
1 1 1 1 1 1

= 13,5 V
15

Pręd upływności 
we j ść XLI yUA - ¿0 , 1 - ¿0 , 1 - ¿1 , 0 0,*18 V 1 S 9. 5

Pręd upływności
wyjścia w trze­
cim stanie XL02 ^uA . *•* ¿0,4 ¿0,4 ¿ 1 2 gi = 0 ;18 V 18 9. 5

H) tn . = 0°C dla m m  • MCY 740114N, tmin = -40C}C dla MCY 640114N
tmax. = 70 dla MCY 740114N. t

max
= 85 C dla MCY 640114N * .
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Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE /t b = 25°C, ^  s 50 pF, tp = 
= tf = 20 ns, Definicje parametrów wg rys. 3/

Po raraetr Symbol Oedn.
Wartości■ 
graniczne Wa runki 

pomiaru

n
C
 

< 
omin. max.

1 2 3 4 5 5 7

Cykl odczytu

Czas dostępu od 
wejść adresowych W a d /

t a v o vh)
ns —

500
200
130

Rl =200 1<Q
5

10
15

Czas uaktywniania 
wyiść danych od 
CS = ”0"

tZH .
tcslqh* 1

tZL
TCSLQL* 1

ns -
135
50
45

= 1 1<Q do 
USS lub UDD

•5
10
15

Czas zablokowania 
wyjść danych od 
CS * Ml“

t HZ
t c s h q zm)

TCSHQZ^

ns —
120
70
60

R, = 1 kQ dc 
USS lub UDD

5
10
15

Czas transmisji 
sygnału wyjściowego

tTLH
t q l o hm)

THL
T0HQL* 1

ns — 150
70
50

Rl ■= 200 kil 5
10
15

Cykl zapisu

Czas uaktywniania 
wyjścia danych od 
R/W = *‘0M

tZH/wr/
TWHQH*J
tZL/wr/
TWHOL

ns .
—

170
70
50

RL =1 l<Q do 
USS lub UDD

5
10
15

Czas zablokowania 
wyjścia danych od 
R/W « "l"

tHZ/vvr/

TWLQZ* 5
^LZ/wr/
t w l q zk)

ns
-

150
70
50

R^ =1 kil do 
USS1Ub UDD

5
10
15

r
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Tabela 2 4 c„d.

1
i

2 3 4 5 6 7
Minimalny czas 
trwania impulsu 
zapisu R/W = "1"

twr
TWLWH* 1 ns

160
75
55 -

5
10
15

Czas ustalania na 
wejściach danych 
przed R/W = "O"

tsetup/da/
TDVWLm)

ns
170
80
60

5
10
15

Czas przetrzymywa­
nia na wejściach 
danych od R/W = "1"

thold/da/
7WHDV*]

ns
24
12
7

•m 5
10
15

Czas ustalania na 
wejściach adreso­
wych przed R/W =
= "O"

fsetup/da/ 
TAVWL* 1

ns 300
160
120

-
5

10
15

Czas przetrzymywa­
nia na wejściach 
adresowych od 
R/V7 = "i"

thold/ad/
TWHAVh) ns

0
0
30

5
10
15

Czas ustalania na 
wejściu CS przed 
R/W = "O"

tsetup/CS/
t g s l w lk)

ns
300
160
120

- 5
10
15

Czas przetrzymywa- 
nia na wejściu £Ś 
od R/w = "1 "

thold/CS/ 
TWHCSH *)

ns
80
40
30 -

5
10
15

K) ..Nov,’e oznaczenia
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IN ST Y T U T  TECH NOLO GII E L E K T R O N O W E

MC 121211

Monolityczny, cyfrowy układ scalony MC 1212N przeznaczony jest

Ikłąd zawiera oscylator stabilizowany rezonatorem kwarcowym 

o częstotliwości 4,194304 MHz, 20~stopniowy dzielnik częstotli-

Układ wyjściowy dostarcza dwa odwrócone w  fazie sygnały o czę­

stotliwości 4 Hz. Układ realizowany jest w niskonapięćiowej 

technologii CMOS, co zapewnia mały pobór prądu zasilania.

Układ MC 1212N montowany jest w obudowie plastykowej dwurzędo­

wej 8-wyprowadź eni owej typu A-49D.

do kwarcowego zegara sterującego z an a lo g o w y m  odczytem czasu

wości oraz stopień, wyjściowy do bezpośredniego sterowania sil­

ni czkiera krokowym.

Ud d  ” wejście zasilające

MC - wyprowadzenie nie wykorzystywane

OSO - wyjście oscylatora

OSI - wejście oscylatora

Rys. 1. Rozkład i nazwy wyprowadzeń

W S T Ę P N A  K AR TA KATALOGOWA
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Rys. 2, Schemat blokowy

M01 MO? 
(5) (3)

Rys. 3. Schemat aplikacyjny układu MC 1212N. Zalecane warunki 
pracy: C^-47/uF/b.ipolarny/, Rm q -400Q /min/, rezonator kwarcowy'. 
fopo= \ 1 9 ^ 0 4  MHz, CL=10 pF, R'S < 1 0 Ó Q ,  C2=5 * 20 pF, C3=10+ pF

DOPUSZCZA LiTE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE 

Napięcie zasilania UQD

Temperatura u racy t

Temperatura p rzec^ov/y"i7a n i a

'amb

stg

-10 4- +55

-55 ++125

V

°C

On



. 4. Kształt 8- -w ypnowad z e ni owe j obudowy plastykowej dwurzę­
dowej- typu A 49D

T,/ym i ary o budowy

Symbol ■dym i ary /mm Kąt
/stopnie/\ryzii aru

min. nom. max.

A - ■ - 5,10 -

Ai 0,51 - - -

b 0,38 - 0,59 -

c 0,20 - 0,36 -

0 ' - - 10,16 -

o - 2; 54 - -

Cl
"1 - 7,62 ‘ - -

2,54 - 4,-50 -

liTT1 - - 8,30 -

r~ - - ■ - 0 + 15
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ELEKTRYCZNI" PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE / U ^ = 1 ,1... 1,6 V; rezo­

nator kwarcowy 4,194304 MHz; RM0=390Q ; C ^ / u F ;  tamb=250C, 

o ile nie podano .inaczej/

M.TT-.fo r,aramcit^u "yrr.bo 1 Je dr.,
Warto ść Warunki

pomiaru
min, typ. maz.

Prąd zasilania ■̂DD
/u.A 70 120 UDD= 1 V

w - 10^ 55°c

Częstotliv/ość sygnału 
wyjściowego fM0

Hz L

Czas t k a n i a  impulsu 
wyjściowego tM0

ms 125

Crorność szeregowa 
wyjść MO^ i MO2 r o m o

Q • 100 Io=2rmA;UDD= ■ 

=1,1 V

Stabilność częstotli­
wości A f / f 3-10‘5 UDD=1,6ł1,1 V

INSTYTUT TECHNOLOGII EISKTR0M0'.V3I

A l . Lotników 32/46 
02—663 Warszawa

tel4354oi 
tlx 81564?

kwiecień 198?

Cena 40 z. Druk ZOINTE ITE za™, 3/67 r.. D«30

•PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



n t
IN ST Y T U T  TECH NOLO GII ELEK TR O N Ó W -

NADAJNIK IMPULSÓW WYBIÓRCZYCH

I SYGNALIZATOR PRZYWOŁANIA ABONENTA 1530C

Układ MC 19300 przeznaczony jest do elektronicznego aparatu te­

lefonicznego pov/szechnego użytku, gdzie spełnia funkcje nadajni­

ka impulsów v/ybiorczych /NIW/ w systemie dekadowym i sygnaliza­

tora przywołania abonenta /SPA/. Układ został v/ykonany v/ techno­

logii CMOS z bramką aluminiową; zapevmia on możliwość realizacji 

funkcji NIW i SPA zarówno jednocześnie, ■ jak i rozdzielnie.

Układ NIW można dostosoi/ać przez zev/nętrzne programowanie • do 

dowolnego standardu Y/ybierania dekadoY/ego. Programowani e zewnę­

trzne obejmuje następujące możliwości Y/yboru parametrów sygna­

łu Y/ybiórczego:

- Y/ybór jednej z 4 częstotliwości sygnału Y/ybiórczego /10, 16,

18, 20 Hz/,

- Y/ybór jednego z 3 współczynnikóv/ wypełnienia sygnału wybiór­

czego /I, 1,6, 2/,

- Y/ybór jednego z 2 czasów trwania p r z e n y  międzyseryjnej /4T, 

8T/,

- wybór jednego z 2 rodząjóv/ pracy blokady układu rozmownego. 

Programowanie Y/ymienionych parametrów jest v/zajemnie nieza­

leżne, co daje 48 możliY/ości. W przypadku SPA możliwy jest Y/y­
bór przez zewnętrzne programov/anie jednego z 8 sygnałów przy- 

v/ołania.

W S T Ę P N A  K ARTA KATALOGOWA



Układ MC 1930G zapewnia także bezpośrednie sterowanie 9-pozy- 

cyjnego /8 znaków numerycznych i pozycja znaków dodatkowych/ 

wyświetlacza ciekłokrystalicznego oraz obsługę klawiatury i ma­

trycy programującej o wymiarach 4* 3.

Wielkość poboru mocy przez układ umożliwia zasilanie go v/yłą­

cznie przez łącze abonenckie energią pochodzącą z;centrali te­

lefonicznej.

Z układu 
formujqcego 

sygnał przywołania Podniesienie 
 ' mikrotelefonu

Do
wzmacniacza 

sygnału^
akustycznej: 

Do blokady
układu 

rozmów nego

impulsatora

PBLUR SPA ASP

SA

BLUR

PI

ACL/W CG1 CG2 UdD USS 1a

KS1

*

MC 1930

KS2 KS3 KS4 KS5 K1 K2 K3

8c

C0M1
COM2
C0M3

SYM
KA

—  . —

N
O
a

t t  O

S s
■V)
>

$

Rys. 1, Schemat aplikacyjny układu MC 1930G



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
>0Nacięcie zasilania 

I*)Napięcie '' na pozosta­
łych wyprowadzeniach

Temperatura otoczenia 
w czasie pracy

Temperatura 
prze chowywani a

uss -0,3 +5,0 V

uw -0,3 +5,0 V

"^amb
-10 +45 °(

tstg -55 +125 °<

'Względem napięcia UDD w  temperaturze otoczenia tpmh = 25°C.
a mb 7

Uwaga: w układzie aplikacyjnym napięcia na poszczególnych koń­

cówkach układu MC 1930G nie mogą przekraczać zakresu -2 

-2 V... U gs + 0,3'V względem UD D‘

■Tabela 1... NAZWY WYPROWADZEŃ UKŁADU MC 1930G

Nr Nr
wyprowa- Wejścia Wyjścia wyprowa­ Wejścia ’Wyjścia
dzenia

•
dzenia

1 TEST 27 1a
2 CG1 28 2a
3 CG2 29 3a
4 ACL/W ' 30 4a
5 - U2 31 5a
6 U1 ,

U
uss

32
u
USS

6a
7
S C0M2

33
3 L 7a

G C0M1 35- 8a
10 C0M3 36 SYM
11 • 1c ASP
12 1b 33 PBLUR
13 2c 39 SA
14 2b 40 KS2
15 3c 41 KS1
16'
17

3b-
4c

42
43

UDD
KS3

18 4b 44 KS4
19 5c ■ 45 KS5
20 5b 46 BLUR
21 6c 47 PI
22 6b 48 SPA
23 7c 49 K4
24 7b 50 K3
25 8c 51 K2
26 8b : 52
tf)

V/yprowad zen i a 7 i 33 są wewnętrznie połączone.
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b
Ryn. 2. Kształt obudowy CE92 i rozkład wyprowadzeń układu 

MC 1930G
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NAZWY WYPROWADZEŃ

K1 +' K4 

KS1 + K33 

KS4, KS5 

1a + 8a 

1b + 8b 

1 c + 8c 

SYM 

COM1

- wejścia z matrycy klawiaturowej i programującej,

- wyjścia do matrycy klawiaturowej,

- wyjścia do matrycy programującej,

wyjścia do wyświetlacza LCD

U.
SSDD*

CG1, CC-2

A CL/W

ASP

SPA

PBLUR

BLUR

SA

PI

TEST 

U1. U2

+ C0M3 

U, - zasilanie,

- dołączenie elementów zewnętrznych generatora,

- wprowadzenie informacji o stanie przełącznika 

obwodów,

- analiza sygnału przywołania abonenta,

- wejście sygnału przywołania abonenta,

- programowanie blokady układu rozmownego,

- blokada układu rozmownego,

- wyjście sygnału przywołania abonenta,

- wyjście do impulsatora,

- wejście do testov/ania układu,

- wyjście pomiarowe.

Parametr}'- sygnałów wybiórczych i sygnału przywołania abonenta 

programowane są przy użyciu ośmiowęzłowej matrycy diodowej. 

Możliwy jest wybór:

- 1 z 8 sygnałów przywołania abonenta,

- 1 z 4 częstotliwości sygnału wybiórczego,

~ 1 z 3 współczynników wypełnienia sygnału wybiórczego,

- 1 z 2 czasów trwania przerwy międzyseryjnej.

Dodatkowo możliwy jest także zewnętrzny wybór 1 z 2 czasów trwa­

nia blokady układu rozmownego.

Układ MC 1930G umożliwia zapamiętanie ostatniego wybranego nu­

meru o długości do 24 znaków. Pamiętany lub wybierany numer mo­

że być wyświetlany na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym,

Lanametry sygnałów wybiórczych realizowanych przez układ NIW są 

zgodne"z- odpowiednimi zaleceniami•CCITT,•



Tabela 2. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t b = -10 +45°C/.

Nazwa parametru.
,

Symbol Jedn. Wartość Warunki
pomiaru

m m . tyc. max.
1 2 3 4 5 .6" n

Napięcie zasilania uss V 2,6 3,6 mierzone wzg. 

IJDD " 0 V
Nacięcie wejściowe w  stanie wysokim 
/wejście K1-K4, A CL/W, SPA, ASP, PBLUR/

UXH. V 2,2 3 USS = 3 v

Nacięcie wejściowe w  stanie niskim 
/wejście K1-K4, ACL/W,SPA,ASP,PBLUR/ %

V 0 0,8 USS “ 5 v

Napięcie wyjściowe na wyświetlacz 
/wyjścia SYM, C0M1-C0M3, ia, ib, ic 
dla -i = 1-8/' U 3

V 2,9 3 yss = ? /
/rys. 3/

Napięcie wyjściowe na wyświetlacz 
/wyjścia j.w./

u2 V . 1,9 2,0 2,1 U q q  =  3 n/
/rys. 3/

Napięcie wyjściowe na wyświetlacz 
/wyjścia j.w./

U 1
V 0,9 1,0 1,1 Uss = 3 V 

/rys. 3/

Napięcie wyjściowe na wyświetlacz 
/wyjścia j.w./

U
0

V 0 0,1 USs = 3 V 
/rys. 3/

Prąd wyjściowy w stanie 
wysokim /wyjścia KS1-KS5, 
BLUR, PI, SA/

X0H
^uA 600 uss - 3 v 

U0H = 2.2 V



Tabela 2 c.d.

1 2 3 A 5 6 7

PraŁd wyjściowy w stanie niskim 
/wyjścia j/w./

t ol ^uA A 5 182 Uss = 3 V
1]0L = ° ’ 8 V

Frąd wej ści owy w  stanie 
wysokim /wejścia K1-KA, SPA, 
ASP, P3LUR, A CI./W/

t ih ! u A 2,5 8 ,5  ■ uss = 3 v
UIH = 2,2 V

Prąd wejściowy w stanie nisk.im 
/wejścia j.w./

I I L jUk 8 USS = 3 V 
UI L  - 0 V

Częstotliwość zegara f 0 kHZ A98,8

Moc pobierana' PD yUW 600 900 Uss = 3 v

Prąd zasilania dla przetrzymania 
pamięci ostatniego numeru

ISSM
^uA 100 150 uss = 3 V

Uwagi: Częstotliwość sygnału v/ybiórczego - zgodnie z tab. 3. Współczynnik wypełnienia sy­
gnału wybiórczego - zgodnie z tab. 3. Przerwa międzyseryjna - zgodnie z tab. A. 
Sygnał przywołania abonenta - zgodnie z tab. 5.

i
*'VJ
l
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C0M1

C0M2

COM-3

- ü3
- U2
- U1
- u 0

_ u 3

-  U,
Ü1

u0

-  Ur
-  u'

Ü1

U0

1a
- u 3
- u 2

" U1 
-  U r

1b
-  U'

~ U 1
-  Ur

1C
" U3
" U2
-  Ui
-  Ur

2a -i- 8a 
2b- 8b 
7c± 8c 
SYM

- U ,

~ U2

-  Ur

Rys. 3. Przebiegi sygnałów wyjściowych do wyświetlacza przy 
wyświetlaniu cyfry ¡P • /przykład/. Uwagą:• Sygnały na końcówkach 
C0M1-C0M3 nie zmieniają się przy wyświ et laniu różnych liczb, 
kształty sygnałów/ na pozostałych wyjściach na wyświetlacz za­

leżą od wyświetlanej liczby
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= 1. «.8/ na wyświetlacz LCD

Rys. 6. y/yjścia KS1 - KS.5 oraz PT, BLUR, SA
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ć- a -

-O uSS

Rys. 7. Wejścia K1 - K4, SPA, PBLUR i ASP

Tabela 3. CZĘSTOTLIWOŚCI I WSPÓŁCZYNNIKI WYPEŁNIENIA SYGNAŁU 

WYBIÓRCZEGO

^ \ f TW

w v r \ ^
10 16 18 20

MS'AMŚ3KŚ2 HS“1 M5JA’MŚ3NŚ2MS1 MŚAMS3’?/sSMg1 MSdMS3/iS2MS1

1
1,6
2

0 1 0  0 
0 0 1 0  
0 0 0 1

0 0 1 1  
0 1 0  1
1 / 0  0 - 0 .

1 0  1 0  
1 0  0 1 
0 1 1 0

1 1 0  1 
1 1 1 0 -  
0 1 1 1

Uwaga: wartości częstotliwości i współczynnika wypełnienia 
sygnału wybiórczego badane są za pomocą węzłów MS1-MSA matrycy 
programujące0» przy użyciu diod /rys. 1/. Czterobitowe ^ciągi 
zerojedynkowe umieszczone tab. 3 oznaczają stany węzłów 
MS1 ~ MS4, przy czym skrajny, lewy bit odpowiada węzłowi MS4, 
następny węzłowi MS3 itd. Wartość 1 oznacza obecność diody w wę 
źle, wartość 0 oznacza brak diody /zgodnie z przykładem z rys. 
1/.

Tabela A, DŁUGOŚCI PRZERWY MIĘDZYSERYJNEJ

Długość przerwy międzyseryjnej Stan węzła PM matrycy 
programującej

4TX 0

8|§ 1

Uwaga: Tj = 1 /fi jest "okresem" sygnału wybiórczego. Wartość ! 
oznacza obecność diody w węźle PM matrycy programującej 
/rys, 1/, a wartość 0 brak diody.
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Tabela 5. DŹWIĘKOWY SYGNAŁ PRZYWOŁANIA ABONENTA

Stany w ęzłćw Postać sekwencji Liczba 
sekwencji

Czas trwania 
tonu [ms]

P1 P2 P3 o

f 1

i
H>

 
J

rv>
 

i

8

0 0 0 + + 3 88

0 0 1 + + + 3 88

0 1 0 + + 4,5 88

0 1 1 + + 4,5 88

1 0 0 + “f* ■ + 2 133

1 0 1 u. -ł- 2 133

1 1 0 + + 3 135

1 - 1 1 + -J. • 3 133

Uv.'aga: jedną z ośmirn postaci sygnału przywołania abonenta, 
uzyskuje się przez programowanie węzłów P1-P3 matrycy progra­
mującej /rys. 1/ przy użyciu diod. Wartość 1 oznacza obecność 
śiody w  węźle, wartość 0 brak diody. Symbole fg = -3 oznaczają 
poszczególne tony sygnału przywołania, mające postać przebie­
gów prostokątnych o współczynniku wypełnienia równym 1 i ok­
resach odpowiednio: Tg = 1536 /us; T-̂  = 1248 /us; = 960 /us; 
i\ - 768 /us. ' 7 '
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C E M l IN STYTU T TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
REJ ESTR-DRIYER MC 751 ON 

MCX 7510

Układ scalony MC 751 ON jest 10-bitowym rejestrem szeregowo-równo- 

ległym zawierającym 10 wysokonapięciowych stopni wyjściowych 

/driverów/. Układ zrealizowano nowoczesną technologią CMOS-DMOS, 

która umożliwia uzyskanie dużej gęstości upakowania i małego 

poboru prądu CMOS-owej niskonapięciowej części układu oraz wy­

sokie napięcie pracy /40 V/ i prąd wyjściowy /40 mA/ części 

DMOS-ęwych. Układ scalony MC 751ON może być wykorzystany w  

głowicach drukarek termicznych, do sterowania wskaźników fluore­

scencyjnych oraz innych systemów wyświetlania informacji.Układ 

montowany jest w  obudowie 1.8-wyprowadzeniowej typu CE-81 /ozna­

czenie MC 7510N/; dostępny jest także w  wersji struktury nie- 

obudowanej jako MCX 7510.'-

° 9  °10 D 0 U DD2 °i B L  °1 °2 °3n n o m n n nn
18 17 16 15 14 13 12 11 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

U  U  L T  U  U  U U  U  T T
°8 °7 ° 6 C

UgS - zasilanie (-)

UDD1 UDD2 " zasilanie (+ )
C - wejście zegarowe

BL - wejście wygaszania

U SS U 0D1S T  °5 °4

ST - wejście strobujące

Dj - wejście danych

D q  - wyjście danych /szeregowe/

CL .. .CLQ wysokonapięciowe 
wyjścia sterujące

Rys. 1. Rozkład i opis wyprowadzeń

W STĘPNA KARTA KATALOGOWA



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE przy Ugs = O, tamb = 25°C
Napięcie zasilania 1 

napięcie z a s n a r n a  Z 

Napięcie wejściowe 

Napięcie wyjściowe 

Prąd wyjściowy 

Temperatura pracy 

Temperatura przechowywania 

Całkowita moc tracona '

U
DD1

"DD2

U.

U
0

L0

'arab.

stg 

' tot

4,5 v 12 V

V

—0,5 + + >̂3

40 V

-40 mA

0 + 70°C 
o

-55 * +125 C 

0,8 W

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE STATYCZNE /t b=25°C, U o C = 0,
amb'

DD1
= 5V, U ^ 0 = 40 V/

'SS

JDD2

Nazwa parametru Symbol T v-k Wartość Warunki
•J ean«

min. typ. max. pomiaru

Napięcie wejściowe 
w  stanie niskim

UIL
V -0,5 - 0,8 -

Napięcie wejściowe 
w  stanie wysokim U IH

V 3,5 - 5,3 ■ -

Napięcie wyjściowe*^ 
w  stanie niskim

U0L
V — - 2,5 IQI =-40 mA

Prąd wejściowy 
w stanie wysokim

R h
^uA — — 100 Uj = 5 V

Prąd wyjściowy \ 
w  stanie wysokim ’ J0H

^uA -100 - - »—i
 «

o
ti 4> O

Rez^-^ancja wyjścio-
R0

kil - - 20 r0 - -i°°f

Prąd zasilania ze 
źródła UDD1 IDD1. mA - - 1,5 mm

Prąd zasilania ze 
źródła IDD2 mA - 2,5 - -

x)
Na wyjściach °1—  °io-

xx)
Na wyjściu DQ ,

^  Obudowa plastykowa CE-81 z wewnętrznym radiatorem.
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE DYNAMICZNE /Ugs - O, UDD1 5 V, 

UDD2 - 40 V ' CL “ 40 PF ’ t amb “ 0 + 70°C /

Symbol
• Wartość ,

Nazwa parametru
J edn.

m m . typ. max.

Wymagany czas opóźnienia 
sygnału C względem ■tcLA ns 2 5 0 - -

Wymagany czas trwania 
impulsu D-j-

%/B ns 500 - -

Wymagany czas .trwania 
impulsu C \ c ns 1 0 0 0 - -

Wymagany czas opóźnienia 
sygnału ST względem C tdD

ns 1 0 0 0 - -

Wymagany czas trwania 
impulsu ST

Czas opóźnienia sygnału

twE
ns 500

na wyjściu 0^.v .0^q 

względem sygnału ST
tdF

ns — 700 1 0 0 0

Czas opóźnienia sygnału
na wyjściu 

względem BL
tdG

ns 300 500

Di

w B

TdA.
ST

rwC

cdD wE 'dD

ł dF rdF

tdG

BU

Rys. 2. Warunki pomiaru parametrów charakterystycznych dy­
namicznych
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OPIS DZIAŁANIA UKŁADU

D0 Dj BL

Rys. 3. Schemat blokowy układu

Na rys. 3 przedstawiono schemat blokowy układu. Układ MC 751 OK 

spełnia .funkcję rejestru-drivera. Przyjmuje i wyprowadza dane 

odpowiednio wejściem i wyjściem szeregowym oraz przetwarza sy­

gnały niskonapięciowe na wysokonapięciowe i wyprowadza je na 

1 0  wysokonapięciowych wyjściach równoległych.

Dane podawane na wejściu Dj /r y s . 3/ wprowadzane są do rejes­

tru przy zmianie stanu logicznego z O na 1 sygnału zegarowego 

na wejściu C.Dane muszą pojawić się na wejściu Dj z odpowiedni® 
wyprzedzeniem czasowym względem sygnału zegarowego /rys. 2/.
V7 takt kolejnych przejść 0 — 1 sygnału zegarowego dane prze­

suwane są w  stroną wyjścia szeregowego DQ . Dane "zero-jedynko- 

we" zawarte w  komórkach rejestru przesyłane są do odpowiednich 
przerzutnikćw, kiedy zewnętrzny sygnał strobu ST jest w stanie 
wysokim. Przerzutniki te mogą przyjmować nowe dane tak długo> 

jak długo utrzymywany jest stan wysoki na wejściu ST. Sygnał



wygaszania EL aktywny w  stanie wysokim umożliwią blokowanie 

oddziaływania sygnałów logicznych przerzutnikćw na stopień 

wyjściowy. Jeśli wejście BL jest w  stanie wysokim /niezależnie 

od danych logicznych w  przerzutnikach/ wszystkie wyjścia ste­

rujące 0^ ♦ 0-jq s% v  stanie wysokim /nieaktywnym/. Po sprowa­

dzeniu sygnału na wejściu BL do stanu niskiego stopnie wyjścio­

we są sterowane przez stany logiczne przerzutników.Stopnie wyj­

ściowe to wzmacniacze,które przy podaniu stanu wysokiego na wej­

ście /niskonapięciowe/ dają na wyjściu /wysokonaoiecicwym/ 

stan wysoki /nieaktywny/ przy'dołączeniu wyjść 0^ . CL.-, po­

przez obciążenie rezystancyjne do wysokiego napięcia zewnę­

trznego U^. Dla przeciwnego stanu na wejściach uzyskuje się 

stan niski /aktywny/ na wyjściach sterujących układu.

Po włączeniu zasilania na wszystkich wejściach układu wymusza­

ne są wewnętrznie stany niskie w  rezultacie zastosowania ukła­

du wejściowego przedstawionego na rys. 4, pełniącego jednocze­

śnie rolę zabezpieczenia przed przebiciem ładunkiem elektro­

statycznym. Na rys. 5 przedstawiono schemat jednego stopnia 

wyjściowego z tranzystorem DMOS z otwartym drenem,Jeśli w  da-

U

W E  fi.

DD1

*

r

~[>0—

uss -
Hys. 4. Schemat układu wej­

ściowego



nej komórce rejestru występuje stan niski, to odpowiadający jej 

tranzystor wyjściowy jest w  stanie niepr.zewodzenia /nieaktyw­

nym/ i blokuje wysokie zewnętrzne napięcie U^. Stanowi logicz­

nemu 1 w  komórce rejestru odpowiada stan włączenia tranzystora 

wyjściowego, przy którym rezystancja wynosi ok. 60 0. przy 

U DD2 “ Zł0 V * TyP°we charakterystyki wyjściowe tranzystora wyj­

ściowego przedstawione są na rys. 6 *

1 2 • 3 UQ [V] j
Rys. 6. Charakterystyki wyjściowe IQ /U / przy różnych w a rto ­

ściach uDD2

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
tel'. 43-54-01
tlx 815647
Cena 60 zł.
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UKłAD PRZETWORNIKA ANALOGOWO-CYFROWEGO

STANOWIĄCY WOLTOMIERZ 3.1/2-CYFROWY MRY 7906N

CHARAKTERYSTYKA UKŁADU

Układ MRY 7906N jest monolitycznym analogowo-cyfrowym układem 

scalonym wielkiej skali integracji, wykonanym w technologii 

CMOS z bramką Al. Zawiera wszystkie elementy aktywne, niezbędne 

do zbudowania 'woltomierza .3 1 /2-cyfrowego, włączając dekoder 

7-segmentowy, drivery segmentów, napięciowe źródło odniesienia 

i zegar.

Przeznaczony jest do nowoczesnych mierników cyfrowych,1.-/ tym 

uniwersalnych mierników kieszonkowych.

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe realizowane jest na zasadzie 

podwójnego całkowania. Każdy cykl pomiarowy podzielony został 

na trzy fazy: autozerowania, całkowania napięcia wejściowego 

i całkowania napięcia odniesienia.

V/ fazie autozerowania wejścia "zimne" i "gorące" zostają począ­

tkowo odłączone od wyprowadzeń zewnętrznych układu i wewnętrznie 

zwarte do analogowego wejścia wspólnego.. Kondensator referen­

cyjny ładuje się do napięcia odniesienia; następnie kondensa­

tor C A//Z jest ładowany dla skompensowania napięcia niezrówno- 

ważenia wzmacniacza buforowego, integratora i komparatora.

V/ fazie całkowania napięcia wejściowego pętla autozerowania zo­

staje rozwarta i linie wewnętrzne wejść "zimnego" i "gorącego1’ 

dołącza się do wyprowadzeń układu. Następnie przetwornik cał­

kuje w ustalonym czasie napięcie różnicowe między wejściami 

"zimnym" i "gorącym". Na koniec tej fazy zostaje określona pola­

ryzacja całkowanego sygnału,.

IN ST Y T U T  TECH NO LO GII ELEKTRONOWE-C E  M l

W S T Ę P N A  K AR TA KATALOGOW A
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R y s . 1. Schemat blokowy części analogowej układu MRY 7906N
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7-segmentOvvy
dekoder

7-segmentowy
dekoder

^segmentowy
dekoder

Latch

Tysiąc Setki Dziesiątki Jednostki

Sterowanie
driverem
z wyjścia ) 

komparatora}

e200

-r 4 Sterowanie

Wewnętrzna masa 
cyfrowa

0SC3

TE
3'

- M

lub \\m w C ImJL> IAC bO 3 y

Rys. k. Schemat blokov/y części cyfrowej układu MRY 7906N
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M fazie całkowania napięcia odniesienia ?/e jście "zimne” zostaje 

’wewnętrznie podłączone do analogowego wejścia wspólnego, a wej- 

ście "gorące" podłączone jest przez uprzednio naładowany kon­

densator referencyjny. Schemat połączeń w układzie zapewnia 

powrót napięcia na wyjściu integratora do zera. Czas tego po­

wrotu jest proporcjonalny do wielkości sygnału mierzonego. Wy­

świetlany odczyt cyfrowy wynosi 1000 •
Napięcie różnicowe może być podawane przy szerokim zakresie 

sygnałów sumacyjnych: od UDQ -0,5 V do Ugg +1 V. W  tym zakresie 

układ zapewnia CMMR równy typowo 86 dB,
Napięcie odniesienia może być generowane w  całym zakresie na- , 

pięć zasilania przetwornika. Dla utrzymania błędu poniżej 0,5 

jednostki należy wybrać dostatecznie duży kondensator C ^ p .  

Wejście wrspólne służy do ustalenia napięcia sumacyjnego przy 

zasilaniu bateryjnym oraz dla każdego układu, w  którym sygnały 

wejściowe płyną w stosunku do napięcia zasilania. ’Wejście to 

ustala napięcie o około 2,8 V niższe od UD D *

’Wyprowadzenie TEST połączone jest z wewnętrznie generowaną ma­

są części cyfrowej układu przez opornik 500Q . Podanie pozio- 

mu UQp na wyprowradzenie TEST wprawia wyświetlacz w stan 1888, 

przy czym na wyświetlacz podawane jest napięcie stałe, co może 

zniszczyć wyświetlacz LCD przy pozostawieniu układu w takim 

stanie na kilka minut.

Częstotliwość sygnałów sterujących segmentami jest równa czę­

stotliwości zegarowej podzielonej przez 800.

Możną zastosować jeden z trzech sposobów generacji sygnału ze­

garowego:

- „zewnętrzny oscylator podłączony do wyprowadzenia 40,

- oscylator piezoelektryczny między .wyprowadzeńiami 39 i 40,
- oscylator RC przy wykorzystaniu wyprowadzeń 38, 39 i. 40. 

Częstotliwość oscylatora dzieloną jest przez 4 dla taktowania 

liczników'. Następnie jest dalej dzielona dla wytworzenia trzech 

faz pomiarowych. Jest to faza całkowania sygnału wejściowego

/1000jednostek/, całkowania sygnału odniesienia /O * 2000 jed­

nostek/ i autozerowania / 1000 + 3000 jednostek/.Faza autozero- 
wania wykorzystuje dla sygnałów' wrejściowych mniejszych niż peł-
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UDO CZ 1 40 ZD 0SC1
D1 d 2 39 z z OSC 2
C1 cz 3 38 =□ 0SC3
B1 EU 4 37 =□ TEST
A1 t= 5 36 z z REF HI
F1 CZ 6 35 zz REF LO
G1 C 7 34 z 1 C+REF
E1 cz 8 33 Z3 C REF
D2 cz 9 32 ZZ COMMON
C2 cz 10 31 ZZ IN HI
B2 A A 1 1 30 Z3 IN LO
A2 c= 12 29 ZD AIZ
F2 cz: 13 28 ZZ BUFF
E2n ' cz 14 27 ZD INT
D3 cz 15 26 =3 USS
B3 cz 16 25 =3 G2
F3 cz 17 24 ZZ C3
E3 cz 18 23 ZZ A3

AB4 cz 19 22 H3 G3
POL cz 20 21 ZZ BP

^DD “ w ejście zasilające /+/; A 1 , B 1 , C 1 , D 1 , E 1 , F1, G1 - wyj­
ścia sterujące segmentami pierwszej cyfry /jednostki/; A2, B2,
C2, D 2 , E2, F2, G2 - wyjścia sterujące segmentami drugiej cyf­
ry /dziesiątki/; A3, B3, C3, D3, E3, F3> Gp - wyjścia sterujące 
segmentami trzeciej cyfry /setki/; AB4 - wyjście sterujące seg­
mentami czwartej cyfry /tysiąc/; POL - wyjście sterujące seg­
mentami "minus"; BP - wyjście na wspólną elektrody wyświetla­
cza LCD; U53 - wejście zasilające /-/; INT - 'wyjście na pojem­
ność Cjkt» “ BUFF - wyjście wzmacniacza buforowego; A/Z - wyj­
ście na pojemność INLO - wejście "zimne"; INHI - wejście
"gorące"; .COMMON - wejście wspólne; C+REF - wyjścia na
pojemność CpppjREF LO, REF HI - wejścia napięcia odniesienia; 
TEST - wejście testowe* wyjście wewnętrznej masy cyfrowej;
0SC1, 0SC2, 0SC3 “ wejścia oscylatora

Rys. 3. Rozkład i nazwy wyprowadzeń układu MRY 7906N
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na skala - impulsy pozostałe po fazie całkowania sygnału odnie­

sienia. Całkowity cykl pomiarowy składa się z 4000 impulsów. 

/16000 impulsów zegarowych/. Dla trzech pomiarów na sekundę 

częstotliwość oscylatora powinna wynosić 48 kHz.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania UDD + Ugg U 15 V

Wejściowe napięcie^analogowe 
/na każdym wejściu ‘V h U ~ U

USS ' DD

Wejściowe napięcie 
odniesienia UREF

U - U 
USS * DD

Napięcie na wejściu 
oscylatora 0SC1

UCLK
U - u 
TEST ' DD

Temperatura otoczenia 
w  czasie pracy

^amb 0 t 70 °C

Temperatura
przechowania

t s t .S -55 r +125 °c

U

Um

Um

1 ■ 1- 11 i - ni ■
Okres 1 Okres ‘ Okres całkowania

aulozerowania . całkowania | napięcia odniesienia 

|
1 sygnału WE 
1

—
k X.
i X \
1 \  X" "  1" 1T ]

Jina-Rjirin-.
Siata liczba Liczba cykli zegarowyc 

cykli zegarowych proporcjonalna do

Rys.4. Przetwarzanie A/C m e t o d ą‘czasową z podwójnym całkowaniem

K Hlapięcia wejściowe mogą przekroczyć napięcie zasilania pod 
warunkiem ograniczenia prądu do * 100yuA.



~ 7 -
u

R1 R 5 v  
24 kQ 1M< 5 
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1k

■m-9V

2.<lU/vto JM R4 U i C2 C3 1

AW$vaV

; *m
i «N 5Yl< i W/ i i osc'

V 2U 15 k Win Oflft

l l M H H
Wyświetlacz
cJb chi

O

MRY 7906

CM

O
CM

O  O  co <  u. <  U. UJ O  CD U

rj v.-V.: 'Wyświetlacz . •• .i: • B iz i?

Rys. 5* Schemat aplikacyjny układu MRY 7906N

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CRARAKTERYSTYCZNE /mierzone w  układzie jak 

na rys. 5, przy tamb = 25°C i fCLK = ^8 kHz,o ile nie podano inaczej/

Nazwa Sym­
Jedn.

Wartość
Warunki pomiaru

oarametru bol m m . '■typ. max.
f Ź .'5~ A 6 7

V7s kazanie prz} 
zerowym sygnale 
wejściowym

odczyt
cyfro-
Wy' -000,0 10 0 0 ,0 +000,0

Uj = 0,0 V 
Pełna skala = 
= 200,0 mV

Pomiar ilora­
zowy

odczyt
cyfro-
vjy 999

999/
/ 10 0 0

1000
Ul = u ™
UREP = ^ > 0 , 0  mV

Błąd niesymetri 
charakterystyki 
./Rollover Error

i

/ - 1 +1
-Uj = +UT = 
~  2 0 0 ,0 mV

Bł^d nielinio­
wości charakte­
rystyki - 1

* +1

Pełna skala =
= 200,0 mV lub 
pełna skala 
= 2,000 V

Współczynnik 
tłumienia syg­
nału wspólnego CMR ł /uV/V

I7
* 50

U aA = +1 V, U t = 
= 0 V
pełna skala =
= 200,0 mV



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c.d.
1 2 .. . .. 5 "4--- 3 6 7

Prąd upływnoś- 
ci wejściowej T

IB
pA 10 ux = 0 V

Współczynnik 
zmian tempera- 
turowych wska­
zania zera ^uV/°C

- 1

U-j- = 0 V

0Oc < \ mb < 70Oc
Niestabilność 
temperaturowa , 
współczynnik 
przetwarzani a PPtn/°C 5

U r = 199,0 mV 
0°C< t . <  70 C 
zewn. źroało odnie­
sienia^
0 ppm/ C

Prąd zasilania IDD
mA 0 ,8 1 , 8 u r * = 0 ~v

Wewnętrzne na­
pięcie odnie­
sienia /w sto­
sunku QO Uq D/ U Ć0MMÓN

V 2,4 • 2 , 8 3,2
25 k d  .pomiędzy 
C0MMON i UDD -

Współczynnik 
temperaturowy 
zmian wewnę­
trznego napię­
cia odniesie-
n j Oj

ot

UC0MM0K
■ppm/°C

3

80
3

25 k £  pomiędzy 
COMMOM i UDD '

Napięcie ste­
rujące segmen­
tami w y ś w i e t ­
lacza LCD V 4 5 6 U = 9 V

Napięcie steru 
jące wspólną 
elektrodą wyś­
wietlacza LCD V 4 5 6 U  = 9 V

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa

Druk ZOINTE ITE zam. 7 4 / 8 7  n.300 
PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE

tel. 435^01 
tlx 815647

Lipiec 1957 
Cena 80 z!
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DI 0 Di PO DC ZE FI WONI AQYP 10F

Dioda elektroluminescencyjna z GalnAs/lnP wykonana techniką 

w ielowarstwowe j epitaksji .jest przystosowana do połączenia 

ze światłowodem o aperturze numerycznej NA = 0 , 2  i średnicy 

rdzenia 0r 50 /im. Może być stosowana w światłcwodowych łączach 

telekomunikacyjnych średniego i dalekiego zasięgu.

PARAilETRY DOPUSZCZALNE

Natężenie prądu przewodzenia 

Napięcie wsteczne 

T emperatura o budowy 

Te r p eratura orzec howywan i a

°R
-1-o
C3.S0

tstg

100 
■ 2 

-30 + +50

-40 +70

Or<O

W S T Ę P N A  K AR TA KATALOGOWA
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYC ZNE

Nazwa Symbol J edn.
'darto ść War unie i I

parametru
i min, | typ. max.

pomiaru |

| Moc promieniowania Pe
p  V/ 10 1 2 - Ip =100 mA j 

‘ »

| Napięcie 
: przewodzenia 'V

V - - 2

«

11 =  100 mA
r

1
t Pr ad -wsteczny
1 ’/
i Długość fali odpo~

pA - - 500 UR = 2 V

I
I

| wiadająca maksimum
; gęstości mónochro-

■ ■
j matycznej mocy pro- 
\ mienionania A

P
•

nrn 125 0 1300 1330 I„ =100 mA | 
1 !

i

! Szerokość połówkowa
•• t

i
| widma promienie-

a A  _  
0,5

?

[ wąnia 
i

nra — 105 115 IF =100 mA i

| Czas narastania i l
| opadania impulsu
1 urom i eniewania 
< *

tr ’ x f
ns

■.

- 9 10 Ip = 10 0 mA

•
| Trwałość określona - ■ .

1
.

■ !
I spadkiem mocy pro- ;

1S mieniowania do po- ¡■r j
j łowy wartości po-
1 cżątkowej t V a h 1 0 4 ~ - I p =  100 mA | 

u
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IN ST Y T U T  TECH NOLO GII E L E K T R O N O W E J

DIODA PODCZERWONA CQYP 07F

Dioda podczerwona z CaAs/AlGaAs o konstrukcji krawędziowej po­

łączona ze światłowodem telekomunikacyjnym c średnicy rdzenia 

<J)r = 50yum i aperturze numerycznej NA = 0,2, Może być stoso­

wana w  łączach światłowodowych krótkiego i średniego zasięgu.

Rys. 1 Schemat i .fotografia diody COYP

K AR TA  K A T A L O G O W A



WARTOŚCI DOPUSZCZALNE PARAMETRÓW

Prąd przewodzenia 

Napięcie wsteczne 

Temperatura obudowy 

T erap.eratura pr z e ch dwywa ni a

U.R

case-

'stg

2
-40 + +55 

-40 + +70

100

V

mA

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t = 25°C/

Nazwa parametru Symbol J edn.
Wartość

Warunki pomiarumin. typ. max.

Moc opromieniowa- 
nia^ P

e
yUW 17 20 Ip = 100 mA

Napięcie przewo­
dzenia

UF V 2 2 , 8 Ip *= 100 mA

Częstotliwość
graniczna f

g
MHz 30 35 IpM = 100 mA

Długość fali od­
powiadająca mak­
simum charakterys­
tyki widmowej

XP nm 800 835 870 Ip = 100 mA

Szerokość połów­
kowa widma pro­
mieniowania

*0,5
nm 4 40 80 . Ip = 100 mA

Pojemność całko­
wita

Ctot pF mm mm 300 U R = 0, f=1 MHz

Moc promieniowania wychodząca ze światłowodu o średnicy 
rdzenia 0 r = 50^um i aperturze numerycznej NA = 0,2«
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Rys. 2 Charakterystyka prądowo~napięciov/a

Rys. 3 Zależność dopuszczalnego prądu przewodzeni a od tempera­
tury obudowy



A)(100- P

Rys. 4 Zależność mocy prom!eniowania od prądu przewodzenia

P e ( M  
1 Q [jedn. wzglj

780 800 820 840 860 880 900 320 940' 
Rys. 5 Charakterystyka w.idmov.fa

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTROMOGEJ

Al. Lotników 32/46 v, n .. ,
02-663 Warszawa Druk ZOINTE ITE za. \ / W 37. u ot-

Tl* 815647 
Tel.435401

Maj 1937 r. Parametry i obudowa
i,n mogą ulec zmi uieuena AO J » .
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IałalllNSTYTUT TEC H N O LO G » E L E K T R O N O W E J

TELEMETRYCZNA DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA CQYP 28

Dioda elektroluminescencyjna z GaAs/GaAlAs jest wykonana tech­

niką wielowarstwowej epitaksji, zmontowana w obudowie metalowej 

hermetyzowanej żywicą epoksydową i przeznaczona do pracy jako 

źródło promieniowania podczerwonego w dalmierzach optoelektro­

nicznych,

Rys, 1, Dioda elektroluminescencyjna CQYP 28

W S T Ę P N A  K AR TA  KATALOGOWA
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Prąd prz ewódzenia

Szczytowy prąd przewodzenia 
/V’3póiczynnik wypełni.enia< 0,5/

Napięcie wsteczne

Całkowita moc wydzielana

Temperatura obudowy '

T esiperatuPa przechowywania

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PARAMETRÓW

“FT-I

U,
R

toi

case

'stg

100 mA 

200 mA

2 V 

250 mW 

-40^+55 °C 

-40v-f-70 °C

Rys, 2 , Cha rakt ery styka prąiówo^napięeiowi
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Prqd przewodzenia Ip [mĄ]

Rys* 3, Charakterystyka mo- 
' cowc-prądcwa

go,3

Rys

-40 -20 0 20 40 60
Kqt promieniowania [stopień]

, 4, Charakterystyka ką­
towa promi enibwania

'u O

! p [mA]

ĉgsg^C]

Rys, = Zależność prądu przewodzenia od temperatury obudowy



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t = 25°C/' case '

Nazwa parametru Symbol Jedn. Wartość Warunki

mi n » "typ. max. pomiaru

Moc promieniowania" '7 

Maksymalna różnica faz

Pe 

A 0

juW

cm

200 500

2

Ip = 100 mA 

Ip = 100 mA 

f = 15 MHz
Napięcie przewodzenia u p V - - 2,5 Ip = 100 mA

Prąd wsteczny
E V A - - 100 Nr ^ 2 V

Pojemność całkowita
Ctot^ pF - - 800

Ur = 0
f = 1 MHz

Częstotliwość graniczna f cro MHz ' 25 - ~
-pM = ^  ^

Długość fali odpowia­
dająca maksimum chara­
kterystyki widmowej k

nm - 890 - Ip = 100 mA

Szerokość połówkowa 
widma promieniowania

m

'
<j

i

nm - 45 Ip = 100 mA

Moc promieniowania wychodząca ze światłowodu o apretu-

rze numerycznej Na = 0,5 i średnicy rdzenia 0r = 200 jam.

INST.TUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46 
02-660 Warszawa
Tlx. 8 15 6A7 Druk ZOINTE zam, '¡'.2/87 n /O'00
Tell 435401
Maj 198?
Cena 40 zł ' PRAWO REFRpDIJKCJI ZASTRZEŻONE



C E M I IN ST Y T U T  TECH NOLO GII E L E K T R O N O W E J

Fotodioda czterosegmentowa BPYP 17

Fotodioda BPD? 17 /EPYP 17/ jest krzemową epiplanarną fotodiodą 

PIN /p+ - 7 -n+/ o dużym polu powierzchni światłoczułej /'\ crn /. 

Powierzchnia światłoczuła fotodiody ma kształt koła podzielo­

nego na 4 równe części /segmenty/. Montowana jest w obudowie 

m e ta lo w o -plastykowej z płaskim oknem szklanym. Wymiary obudo- 

vry pokazano na rys. 1 , a układ wyprowadzeń na rys. 2 .

Fotodioda BPDP 17"/BPYP 17/ może być stosowana do detekcji pro­

mieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni, a w szczegół-

maxS,5..

Rys, 1. Wymiary obudowy fotodiody BPDP 17 /BPYP 17/

K A R TA  K A T A L O G O W A
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ności promieniowania emitowanego przez półprzewodnikowe foto- 

emitery z GaAs i GaAlAs / A  =0,8-0,9 /um/ i lasery neodymowe 

/a =1,06 ^um/ .
Fotodioda BPDP 17 /BPYP 17/ przeznaczona jest do detekcji poło­

żenia plamki świetlnej, kąta padania wiązki promieniowania, 

równomierności oświetlenia i w innych układach automatyki i ste­

rowania ,
1 2 ' 3 4

0 0

5

Rys. 2, Układ wyprowadzeń fotodiody BPDP 17 /BPYP 17/

c 1

Ijedn.wzgl]
' 0.8

900 1000 1100

3. 'względna charakterystyka widmowa czułości fotodiod
BPDP 17 /BPYP 17/



-0,5 -0,3 -0,1 0 0,1 0,3 0,5
x [mm]

Rys. 4, Zależność prądu fotoelektrycznego od położenia plamki
świetlnej

Plamka świ

0,6

IpfpA]

0,5

0,4

0,3

jp  Segment 1

Segment 1

BPDP-,7

Segment 2
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WARTOŚCI DOPUSZCZALNE PARAMETRÓW

Napięcie wsteczne 

Moc całkowita

Gęstość prądu 
fotoelektrycznego

U
R

toi

100

2

5

V

W

t -50Ą+70caseTemperatura obudowy 

Temperatura przechowywania ^stg ~50~+85

mA/ 2 
mm

'C

Jc

c
[PF]

...... "  I
t .

V BPDP-17

{__
mmi»' OCKSBSCMCSlMnBafl

UR iS'1

Rys. 5. Charakterystyka pojemńościowo-napięciowa fotodiod
BPDP 17 /BPYP 17/



' r-«pAM^ppvv CPĄR4KTERYSTYCZN3 /t , - 25°C/ * — " " 3. txi o

Nazwa parametru Symbol
Wartość Warunki^ \ 

pomiaru JJ g ¿n 0
min. typ. . max.

Widmowy zakres pracy >^s1 , As2 ^ura 0,4-1 , 1 0,35-1,15 - SX1,2=0>-SAS

Czułość na promieniowanie q A/W
0,50 0,55 ■ 0 X =0,9 ,um

mono chromaty c zne
0,13 0,18 - k =1 ,06 yum

Niejednorodność czułości ^  sA % - -2 -7 0^  = 0 , 1 mm

Współczynnik przesłuchu między 
segmentami

Pnm % - 0,5 5 -

Czas narastania impulsu prądu 
fotoelektrycznego

4-
r ns - 8 12 RL = 50Q 

X= 0,9 /um

Czas opadania impulsu prądu 
fotoelektrycznego

tf
ns - 14 20 rt = 50Q 

X= 0 ,9 /urn

Szerokość \ obszaru' rozdzielającego 
segmenty '

1 mm - 0,3 0,51 0 '= 0 , 1 mm

3T
Ciemny prąd wsteczny IR0 nA - 350 2500 —

....  • 3 )
Pojemność całkowita ' Ctot

pF - 20 30 f = 1 WHz 
F e ' = 0

= 45 V. ^ R y s .  4. ^ D l a  1 segmentu. ^ 0  - średnica plamki świetlnej.
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IN STYTU T TECHNOLOGII ELEKTRO N O W EJ

FOTODIODA LAWINOWA BPYP 53F

Fotodiodą lawinowa BPYP 53F optymalizowana jest do zastosowania 

\r da|mierzach optoelektronicznych pracujących dla ^ = 0 ,8 + 0,9 jim. 

Charakteryzuje s i ę •bardzo dużym wzmocnieniem i dużą szybkością 

działania.

PÁfiAMSTRY. -DOPUSZCZALNE '

Moc całkov;ita ^to':_ 0 > 1 '''

Całkowity prąd wsteczny 1 -,̂  10 /jA

Teino er atura obudowy tM c ,̂  -25 + +50 °G

Temperatura 0
prz echowywania ^"sta- "^'0 + +55 C

Anodo
pomoczona z masg 

obudowy

m
o  <- 
o  o+ i 

C O
*0-

RySo 1* Obudowa

W S T Ę P N A  KARTA KATALOGOWA



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa Symbol Jedn.
Narto

r *
SC

Warunki pomiaruparametru
min. typ. max.'

Napięcie
wsteczne UR

V 100 200 230
G dla I,T =
P - 1 2  -l/2 

= 3*10 A* Hz 17

Ciemny prąd 
■wsteczny iR0

nA - 5 100

Ô 
- ii —i. o o

Wzmocnienie
sygnału G

P
100 400 - I^p3 '1 0“1 2 A'Hz~1//2

Napięcie prze­
bicia .1 av; i now ego

U (BR)
V -- 220 260 ^R = 1

Czułość na pro­
mieniowanie mono 
chromatyczne  ̂ SA

A/W 20 27 Gp = 100

Pojemność
całkowita

Ctot
pF - 2 2,5

f = 1 MHz 
UR = 100 V

Czas narastania/ 
opadania impulsu 
prądu fotoelek- 
trycznego tr/tf ns 2

. RL = 5 0 0  

X - 900 nm

Współczynnik tem 
peraturowy napię 
cia przebicia

’* t
y/K - - 0,9 IR  = 1 ,-A

INSTYTUT TECHNOLOGII 'ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tal. 43-54-01 
tlx 315647

Lipiec 1987

Cena 20 ii DRUK ZOINTE ITS z ara, 70/3? n,0A?(?

PRANO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



m m  i n s t y t u t  t e c h n o l o g i i  e l e k t r o n o w e j

DIODA S C H O M K Y  'EGO BA.P 280

BAP 280 jest krzemową diodą Schottky'ego w obudowie plastyko­

wej OE57 /SOD 23/. Dioda ta przeznaczona jest głównie do 

pracy w mieszaczach w paśmie do 1 GHz. Może być również stoso­

wana w detektorach i szybkich układach przełączających.

Na życzenie odbiorców diody mogą być segregowane na dwie grupy 

B i R ze względu na pojemność oraz dobierane parami lub ozwór- 

kami.

13+G5
-1 tn

§-H(N
a

8
E m

.c5

U
X max4,1 „
e

Wymiary obudowy plastykowej 0537

W S T Ę P N A  K ARTA KATALOGOWA
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Prąd w kierunku przewodzenia 1^ 30 mA

Temperatura złącza t^ 100 °C

Temperatura pracy ^amb “ +85 °C

Temperatura przechowywania ^stg *" +100 °C

ELEKTRYCZNE PARAIviETRY CHARAKTERYS TYCZNE

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Nazwa parametru Symbol Jedn..
Wartość Warunki
min. max. pomiaru

Napijcie w kieiunku 
przewodzenia

V 0,6 I„ = 10 mA 
P

Napięcie wsteczne UR
V 4

ioX—II

Prąd wsteczny

Pojemność dla pod- 
typóws

BAP 280

L
nA 250

1,5

UR = 5 V

SAP' 2S0R 

SAP 280B
Ctot

pP 1 , 1 1,5

1 , 2

UR.= 0 
f = 1 KHz

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/4-6 
02-668 Warszawa

t°l 435401 • i
t1 v* 8156A7 Druk ZOINTE ITE “f/-/87 n. Z O Ctlx 815647

Cena 20 zł 
kwiecień 1987

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE
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iissn IN ST Y T U T  TECH N O LO G U  E L E K T R O N O W E J

DIOOA SCHOTTKY^EGO BADP 17

Krzemowa dioda z barierę Schottky'ego typ BADP 17 przezna­
czona jest głównie do pracy w mieazaczach w paśmie UHF. Może 
być r ó w n i e ż  stosowana w detektorach i szybkich układach prze- 
łęczajęcych. Dioda ma obudowę plastykowę CE45 f / prze- 
znaczonę do montażu w układach hybrydowych,

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYONE

Napięcie wsteczne 
Pręd przewodzenia 
Temperatura złęcza 
Temperatura przechowywania 
Temperatura otoczenia

U 4 V.
I 30 rn A

rt 
rt t-* 
*n

+ 100 °C
-55 ł +125 °Cs tg

f amb -55 f +100 °C

• BADP 17 BADP 17 ii

L — A

2,2
2 A ““

3 K K

Odpowiednio zwymiarowany rysunek obudowy

K A R TA  K A T A L O G O W A



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Parametr Symbol Jedn. Wartość Warunki
min. typ. max. ppmiaru

Napięcie prze­
wodzenia UF mV - - 470

600
IF a 1 mA 
Ip'» 10 mA

Napięcie prze­
bicia UBR V 4 - - IR n 10yjA

Pręd wsteczny rR nA Kr» 250 UR - 3 V

Pojemność cał­
kowita Ctot PF - w 1 . 2

U » 0 fR B 1 MHz

Rezystancj a 
dynamiczna rT Si - - 10

Ic ® 10 mA fh o 1 MHz

Współczynnik
szumów F dB - 6 -

4f a 800 MHZ

m)
Moc oscylatora lokalnego Pn " 2 mW, szumy wzmac-

niacza pośredniej częstotliwości F^ 
przy f * 30 MHz.

P f C Z

,cz <  1 ‘ 5 dn'

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa < .

tel. 435401
tlx. 815647 DRUK ZOINTE ITE zam. n.iO'Q
wrzesień 1986
Cena zł 20 PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



WARAKTOR BXDP 43

Waraktor BXDP 43 Jest diodą o'zmiennej pojemności wykonaną w  

technice mesa z krzemu“ ąpitaksjalnego. Przeznaczony Jest do 

pracy w  powielaczach częstotliwości w  zakresie do 1 GHz.

jgdllN STYTU T T E C H N O L O G » E L E K T R O N O W E J

H-!
«O , P

3
i

H '*2.
*s,

Rysunek obudowy

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napięcie wsteczne U R
90 V

Całkowita moc rozproszona Ptot
4 W

Temperatura złącza p-n * J
150 °C

Temperatura przechowywania t stg -55 r +100 °c
Temperatura pracy ^amb - 5 5 - +100 °c

K A R TA  K A T A L O G O W A
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PARAMETRU CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru Symbol J edn.
Wartość Warunki

min. max.
pomiaru

Napięcie przebicia U BR V 90 - -

Pojemność złącza p-n
C3

pF 8 10 UR = 6 V

Stosunek pojemności C1 - 2 - C^ przy UR=0

C2 C2 przy Ur=6V

Całkowita moc rozpro­
szona Ptot

W '4 —
P tot" UF*TF

Częstotliwość
odcięcia fco GHz 15 — UR <= 6 V, 

f = 3 GHz

Rezystancja
termiczna

R ,, . 
thj-c °c/w - 18 -

Szeregowa induk- 
cyjność zastępcza L s nH 1 , 2 1 , 8 -

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa

tel. 43-54-01 
tlx 815647
Cena 20 zł. i f
Styczeń 1986 DRUK ZOINTE ITE zam. 46/86 n. 500

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE
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IN ST Y T U T  TECH NO LO GII E L E K T R O N O W E J

WARAKTOR BXDP 44

Waraktor BXDP 44 Jest diodą o zmiennej pojemności"wykonaną w 

technice mesa z krzemu epitaksjalnego. Przeznaczony Jest do 

pracy w powielaczach częstotliwości na pasmo S.

a
3 Q- ■Kl StT i

10-0.1
19,810.3

Rysunek obudowy

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napięcie wsteczne UR
60 V

Całkowita moc rozproszona Ptot
2 W

Temperatura złącza p-n 150 °C

Temperatura przechowywania t stg
- 5 5 f +100 °C

Temperatura pracy ^amb
-55 r +100 °C

K A R TA  K A T A L O G O W A
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE '

Nazwa parametru Symbol J edn.
Wartość Warunki

min. max. pomiaru

Napięcie przebicia U BR V 60 - -

Pojemność złącza p-n
.

•. pF 2,5 3,5 UR - 6 V, 
f » 1 MHz

Stosunek pojemności
C1

C2 .
- ■ 2 - C 1 przy UR=0 

C 2 przy UR<=6V

Całkowita moc roz­
proszona

^tot . W 2 -
Ptot“V  TF

Częstotliwość odcię­
cia fco GHz UR « 6 V, 

f = 3 GHz

dla podtypu 
BXDP 44A 40

dla podtypu 
BXDP 44B 50 —

dla podtypu 
BXDP 44C 60 _

Rezystancja ter­
miczna RthJ-c

o
o > - 55 -

Szeregowa induk- 
cyjność zastępcza Ls nH

1,5 1,8 -

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tlx 815647

Cena 20 zł

Styczeń 1986 DRUK ZOINTE ITE zam. 46/86 n. 500

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE
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V/ARAKTOR BXDP 45

Waraktor BXDP 45 Jest krzemową diodą o zmiennej pojemności 

wykonaną w  technice epiplanarneJ. Przeznaczony Jest do pracy 

w  powielaczach częstotliwości na pasmo S.

Rysunek obudowy

K AR TA  K A T A L O G O W A
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PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napięcie wsteczne UR-
60 _ V

Całkowita moc rozproszona
Ptot

2 W

Temperatura złącza p-n U
t stg

150 . °c
Temperatura przechowywania -55 f +125 °c

r\
Temperatura pracy 

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

^amb -55 + +100 C

Nazwa parametru Symbol J edn.
Wartość Warunki

min. ' max. pomiaru

Napięcie przebicia U BR
• V 60 - -

Pojemność złącza p-n 

Stosunek pojemności

Cd

C1

C2

pF 2,5

2,3

3,5 f « 1 MHz 
UR . 6 V

C 1 przy UR=0 
C 2 przy UR=6V

Całkowita moc roz­
proszona Ptot W 2 -

Ptot - V XF

Częstotliwość od­
cięcia

fco
GHz UR » 6 V, 

f = 3 GHz

dla podtypu 
BXDP 45A 40

dla podtypu 
BXDP 45B 50 . .

dla podtypu 
BXDP 45C

•

60 — -

Rezystancja termiczna
RthJ-o

o
o > - 40 -

Pojemność rozproszona
CP

pF - 0,25 f - 3 GHz

Szeregowa indukcyj- 
ność zastępcza

nH - 0 , 8 f = 3 GHz

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01 
tlx 815647
Cena 20 zł / .
Styczeń 1986 DRUK ZOINTE ITE zam. M b /86 n. 500

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE
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M I N S T Y T U T  TECH NO LO GII E L E K T R O N O W E J

DIODA ŁADUNKOWA BXDP 84

Dioda BXDP 84 jest krzemową diodą ładunkową o konstrukcji typu 

mesa z obszarem aktywnym pasywowanym tlenkiem termicznym. Obu­

dowa ceramiczno-metalowa 0C4 lub 0C4p. Dioda jest przeznaczona 

do generacji harmonicznych.

Obudowa diody ładunkowej EXDP 84

Anoda 0C4p

K A R TA  K A T A L O G O W A



(
Napięcie wsteczne 

Całkowita moc rozproszona 

Temperatura złącza 

Temperatura przechowywania 

Temperatura pracy

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
lIR 75 V
Ptot 4 W

150 °c
t stg' -55 r +125 °c

r\
^amb -55 f +100 °c

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru Symbol J edn. Wartość Warunki
pomiarumin. max.

Napięcie przebicia
UBR

V 75 - I r =» 10 .̂lA

Pojemność złącza
Cd

pF 5,5 7 UR
= 6 V

Częstotliwość odcię­
cia fco GHz 30 -

UR
= 6 V,

f « 3 GHz

Całkowita moc roz­
proszona Pt.ot

W 4 -
PtotBUF * IF

Rezystancja termiczna R . V, .
thj-c

°c/w - 30 < 4  W

Pojemność rozproszona C
P

pF - 0,25 f = 3 GHz

Szeregowa indukcyj- 
ność zastępcza L s

nH - 0 ,8 f = 3 GHz

Czas przejścia ns - 0 ,8
t f

= 10 mA,

UR
= 10 V

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ 
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa .

tel. 43-54-01 
tlx 8 1 5647
Cena 20 zł

Styczeń 1986 DRUK ZOINTE ITE zam. ¿ 6/86 n.50<

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



KARTY_V/YDANS_Wm OSTATNIEJ_ÇHWILI

MCY 74008N
64008N

4-bitowy pełny sumator równoległy 60 zł

MCY 74016N 
64016N

Bilateralne klucze analogowo-cyfrowe 
MOS. Poczwórny klucz analogowy/multi- 
plekser 60

»

zł

MCY 74046N
64046N

Pętla synchronizacji fazowej /PLL/
120 zł

MCY 74059N
64059N

Programowany dzielnik częstotliwości
100 zł

MCY 74093N
64093N

Bramka logiczna CMOS - czterokrotna 
dwuwejściowa bramka NAND Schmitta 80 zł

MCY 74094N 8-bitowe szeregowo-równoległe i sze-
¿4094N regowo-szeregowe statyczne rejestry

przesuwające CMOS 100 zł

BADP 17 Dioda Schottky’ego 20 zł



WYKAZ KART INFORMACYJNYCH WYROBOW I OPRACOWAŃ ITE 

do nabycia w  ZOINTE*/

Układy mikroprocesorowe 1 pamięci półprzewodnikowe

SIM 51 Symulator programowy układu HCY 76c31 AO zł

Uniwersalny system mikroprocesorowy z mikroprocesorem 
8-bltowym **0

MCY 7880N Układ 8-bitowego mikroprocesora 720

MCY 7855N Programowalny równoległy układ wejścia-wyjścia 200

MCY 7851N Programowalny komunikacyjny układ wejś c i a / w y j ­
ścia 300

MCY 780AN XX A-bitowy mikrokomputer Jednostrukturowy AO

MCY 7102N A,B,C,D Pamięć statyczna RAM 1k 60

MCY 711AN Pamięć statyczna RAM 102A x A bity 60

MCY 730AN XX Pamięć stała ROM Ak 60

MCY 730AN AA Generator znaków alfanumerycznych 20

MCY 730AN AB *’ 20

MCY 730AN AC '' 20

MCY 730AN AD ’’ 20

MCY 7316N XX Pamięć stała ROM I6k 60

MCY 7316N AB Generator znaków alfanumerycznych Ao

MCY 7316N AE '• AO

MCY 7316N AJ "  AO

Metodyka programowania pamięci stałych ROM Ak 1 16k AO

MCY 761AN UART - uniwersalny asynchroniczny nadajnik -
- odbiornik 1A0

MCY 7620N Programowany dzielnik częstotliwości 60

UCY 7ASA02J Kontroler pamięci dynamicznej RAM 1AO

UCY 7ASA05N Dekoder binarny 1 z 8 do mikroprocesora
MCY 7e80N 60

UCY 7ASA12N 8-bltowa brama wejście-wyJście 120

UCY 7ASA1AN Kontroler priorytetu przerwań <80

UCY 7ASA16/A26N A-bitowy nadajnik/odbiornik szyny danych 60

  ----
' Pełny a d r e s ;
Instytut Technologii Elektronowej 
Zakładowy Ośrodek Informacji 
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 
Dział Informacji i Dokumentacji
Al. Lotników 32/A6 /bl.VI, pok.110, lei.A33AOl...9 w.ApC/ 02-b6e Warszawa
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UCY 74S418/419N Kontroler szyny systemowej wieloproceso­
rowych systemów mikroprocesorowych 120 zł

UCY 74S424N Generator Impulsów zegarowych dla mikropro­
cesora MCY 7880N 60 zł

UCY 74S428 Kontroler systemu i dwukierunkowy bufor
dla magistrali danych 100

UCY 74S287 Bipolarna pamięć programowalna o organizacji
256 x  4 /PROM/ 60

UCY 74S482/483 8-bitowy rejestr/bufor szyny danych 80

UCY 74S484N Generator impulsów zegarowych do sterowania
jednostki centralnej mikroprocesora 8086 80

UCY 74S486/487 8-bitowy nadajnik/odbiornik szyny danych 80

Układy zegarowe

MC 1201N Układ zegarowy 20

MCX 1201 Układ zegarka elektronicznego 20

MC 1202N/J Układ zegarka elektronicznego 60

MCX 1202 Układ zegarka elektronicznego do współpracy
z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 40

,V‘U Programowany zegar elektroniczny do radio-

1203BN odbiornika 80

Zalecenia aplikacyjne dla układów zegarowych M C  1203N 
i MC 1206N 40

MC 1204N Układ zegarowy 80

MC 1205N Programowany zegar elektroniczny 100

MC 1206N Zegar elektroniczny do radioodbiornika 100

MC 1210N Układ do zegara analogowego 40

MC 1211N Układ do zegara analogowego z alarmem 40

MC 1212N Układ do analogowego kwarcowego zegara sterującego 40

Układy kalkulatorowe

M C  14008N Układ kalkulatora inżynierskiego 40

MC 14009 Układ kalkulatora naukowego 60

MC 14010N Układ pamięci buforowej 40

MC 14011N Układ programatora do kalkulatora programowanego 40

MC 14013 Układ kalkulatora do współpracy z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym 40

Profesjonalne układy CMOS 

MCY 74XXXN Układy logiczne CMOS



MCY 74000N Bramki logiczne CMOS cena 100 zł
74001N 
74002N 
74011N 
7 4 0 12N 
74023N 
74025N 
740 7 1N 
74072N 
74073N 
74075N 
7 4 0 8 1N 
74082N

M CY 74007N Dwukrotna para komplementarna z inwerterem 80

MCY 74008N 4-bitowy pełny sumator równoległy 60

MCY 7 4 0 13N Przerzutniki CMOS • 40
74027N

M CY 74016N Bilateralne klucze analogowo-cyfrowe MOS
Poczwórny klucz analogowy/multiplekser 60

MCY 74017N Synchroniczne liczniki CMOS 140
74022N

MCY 74019N Poczwórny dwukanałowy selektor danych/multi­
plekser/ 60

MCY 74020N 14- i 12-stopniowe liczniki binarne CMOS 80

MCY 74028N Dekoder kodu B C D  na kod dziesiętny 100

MCY 74029N 4-bitowy uniwersalny licznik CMOS 80

MCY 74030N Czterokrotna bramka exclusive -OR, -NOR 20
74077N

MCY 74035N Czterobitowy uniwersalny rejestr przesuwający 100

MCY 74046N Pętla synchronizacji fazowej /PLL/ 120

MCY 74047N Monostabilne i astabilne multlwibratory CMOS 120

MCY 74049N Sześciokrotne bufory CMOS 40
74050N

MCY 74051N Układy multiplekserów/demultlplekserów CMOS 120
74052N 
74033N

MCY 74059N Programowany dzielnik częstotliwości 100

MCY 74C60N 14-stopniowy asynchroniczny licznik binarny1
z oscylatorem 100

MCY 74066N Bilateralne klucze analogowo-cyfrowe CM03 40

MCY 74069N Sześciokrotny inwerter CMOS 60

MCY 740931'! Bramka logiczna CMOS: czterokrotna dwuwejśclowa
bramka NA1ID Schmitta 60
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MCY 74094N 8-bitowe szeregowo-równoległe i szeregowo- 
-szeregowe statyczne rejestry przesuwają­
ce CMOS cena 100 z

MCY 740102N 8-stopnlowe synchroniczne rewersyjne licz-
740103N niki CMOS 60

MCY 740 1 14N Pamięć statyczna RAM-CMOS 64 bit y  80

MCY 74518N Synchroniczne liczniki CMOS 100
74520N

M CY 74541N Ti m e r  programowany 80

MCY 74724N Ośmiobitowy adresowalny przerzutnik typu za­
trzask /latch/ \ 20

Układy scalone - różne

U L  1621N Dekoder sygnału stereofonicznego 60

U L  1958 Układ elektronicznego przestrajania kanałów
w  odbiornikach radiowych i T V  40

ULY 7934J Driver - sensor 80

MRY 7906N Układ przetwornika analogowo-cyfrowego stano­
w ią c y  woltomierz 3 1 / 2  cyfrowy 80

MC  1930G Nadajnik impulsów wybiórczych i sygnalizator
przywołania abonenta 120

MC 1024N Układ nadajnika zdalnego sterowania 40

MC  1025N Układ odbiornika zdalnego sterowania 40

MCY 7501J/N Rejestry przesuwające z recyrkulacją o po-
7505J/N jemności 2k bitów i 1k bitów 40

MC 7510N Rejestr - driver 60

UCY 74545/546 Układy sterujące wskaźnikami diodowymi LED 60

Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne

■ BPYP 07/08 Krzemowe fotoogniwa pomiarowe 60

BPY P  42 Fotodioda **0
B PYP 42F

BPYP 58F Fotodioda lawinowa 20

BPYP 17 Fotodioda cztero3egmentowa 60

AQYP 10F Dioda podczerwona 40

C Q Y P  28 Telemetryczna dioda elektroluminescencyjna 40

CQY P  06F Dioda elektroluminescencyjna 40

CQYP 07F Dioda elektroluminescencyjna 40

C Q Y P  42F Dioda elektroluminescencyjna 4C

C QYP 43 Dioda elektroluminescencyjna 40

CQYP 60 Laser impulsowy dużej m ocy 40

Impulsator laserowy LP-2 - Instrukcja obsługi 60



BFP 479 Tranzystor w. cz.
--  «

cera 40

B F D P  20 
BFD P  20R

Tranzystor w. cz. 40

i
BAP 280 Dioda Schottky'ego 20

BADP 14 Dioda Schottky'ego 20

BADP 17 Dioda Schottky*ego 20

BADP 23 Dioda PIN 20

BADP 26 Dioda PIN 20

B XDP 43 Waraktor 20

BXDP 44 Waraktor 20

BXDP 45 Waraktor 20

BXDP 46 Waraktor 20

BXDP 52 Waraktor 20

BXDP 56 Waraktor 20

BXDP 82 Dioda ładunkowa 20

BXDP 83 Dioda ładunkowa 20

BXDP 84 Dioda ładunkowa 20

BXDP 86 Dioda ograniczająca 20

CXYP 43 Diody Gunna 20

CXDP 43A Dioda Cunna 20

CXDP 43B Dioda Gunna

Termistory

20

CTR 111, 112 Termistory 40

CTR 100- 300 Termistory 40

nt c 501- 504 Termistory 20

NTC 600 Termistor 20

NTC 700 a,b Termistory 20

prc 100 Termistor 20



Druk ZOINTE ITE






